¥& = Fuissance gollecteur max.
le — Courant collecteur max.

Vee max — Tension collecteur émetteur max.
Fmax — Fréguence max.

be — bGermanium
Si — Silicium

2 N 5770 Si NPN | 0,700 | 0,050 | 15 900 40 T092 | MPSH 17 2 N 4874
2 N 5771 Si PNP | 0,625 | 0,050 | 15 850 35 T092 | 2 N 5057 BSW 25

2 N 5772 Si NPN | 0,625 | 0,200 | 15 350 30 1092 |2 N 5770 2 N 4874
2 N 5773 Si NPN | 5 0,500 | 35 20 | 200 |TO117|PT 3540 2 N 4127
2 N 5774 Si NPN | 18 1,5 35 20 |200 |T0129]|2 SC 737 PT 4690
2 N 5775 Si NPN | 40 3 35 10 |150 |F21 |2 N5177

2 N 5776 Si NPN | 70 6 35 10 150 |F21 |2 N5714

2NS51TT & Si NPN | 0,200 | 0,004 |25 1 2,5 K T092 |2 N 5779 MRD 148
2 N5778 4| Si NPN | 0,200 | 0,004 | 40 1 2,5 K 1092 | 2 N 5780 MRD 148
2N5779 o Si NPN | 0,200 | 0,008 | 25 1 5 K T092 |2 N 5777 MRD 148
2 N 5780 4| Si NPN | 0,200 | 0,008 |40 1 5K T092 |2 N 5778 MRD 148
2 N 5781 Si PNP | 10 3,5 80 8 20 100 |705 |2 N 6190 2 N 6191
2 N 5782 Si PNP | 10 3,5 65 8 20 100 |705 |2N 3720 MJ 8100
2 N 5783 Si PNP | 10 3,5 45 8 20 100 |T05 |2N 3719 2 N 3782
2 N 5784 Si NPN | 10 35 80 20 100 |T05 |2 N 5335 2 N 6416
2 N 5785 Si NPN | 10 35 65 20 100 |T05 |2 N 5334 2 N 6413
2 N 5786 Si NPN |10 3,5 45 20 |10 |[7105 |BSX 62 2 N 6412
2 N5793 o Si NPN | 0,500 |[0600 |40 200 25 1078 |2 N 57%4

2 N5794 o Si NPN | 0,500 | 0,600 |40 200 50 T078 | 2 N 5793

2 N5795 o Si PNP | 0,500 |0,600 |60 200 40 1078 | 2 N 5796

2 N 579 | Si PNP | 0,500 |o0,600 |60 200 100 T078 | 2 N 5795

2N5797 3 Si calP | 0,200 [0,010 (1g)15 (Vds) b | oze |T072 |2 N 5798 MFE 4008
2N5798 3 Si calP [ 0,200 |0,010 (ig)15 (Vds) 0,100 | 0,400 | TO72 | 2 N 5799 MFE 4009
2N5799 3 Si CalP | 0,200 | 0,010 (ig)15 (Vds) 0,160 | 0,500 | T072 | 2 N 5798 MFE 4010
2 N 5800 3| Si calP | 0,200 |0,010 (Ig)15 (Vds) 0,250 | 0,700 | TO72 | 2 N 5799 MFE 4011
2 N 5804 Si |NPN |62 5 300 |15 10 |10 |[T03 |BDY43 2 N 5839
2 N 5805 Sii_ |[NPN |62 5 315 |15 10 100 |T03 |BDY 44 BU 326

2 N 5810 Si NPN |0500 [0,750 |25 150 60 |200 |Tomou |2 N 5812 BC 338-16
2 N 5811 Si PNP  [0500 [0,750 |25 150 60 |200 |rotees |2 N 5813 BC 328-16
2 N 5812 Si NPN 0,500 [0,750 |25 165 150 | 500 |Toisos | 2 N 5810 BC 338-40
2 N 5813 Si PNP  [0500 [0,750 |25 165 150 | 500 | Totses | 2 N 5811 BC 328-40
2 N 5814 Si NPN |0,500 [0,750 |40 120 60 200 | ot os | 2 N 5816 BC 337-16
2 N 5815 Si PNP  [0500 [o0.750 |40 120 60 200 E& o | 2 N 5817 BC 327-16

3) transistors FET

d) transistors doubles

4) Photo-DARLINGTON




® Pc — Puissance collecteur max.

= e — Germanium

: I:BB_I'I'I::ur:an:'e::?::t:::le:lt::r émetteur max. £f e TR A N s ' s To R s
= Fmax — Fréguence max. ‘
i P
: T Vee . Gain Type Equivalences
TYPE [ R 0 0 e e R 5
’ i wl [A) La plus
e : w1 [MHz) min. max. oitier Suavithie Approximative
2NG5816 | Si | NPN | 0,500 | 0750 | 40 | 135 | 100 |200 |romos |2NGS814  |BC 33716
2NS817 | Si | PNP | 0,500 | 0,750 | 40 | 135 | 100 | 200 |moisos |2 N5815  |BC 327-16
2NG818 | Si | NPN | 0500 | 0750 | 40 | 150 | 150 | 300 |rosw |2NGB16 | BC 33725
2N5610 | S | PNP | 0500 | 0750 | 40 150 150 | 300 |mwe [2N5817  |BC32125
2N5820 | Si | NPN | 0500 | 0750 | 60 | 115 |60 | 120 |roos |2N5822  |BCWO1A
2NG821 | Si | PNP | 0500 | 0750 | 60 | 115 |60 |120 |roww [2NB5823  |BCWSIA
2N5822 | Si | NPN | 0500 | 0750 | 60 | 135 | 100 |200 |rotse [2N5B20  [BCWOTA
2N5823 | i | PNP | 0,500 | 0750 | 60 | 135 | 100 |200 |vomos |[2N5821  |BCWSIA
2NG824 | S | NPN | 0360 | 0,100 | 40 (150 |60 |120 |mww |2N5825  |BF281
2N5825 | Si | NPN | 0,360 | 0,100 | 40 150 [ 100 | 200 |roee [2NS826  |BF291
2NS82 | S | NPN | 0360 | 0,100 | 40 [ 150 | 150 |300 |rosw |2N5825 |2 Nas4T
2N5827 | Si | NPN | 0360 | 0,100 | 40 | 150 | 250 |500 |rosos |[2NSB27A |TSOT
ZNGB27A| S | NPN | 0,360 | 0,100 | 40 [ 150 | 250 |500 |vomes [2NS82Z |2 N ﬁzﬁ”w'
2N5828 | Si | NPN | 0360 | 0,100 | 40 | 150 | 400 | 800 |roisou |2 N 5628 A TS 97
2 N 5828 A Si NPN | 0,360 [ 0,100 | 40 |150 | 400 | 800 Eia o |2 ﬂ%sza 12N 5&7 A
2NG5820 | Si | PNP | 0,200 | 0,030 | 30 | 1,2 GHz| 20 Torz T2 nassr |2naes8
ZN5830 | Si | NPN | 0,625 | 0600 | 100 |00 |60 T092 [BF 117 |2N 1715
2N5831 | Si | NPN | 0,625 | 0,600 | 140 | 100 |60 To%2 |2Ns%e:2 rn;!it 5550%;
ZN5832 | Si | NPN | 0,625 | 0,600 | 140 |100 | 125 T092 |2 N 5831 |2SC 1670
Wgs‘sgg s NPN | 0,625 | 0,600 | 180 [100 |50 T092 [2N5965  |BFW36
2NG834 | Si | PNP |5 1 a0 10 T039 [BFS94  |MM 4913 S
2NS5835 | Si | NPN | 0,200 | 0,015 | 10 |25 GHz| 25 T072 [2N fﬁss 411915 :
2N 58;6'; Si NPN | 2 0,200 | 10 |2GHz |25 T046 nn;sa ;;* f*;:'
'ZNGSBIT | Si | NPN | 2 0300 | 5 |17 GHz| 25 T046 | BFT 512 B
2N5838 | si NPN | 57 |3 215 |6 8 40 |T03 |JANZN 583§ s
ZN 5839 | si NPN | 57 3 300 |5 10 |50 ([T03 |TIP529 Haf ao?g" g
Tmo Si NPN | 57 3 3715 |5 10 |50 |[T03 |[JANZ2N gm 2 N 5467
2 ufsan Si NPN | 0,350 | 0,100 | 10 2GHz |25 T072 |2 N 5835 ‘; 2 8C *’Tﬂaa» .
IN5842 | i NPN [ 0350 [o0100 [ 10 |17 GHz[25 T072 [2N5835 | BFW 30
z_,_wz&am i; Si PNP | 0,500 | 0,050 | 40 200 50 T078 |2 u«»am* & gfum
W a| Si PNP | 0,500 | 0,050 | 40 | 250 100 T078 [2N5843  [2N m - §__f
2N5845 | Si NPN | 0,500 | 0600 |40 200 (50 T092 |2 n%g@x - |BSw26 e
2N5845A| Si NPN | 0,625 | 0,600 | 40 | 250 50 T092 ;al'@“zz&w 5 ns 43@ R

) trerzistors doubles




e Pc = Puissance gollecteur max. sGe = Germanium

e ic = Courant collecteur max. o S = Silicium m

= Vece max — Tension collecteur émetteur max.
e Fmax — Fréguence max.

N : Yoo F Gain Tyse Equivalences
: ; Pec le
TYPE o r max. max. de
X i Wl (A 4 La plus
a ; 1] [(MHz) min. max. boitier sipriis Approximative
2 N 5846 Si NPN 10 1 18 5 TO102| 2 N 6366 2 N 3925
2 N 5847 Si NPN 20 2 18 T72 MRF 233 BLY 8T A
2 N 5848 Si NPN 50 3,5 24 3 T72 MRF 234
2 N 5849 Si NPN 100 7 24 3 T75 MRF 235 2 N 5691
2 N 5851 Si NPN 0,500 | 0,100 15 500 40 TO72 | 2 N 5852 BFY 63
2 N 5852 Si NPN 0,500 | 0,100 15 700 40 T072 | BFY 63 2 N 5851
2 N 5853 Si PNP 66 10 80 15 30 90 TO61 | 2 N 5007 2 N 5623
2 N 5854 Si PNP | 66 10 80 20 30 90 TO61 | 2 N 5009 2 N 5625
2 N 5855 Si PNP 0,750 | 1 60 100 50 T0105| BC 363 .| BC 343
2 N 5856 ¢)| Si NPN 0,750 | 1 60 100 50 TO105 | BC 366 BC 342
2 N 5857 Si PNP 0,750 | 1 80 100 50 T0105| BC 364 BC 345
2 N 5858 ¢f Si NPN 0,750 | 1 80 100 50 TO105 | BC 367 BC 344 \
2 N 5859 Si NPN 1 2 40 250 15 100 T039 | MM 5189 | BD 509 ‘
2 N 5860 Si NPN 1 2 45 . 250 35 100 TO39 | TIP 541 BD 373 A '
2 N 5861 Si NPN 1 2 50 250 25 100 T039 | MM 5262 2 N 1085
2 N 5862 Si NPN 80 8 35 5 T75 2 SC 2039
2 N 5864 Si PNP 1,2 1,5 70 50 50 500 TO39 | RCA 1 A 05 SK 3513
2 N 5865 Si PNP 1,2 1 50 100 40 200 T039 | RCA 1 A 02- BSS 18
2 N 5867 Si PNP 87 5 60 4 20 100 T03 2 N 4905 2 N 4902
2 N 5868 Si PNP 87 5 80 4 20 100 TO3 2 N 4906 2 N 4903
2 N 5869 )| Si NPN 87 5 60 4 20 100 T03 2 N 4914 2 N 5068
2 N 5870 ¢ Si NPN | 87 5 80 - 20 100 | TO3 | 2 N 4915 2 N 5069
2 N 5871 Si PNP 115 7 60 4 20 100 T03 BDX 92 2 N 6317
2 N 5872 Si PNP |15 |7 80 4 20 | 100 |[T03 | BDX 94 2 N 6318
2N5873 ¢ SI NPN 115 7 60 4 20 100 T03 2 N 3447 2 N 3490
2 N 5874 o Si NPN 115 7 80 4 20 100 T03 2 N 3448 2 N 3491
2 N 5875 Si PNP 150 10 60 4 20 100 T03 BD 312 _ 2 N 37191
2 N 5876 Si PNP 150 10 80 4 20 100 T03 BD 314 2 N 3792
2 N 5877 ¢ Si NPN 150 10 60 4 20 100 T03 BD 311 2 N 3715
2 N 5878 oy Si NPN 150 10 80 4 20 100 | TO3 | BD 313 2 N 3716
2 N 5879 Si PNP 160 15 60 4 20 100 T03 MJ 2955 2 N 6285
2 N 5880 Si PNP | 160 15 80 4 20 100 | TO3 BD 316 2 N 6286
2 N 5881 c)) Si NPN 160 15 60 4 20 100 TO3 | BDW 51 A BDX 61 _
¢l complémentaires des 2 nrécédents (60 V-80




Pc = Puissance goliecteur max. Ge — Germanium
lec — Courant collecteur max. §i — Silicium
Vee max — Tension collecteur émetteur max.

Fmax — Fréguence max.

2N5882] Si | NPN | 160 | 15 80 |4 |20 [0 [03 |[BD 315 2 N 6254
2N5883 | Si | PNP | 200 | 25 60 |4 |20 |10 [t03 [8D 367 7 N 4399
2N5884 | Si | PNP | 200 | 25 80 |4 |20 |10 |03 |BD 369 2 N 6436
2NS885 | Si | NPN | 200 | 25 60 |4 |20 [0 (103 |8D 366 2 N 5302
2NG5886 Si | NPN | 200 | 25 80 |4 |20 [0 [t03 |6D 368 2 N 2819
2NG5887 | Ge | PNP | 57 | 7 20 15 |350 [1066 |[2N456-A  |MP 2060
2N5888 | Ge | PNP | 57 | 7 30 15 |350 (1066 |2 N 5901 2 N 457 A
2NS889 | Ge | PNP | 57T | 7 30 30 |70 1066 |2 N 5893 2 N 457 A
‘2NsS8% | Ge | PNP | 5T | 7 45 30 |70 1066 |2 N 5894 2 N 458 A
"2N5891 | Ge | PNP | 57 | 7 50 30 |70 [t066 [2 N 5895 P 2063
2N5892 | Ge | PNP | 5T | 7 75 30 |70 1066 |2 N 589 WP 1613
2N5893 | Ge | PNP | 57 | 7 30 60 |120 [T066 |2 N 5897 2N 457 A
2N58%4 | Ge | PNP | 57 | 7 25 60 |120 [T066 |2 N 5898 MP 2062
2N5895 | Ge | PNP | 57 | 7 60 80 [120 1066 |2 N 5899 MP 2063
2N58% | Ge | PNP | 57 | 7 7 60 |120 [T066 |2 N 5900 NP 1613
2N5897 | Ge | PNP | 57 | 7 30 100 |200 [1066 |2 N 5893 2N 457 A
2NS898 | Ge | PNP | 57 |7 3 100 [200 [T066 |2 N 5894 WP 2062
2N5809 | Ge | PNP | 51 |7 60 100|200 [1066 |2 N 5895 MP 2063
[2Nse00 | Ge | PNP | 57 |7 75 100|200 [T066 |2 N 589 MP 1613
2N5901 | Ge | PNP | 57 |7 30 175 |50 [T066 |2 N 5888 2N 457 A
2NG5923 S| CaN | 0,367 10 (Vds) Sim  |o2% |TO78 |2 N 5905 NDF 9401
2N 5903 . Si | CalN | 0,367 10 (Vds) 0,070 [0,250 [T078 |2 N 5904 NDF 9402
2N 5904 39 Si | CalN | 0,367 10 (Vds) 0,070 [0,250 [T078 |2 N 5903 NDF 9403
2N 59053 Si | CaiN | 0,367 70 (Vds) 0,070 (0,250 [T078 |2 N 5902 NDF 9404
2 N 590639 Si | CalN | 0,367 10 (Vas) 0,070 0,250 [T078 |2 N 5909 NDF 9405
2N 5907 3 Si | CaN | 0,367 10 (Vas) 0,070 |0,250 1078 |2 N 5%08 NDF 9406
2N 5908 30 Si | CalN | 0,367 10 (Vds) 0,070 |0,250 |T078 |2 N 5807 NDF 9407
2N 590930 Si | CaiN | 0,367 10 (Vds) 0,070 |0,250 1078 |2 N 5906 NDF 9408
2NS5910  Si | PNP | 0,310 | 0,050 | 20 | 700 |15 T0106 |2 N 6003 BF 740
2N 5911 S| CalN | 0,367 | 0,001 (ig)i0 (Vas) %" Trors |2 N 5912 MMF 15
2N5912 % S| CalN | 0,367 | 0,001 (ig)10 (Vds) 5 [0 (1078 |2 N 5911 MMF 15
2N5913 | i | NPN |35 | 0330 | 14 T039 | MRF 607 40953
2Nse1s | si | NPN | 57 | o500 | 14 78 7 N 625

id) transistor FET doubles ¢t) complémentaires des 2 précédents (60 V-80 V)



Pec = Puissance gollecteur max.
Ic — Courant collecteur max.

VYece max — Tension coliecteur émetteur max.
Fmax — Fréguence max.

e e — Germanium

e §i = Silicium

TRANSISTOR!

:I 'u: Vee e Gain X Equivalences
TYPE : f i ¢ max. max. de b
r i w1 (A) La plus
2 : v (MH2) min. max. hoitier —— Approximative
2 N 5915 Si NPN 10 1,5 14 T78 2 N 5995
2 N 5916 Si NPN 0,200 24 1 GHz | 20 W42 |2 N 5917 BFR 83
2 N 5917 Si NPN 0,200 24 1 GHz | 20 W42 |2 N 5916 BFR 83
2 N 5918 Si NPN | 10 0,750 | 30 T78 JAN 2 N 5918
2 N 5919 Si NPN 25 1,5 30 T78 JAN 2 N 5919 |
2 N5919 Al Si NPN 25 4,5 30 T0216 JAN 2 N 5919 /
2 N 5920 Si NPN 3,5 0,250 80 X82 40836 2 N 5470
2 N 5921 Si NPN 14 0,700 50 MM15 40909
2 N 5922 Si NPN 5 6,425 | 35 T75 2 N 5923 {HF 8004
2 N 5923 Si NPN 6 0,750 35 TI5
2 N 5924 Si NPN 10 1,9 35 T75 2 N 6202 2 N 6197
2 N 5925 Si NPN 13 2,5 35 T75 2 N 5847
2 N 5926 Si NPN 200 a0 120 10 40 |TO63 |2 N 6279 |2 N 6275
2 N 5927 Si NPN 200 100 120 10 40 |TO114 |2 N 5928 SDT 9673
2 N 5928 Si NPN 200 100 120 10 40 |TO114 |2 N 5927 SDT 9673
2 N 5929 Si NPN 100 30 80 30 20 100 |F4 2 N 5935 2 N 4002
2 N 5930 Si NKPN 100 30 120 30 20 100 |F4 2 N 5936 BDY 58
2 N 5931 Si NPN 100 30 160 30 20 100 |F4 2 N 5937 2 N 5584
2 N 5932 Si NPN 100 30 60 30 20 100 |F4 2 N 6326 BUY 51 A
2 N 5933 Si NPN 100 30 100 30 20 100 |F4 2 N 6328 2 N 4003
2 N 5934 Si NPN 100 30 140 30 20 100 |F4 SDT 9706 2 N 6340
2 N 5935 Si NPN 100 30 80 30 20 100 |F4 2 N 5929 2 N 4002
2 N 5936 Si NPN 100 30 120 30 20 100 |F4 2 N 5930 BDY 58
2 N 5337 Si NPN 100 30 160 30 20 100 |F4 2 N 5931 2 N 5584 -
2 N 5938 Si NPN 2,5 3 50 150 30 150 |T126 |BD 233 BD 235
2 N 5939 Si NPN 2 10 80 120 40 200 |T0111 |2 N 5940 2 N 6495
2 N 5940 Si NPN 2 10 70 120 40 200 |TO111 |2 N 593¢ 2 N 6495
2 N 5941 Si NPN 80 6 35 50 10 W52 § 10-28
2 N 5942 Si NPN | 140 12 35 50 10 W52 2 N 6201
2 N 5943 Si NPN 1 0,400 30 1GHz | 25 300 [T039 |2 SC 1083 41039
2 N 5944 Si NPN 5 0,400 16 20 T90 2 N 5698
2 N 5945 Si NPN 15 0,800 16 20 T90 MRF 818 SD 1145
2 N 5946 Si NPN | 37 2 16 20 T30 MRF 824 SD 1146




= Pc = Puissance gollecteur max. o e = Germanium

e Sl Vst se el il it cinlas TRANSISTOR g

» Fmax — Fréquence max.

;" E Vea P Gain Type Equivalences
t a Pc Ic
TYPE: u y max. max. de

» f Wl (1) La plus

M ; m [MHz) min. max. hoitier aniniaite Approximative
2 N5%47 | s NPN | 16 0,400 | 30 11 GHJ 25 | 250 [181 |PT 3540 IPT 4144
2N5949 | §i CalN | 0,360 15 (Vds) % TV es |2 N sos0 2 N 5245
2N5950 | S CalN | 0,360 15 (Vds) 35 | 7,5 |x55 |2 N 5949 2 N 5246
2 N 5951 Si CalN | 0,360 15 (Vdsf) 35 | 6,5 |[X55 |2 N 5950 2 N 5247
2N5952 | Si CalN | -0,360 15 (Vds) 2 6,5 |X55 |2 N 595 2 N 5248
2N5953 | Si | CaN | 0,360 15 (Vds) 2 6,5 |X55 |2 N 5952 2 N 5249
2N5954 | si | PNP | 40 § 85 5 20 | 100 |1066 |TIP 42 B MJE 42 B
2N5955 | Si PNP | 40 6 65 5 20 | 100 |[T066 |TIP 42 A MJE 42 A
2N5956 | Si | PNP | 40 6 45 5 20 | 100 |T066 |TIP 42 MJE 42
2N5957 | si NPN | 100 | 20 100 | 10 30 | 120 |F4 |2 N 5959 TIP35 C
2 N 5958 si PNP | 100 | 20 100 | 10 30 | 120 [T061 |2 N 5960 TIP 36 C
2N5959 | Si NPN | 100 | 20 100 | 10 30 | 120 |[F4 |2 N 5957 TIP 35 C
2N59%60 | Si PNP | 100 | 20 100 | 10 30 | 120 |T061 |2 NG5958  [TIP36C
2 N 5961 i NPN | 0,625 | 0,050 | 60 100 | 150 T082 |2 N 6540 2 N 6541
2N5%2 | Si NPN | 0,625 | 0,050 | 45 100 | 600 T092 |2 N 6539 2 N 6538
2N 5963 4| Si NPN | 0,625 | 0,050 | 30 150 | 1200 T092 |MPSD 04 MPSD 54
2N5964 | Si NPN | 0,700 | 0,600 | 150 | 1 50 T0105 |2 N 5831 2 N 3389
2N 5965 | Si NPN | 0,700 | 0,600 | 180 | 1 50 T0105 |2 N 5833 BFW 36
2N5%6 | Si NPN | 125 | 30 100 | 10 25 | 120 |T063 |2 N 5968 2 N 6328
2N 597 o] i PNP | 125 | 30 00 | 10 25 | 120 |T063 |2 N 5969 2 N 6331
2N 58 | Si NPN | 125 |30 | 100 | 10 25 | 120 |T063 |2 N 5966 2 N 6328
2N 5060 5| Si PNP | 125 | 30 00 | 10 25 | 120 |T063 |2 N 5967 2 N 6331
ZN5970 | i NPN | 85 15 80 4 20 | 60 |T03 |2 N 5071 BD 545 B
7N 5971 i NPN | 85 15 70 3 5 | 150 (103 |2 N 5970 BD 545 B
ZN5972 | Si NPN | 85 15 T 25 |75 (103 |BDX 23 BD 545 C
2N5973 | Si NPN | 85 15 10 | 4 25 | 75 103 |2 8D ars BD 545 C
ZN5974 | i PNP | 75 5 a0 2 20 | 120 |B16 | MJE 42 TIP 42
2N 5975 | Si PNP | 75 5 60 2 20 | 120 [B16 |MJE 42 A TIP 42 A
2ZN5976 | Si PNP | 75 5 a0 2 20 | 120 |B16 |MJE42 B TIP 42 B
2N 5977 | i NPN | 75 5 a0 2 20 | 120 [B16 |MJE 41 TIP 41
ZN 5978 5| i NPN | 75 5 60 2 20 | 120 |Bi6 |MJE41 A TIP 41 A
2N5979 | Si NPN | 75 5 80 2 20 | 120 [B16 |MJE41 B TIP 418
ZN5080 | Si PNP | 90 8 a0 2 20 | 120 |B16 | MJE 5980 BD 544

c) complémentaires des précédents : 40, 60, 80, 100 V 4) transistor DARLINGTON



» e = Puissance goliecteur max. - Ge = Germanium

S i s il sl St i TRANSISTORS

o Fmax = Fréquence max.

:I ’FI; Vee F Gain Type Equivalences
TYPE ,: f - . max. max. de

¢ i W) [A) La plus

¥ ; wi (MHz} min. max. unitier idiiate " Approximative
2N5981 | si PNP | 90 | 8 60 | 2 20 | 120 |B16 | MJE 5981 BDX 92
2N5982 | si PNP | 90 | 8 80 | 2 20 | 120 [B16 | MJE 5982 BDX 94
2N5%83 | Si NPN | 90 | 8 o |2 20 | 120 |B16 | MJE 503 2 N 2338
2 N 5984 | Si NPN | 90 | 8 0 | 2 20 | 120 |B16 | MJE 5984 2 N 5037
2 N 5985 c)| Si NPN | 90 8 80 2 20 120 |[B16 | MJE 5985 2 N 5878
2N5%86 | Si PNP | 100 | 12 0 | 2 20 | 120 [B16 |BOW 52 2 N 6594
2N5%7 | si PNP | 100 | 12 60 | 2 20 | 120 |B16 |BOWS52A _ |BDX 18
2N5988 | si PNP | 100 | 12 80 | 2 20 | 120 |B16 |BOWS2B _ |PTC 164
2 N 5989 4| Si NPN | 100 | 12 o |2 20 | 120 |B16 | BDW 51 MJE 1660
2N5990 0| Si NPN | 100 | 12 60 | 2 20 | 120 |B16 |BOW 51 A | MJE 1661
2N 5991 | Si NPN | 100 | 12 80 |2 20 | 120 |B16 |BOWS1B |2 N 3055
2N5092 | Si NPN | 35 | 5 30 T78 |2 N 5094 2 N 6105
2N5993 | si NPN [ 35 |5 18 T78 |2 N 5996
2N5994 | Si NPN | 35 5 30 T8 [2N5992 |2 NG6105
2 N 5995 Si NPN | 10 1,5 14 78 ' 2 N 5945
2 N59%6 | Si NPN | 35 5 18 T78 |2 N 5993 =
2N 5988 | i NPN | 0,400 | 0,500 | 25 150 T098 |2 N 5420 2N 6008
2N 5990 5| Si PNP | 0,400 | 0,500 | 25 150 TO9% (2N 6003  |BCW 11
2N6000 | Si NPN | 0,400 | 0500 | 25 | 350 | 70 wso |2 N 3402 |2 N 3403
2 N 6001 Si PNP | 0,400 | 0,500 | 25 700 | 85 wive [ZRBOB = I
2NG6002 | Si NPN | 0,400 | 0,500 | 25 | 450 | 175 v |2SC137 | MPS 3415
2N6003 | Si PNP | 0,400 | 0,500 | 25 | 800 | 235 e I ~ 2 N 6001
2NG6004 | SI | NPN | 0400 | 0500 | 40 | 30 | 70 vsos |2N2220 A |2 N 3904
2N 6005 | Si PNP | 0,400 | 0,500 | 40 | 700 | 85 xssos |2 N 6007
2N6006 | Si NPN | 0,400 | 0,500 | 40 | 450 | 175 s | MPSH 24 2 N 6012
2N 6007 | i PNP | 0,400 | 0,500 | 40 | 800 | 235 oo 12 2 N 6005
2NG6008 | Si NPN | 0,400 | 0,500 | 25 250 1098 |MPS 6515 2 N 5420
2N 60095 Si PNP | 0,400 | 0,500 | 25 250 toe8 [Bcw 11 |2 N 5999
2 N 6010 Si NPN | 0,500 | 0,800 | 40 330 65 xssou |2 NB6O12 |2 N 3904
2N 6011 | Si PNP | 0,500 | 0,800 | 40 | 24¢ | 90 x50 |2 N 6013 BCW 95
2NG6012 | i | NPN | 0,500 | 0,800 | 40 | 420 | 1% Xssou | MPSH 24 2 N 6006
2NG6013 | Si | PNP | 0,500 | 0,800 | 40 | 360 | 225 X0 | PN 4917 2 N 6011
2NG014 | i NPN | 0,500 | 0,800 | 60 | 330 | 65 ws | BC 431 BC 425

a) apparié avec le précédent c) complémentaires des 3 précédents : 40, 60, 80 V



=fe — Germanium
= 5i — Silicium

= Pc = Puissance gollecteur max.

®lc — ‘Courant collecteur max.

= VYce max = Tension collecteur émetteur max.
® Fmax — Fréguence max.

TRANSISTORS

I: :l: . . Ves P Gain - Equivalences
'”pf : :’ max. max, i de
¢ i Wl (Al La plus
s t wl [MHz) min. max. boitier ESELE Approximative
é
2NG6015 | Si | PNP | 0500 | 0,800 | 60 | 240 | 90 x5 o0 | 2 N 6017 2N 57%
"2NG6016 | SI | NPN | 0,500 | 0,800 | 60 | 420 | 155 X500 | 2 N 6014 BCW 91
2N6017 | Si | PNP | 0500 0800 | 60 | 360 | 225 X500 | 2 N 3799 BC 313 A
2NG021 | Si | PNP | 36 | 4 70 30 | 120 | 817 | 2 N 6022 BD 442
2NG022 | Si | PNP | 36 | 4 70 30 | 120 | B17 | 2 N 6021 BD 442
2NG023 | Si | PNP | 36 | 4 40 30 | 120 | B17 | 2 N 6024 BD 438
2NG024 | Si | PNP | 36 | 4 40 30 | 120 | 817 | 2 N 6023 BD 438
2NGO25 | Si | PNP | 36 | 4 60 30 | 120 | B17 | 2 N 6026 BD 440
2NGO26 | Si | PNP | 36 | 4 60 30 | 120 | B17 | 2 N 6025 BD 440
2N60272] SI | PNP | 0,300 | 2uA (Ip) 50%A (Iv) T092 | MPU 131 MPU 132
2NG0282 Si | PNP | 0,300 | 0,154A (Ip) 254 A () T092 | MPU 133 2 N 6114
2NG029 | Si | PNP | 200 | 16 100 | 1 25 | 100 | T03 | BD 318 BOW 52 C
2NG030 | Si | PNP | 200 | 16 120 | 1 20 | 80 | T03 | 2SB539A | 2 SB 539
2NG031 | Si | PNP | 200 | 16 10 | 1 15 | 60 | T03 | 2585398
2NG6032 | Si | NPN | 140 | 50 0 | 50 10 | 50 | To3 | ESM 6032 2 N 6060
2NG033 | Si | NPN | 140 | 40 120 | 50 10 | 50 | T03 | ESM 6033 2 N 6571
2NG034 | Si | PNP | 40 | 4 o | 1 750 | 15K | B6 | 2 N 6414 2N 5183
2NG035 | Si | PNP | 40 | 4 80 | 1 750 | 15K | B6 | BD 678 A BD 678
2NG036 | Si | PNP | 40 | 4 80 | 1 750 | 15K | B6 | BD 680 A BD 680
ZNG6037a Si | NPN | 40 | 4 0 | 1 750 | 15K | 86 | 2 N 6412 BD 5190
2NG6038 o Si | NPN | 40 | 4 60 | 4 750 | 15K | B6 | BD 677 A BD 677
2NG6039s SI | NPN | 40 | 4 80 | 1 750 | 15K | B6 | BD 679 A BD 679
2NG0A0 | SI | PNP | 75 | 8 60 | & 1000 | 2000 | B23 | BD 698 A BD 698
2NG0A | ST | PNP [ 75 | 8 80 | 4 1000 | 2000 | B23 | BD 700 A BD 700
2NG6M4Z | Si | PNP | 75 | 8 00 | 4 1000 | 2000 | B23 | BD 702 BD 602
2NG043 | SI | NPN | 75 | 8 60 J 4 1000 | 2000 | 823 | BD 697 A BD 697
ZNG0M o] ST | NPN | 75 | 8 80 | 4 1000 | 2000 | B23 | BD 699 A BD 699
2NG45| Si | NPN | 75 | 8 100 | 4 1000 | 2000 | B23 | BD 701 BD 601
2NG046 | Si | NPN | 114 | 20 60 | 30 20 | 100 | TO63 | 2 N 3598 2 N 4210
2NG047T | Si | NPN | 114 | 20 100 | 30 20 | 100 | T063 | 2 N 5957 2 N 5959
2NG6048 | SI | NPN | 114 | 20 140 | 30 20 | 100 | T063| 2 N 6340 MJ 15003
2NG049 | Si | PNP | 75 | 4 55 25 | 100 | TO66 | 2 N 6296 2 N 5194
2NGOS0 | Si | PNP | 150 | 12 50 | 4 750 | 18 K| 703 | MJ 2500 7N 4908

2) transistor unijonction

c) complémentaires des 3 précédents : 40, 60, 80, 100 V




= Pc = Puissance gollecteur max, « Ge =— Germanium

e Ic = Courant collecteur max. o Si = Silicium TR A N s ' s To R s

e Vce max = Tension collecteur émetteur max.
e Fmax — Fréquence max.

: |
: zI: Vee : Gain Ty Equivalences
Pc Ic
TYPE l: f max. max. de
w) (A) la plus
; i w [(MHz] min. max. boitier approchée Approximative
]
2 N 6092 « Si NPN 0,300 | 0,030 60 60 150 T078 |2 N 6091 2 N 2920
2 N 6093 Si NPN | 83 10 35 100 20 MT67 | sans sans
cause boitier spécial

2 N 6094 Si PNP | 8 1 18 5 W52 | sans sans

2 N 6095 Si PNP 20 2,5 18 15 W52 MRF 432 MRF 433

2 N 6096 Si PNP 40 4 18 15 wh2 sans sans

2 N 6097 Si PNP 60 6 18 15 W52 sans sans

2 N 6098 Si NPN 75 10 60 20 80 T0220 |2 N 6099 RCA 41 SDH

2 N 6099 Si NPN 79 10 60 20 80 T0220 |2 N 6098 RCA 41 SDH

2 N 6100 Si NPN | 75 10 70 20 80 T0220 |2 N 6101 RCA 1 C 07

2 N 6101 Si NPN 75 10 70 20 80 T0220 |2 N 6100 RCA 1 C 07 .

2 N 6102 Si NPN 75 16 40 15 60 T0220 |2 N 6103 RCA 41 SDH

2 N 6103 Si NPN 75 16 40 15 60 T0220 2 N 6102 RCA 41 SDH

2 N 6104 Si NPN | 36 4,5 30 W76 2 N 6105

2 N 6105 Si NPN 36 45 30 T78 2 N 6104

2 N 6106 Si PNP 40 7 70 10 30 150 |T0D220 |2 N 6107 40874

2 N 6107 Si PNP 40 7 70 10 30 150 |T0220 |2 N 6106 40874

2 N 6108 Si PNP 40 7 50 10 30 150 [T0220 {2 N 6109 40876

2 N 6109 Si PNP | 40 7 50 10 30 150 |T0220 |2 N 6108 40876

2 N 6110 Si PNP 40 Y 30 10 30 150 |T0220 |2 N 6111 41501
2 N 6111 Si PNP 40 7 30 10 30 150 |T0220 |2 N 6110 41501

2 N 6112 Si NPN 0,360 30 160 185 X149 |2 N 4953 2 N 4952

2 N6114 2 Si NPN 0,300 | 5. A (Ip) 1 mA (lv) R149 |2 N 6115 D5 E3N

2N61152 i | NPN | 0,300 | 154 A (ip) 1mA (Iv) R149 |2 N 6114 D5E 37

2 N 6116 2) Si PNP 0,250 | 5 A (Ipl) 70,:; A (Iv) T018 (2 N 6117 TIS 43

2N 6117 2| Si PNP | 0,250 | 24A (Ip) 504 A (V) 1018 |2 N 6118 2 N 6027

2 N 6118 2 Si PNP 0,250 | 1uA (Ip:) 50;; A (lv) TO18 |2 N 6117 2 N 6028
2 N 6119 2) Si PNP 0,400 | 5.A (lpl) 1,5 mA (lv) T018 (2 N 6120 2 N 6137

2 N 6120 2 Si PNP 0,400 | 1A {I[;) 1 m‘A (Iv) T018 |2 N 6119 2 N 6138

2 N 6121 Si NPN 40 4 45 2,5 25 100 (710220 |2 N 5190 BD 187

2 N 6122 Si NPN 40 4 60 2,5 25 100 |T0220 (2 N 5191 BD 189

2 N 6123 Si NPN | 40 4 80 2,5 20 80 [T0220 |2 N 5192 BD 589

2 N 6124 ¢ Si PNP 40 4 45 2,5 25 100 (T0220 |2 N 5193 BD 188

2 N 6125 ¢ Si PNP 40 4 60 2,5 25 100 |T0220 |2 N 5194 BD 190

\ camn’ls lene dee ? nrecedente (B0 at 80 V) d) transictors doubles




® Pc = Puissance gollecteur max. = Ge — Germanium

* Ic = Courant collecteur max. = Si = Silicium 'rR A Ns , s To R:

= Vce max — Tension collecteur émetteur max.
= Fmax — Fréquence max.

:" ‘II: Vee £ Gain Type Equivalences
t a Pc le
TYPE 2 & max. max. de

g i wl ) La plus

8 ; vl (MHz] min. max. doitier aiackils Approximative
2 N 6051 Si PNP 150 12 80 4 750 18 K | TO3 MJ 2501 2 N 3792
2 N 6052 Si PNP 150 12 100 4 750 18 K | T03 MJ 4032
2 N 6053 Si PNP 100 8 60 4 750 18 K | TO3 MJ 900 2 N 6298
2 N 6054 Si PNP 100 8 80 4 750 18 K | TO3 MJ 901 2 N 6299
2 N 6055 ¢ Si NPN 100 8 60 4 750 18K [TO3 | MJ 1000 2 N 6300
2 N 6056 o) Si NPN 100 8 80 4 750 18 K | T03 MJ 1001 2 N 6301
2 N 6057 Si NPN 150 12 60 4 750 18K |TO03 MJ 3000 2 N 375
2 N 6058 Si NPN | 150 12 80 4 750 18 K | TO3 MJ 3001 2 N 3716
2 N 6059 Si NPN 150 12 100 4 750 18 K | TO3 MJ 4035
2 N 6060 Si NPN 150 60 100 10 20 120 TO63 | 2 N 6062 2 N 6278
2 N 6061 Si PNP 150 60 100 20 20 120 | TO63 | 2 N 6063 2 N 6381
2 N 6062 Si NPN 150 60 100 10 20 120 TO63 | 2 N 6060 2 N 6278
2 N 6063 Si PNP 150 60 100 20 20 120 TO63 | 2 N 6061 2 N 6381
2 N 6064 Ge PNP | 56 10 80 20 50 R157 | 2 N 2289 2 N 2526
2 N 6065 Ge PNP 56 10 120 20 50 R157 | 2 N 2290 2 N 2527
2 N 6066 Ge PNP 56 10 160 20 50 R157 | 2 N 5324 2 N 2528
2 N 6067 Si PNP 0,625 | 0,100 40 150 40 T092 | TIS 91 BSV 44 A
2 N 6076 Si PNP 0,360 | 0,100 25 100 T098 | 2 N 4126 MPS 6519
2 N 6077 Si NPN | 25 7 300 1 12 70 TO66 | MJE 52 2 N 6498
2 N 6078 Si NPN | 25 7 275 1 12 70 TO66 | 2 SD 351 185728
2 N 6079 Si NPN 25 7 375 1 12 50 TO66 | 2 N 5805 BU 326
2 N 6080 Si NPN 12 1 18 5 T72 | 2 N 5645 SD 1095
2 N 6081 Si NPN 31 2,5 18 5 T72 2 N 5590 BLY 88 A
2 N 6082 Si NPN 50 4 18 130175 | 6,2 T72 MRF 222 2 N 6083
2 N 65083 Si NPN | 65 4 18 130175 | 5,7 T72 MRF 222 MRF 223
2 N 6084 Si NPN | 80 6 18 1301175 | 4,5 T72 BLW 60 HEPS 3009
2 N 6085 u}| Si NPN 0,300 (0,030 |45 60 60 TO78 | 2 N 6087 2 N 2913
2 N 6086 ) Si NPN 0,300 | 0,030 45 60 150 TO78 | 2 N 6088 2 N 2914
2 N 6087 o Si NPN | 0,300 |0,030 |[45 60 60 TO78 | 2 N 6085 2 N 2915
2 N 6088 af Si NPN 0,300 (0,030 |45 60 150 TO78 | 2 N 6086 2 N 2916
2 N 6089 ¢ Si NPN 0,300 | 0,030 45 60 60 TO78 | 2 N 6087 2 N 2917
2 N 6090 of Si NPN 0,300 |0,030 |45 60 150 TO78 | 2 N 6088 2 N 2918
2 N 6091 o) Si NPN 0,300 | 0,030 60 60 60 T078 | 2 N 6092 2 N 2919

2) transistors unijonction c) avec 2 N 6126 complémentaires des 3 précédents : 45, 60, 80 V



Pc — Puissance gollecteur max.
lc = Courant collecteur max.
Vee max — Tension collecteur émetteur max.

o e — bermanium
= Si = Silicium

 TRANSISTORS

Fmax — Fréguence max.
P
;" ‘I' Vee F Gain Type Equivalences
TYPE E S T e e Pl .

= i (wil a1 La plus

8 ; i (MHz) min. max. hoitier iporachils Approximative
2 N 6126 ¢ Si PNP 40 4 80 25 20 80 T0220 | 2 N 5195 BD 590
2 N 6127 Si PNP 67 10 80 40 30 120 TO61 | 2 N 5853 2 N 5854
2 N 6128 Si NPN 67 10 80 50 30 120 TO61 | BD 709 2 N 6217
2 N 6129 Si NPN 50 7 40 2,5 20 100 T0220 | RCA 1 C 14 2 N 5495
2N ﬁ;|3|] Si NPN 50 i 60 2,5 20 100 T0220 | 2 N 5492 2 N 5493
2 N 6131 Si NPN 50 7 80 2,5 20 100 T0220 | 2 N 5496 2 N 5497
2 N 6132 ¢ Si PNP 50 7 40 2,5 20 100 T0220 | RCA 1 C 11 BD 596
2 N 6133 o Si PNP 50 7 60 2,5 20 100 T0220 | BD 598 MJ 6700
2 N 6134 Si PNP 50 7 80 2,5 20 100 T0220 | BD 600 | MJ 6701
2 N 6135 Si NPN 2,5 0,250 25 1,1 GHz| 25 300 T102 fa?:geshnitiar s sans
2 N 6136 Si NPN 60 6 18 20 T93 MRF 449 A
2 N 6137 2| Si PNP 0,400 | 2uA (Ip) 50u A (lv) T018 | 2 N 6138 2 N 6117 ou
2NG6138 2 Si | PNP | 0,400 | 2uA (Ip) 504 A (Iv) TO18 | 2 N 6137 2 N 6118
2 N 6166 Si NPN 17 9 35 5 W52 2 N 5942
2 N 6175 Si NPN 20 1 250 21 30 B24 BD 127 MJE 340
2 N 6176 Si NPN 20 1 300 21 30 B24 BD 128 MJE 341
2 N 6177 Si NPN 20 1 350 21 30 B24 BD 129 MJE 344
2 N 6178 Si NPN 10 2 100 50 30 130 B24 2 N 6417 BD 443
2 N 6179 Si NPN 10 2 75 50 | 40 250 B24 BD 139-6 2 N 6409
2 N 6180 Si PNP 10 2 100 50 30 130 B24 BD 140-6 RCP 702 D
2 N 6181 Si PNP 10 2 75 50 40 250 B24 2 N 6407 RCP 700 C
2 N 6182 Si PNP 60 10 80 30 30 120 TO59 | 2 N 6186 MJE 34 B
2 N 6183 Si PNP 60 10 80 30 60 240 TO59 | 2 N 6187 MJE 34 B
2 N 6184 Si PNP 60 10 100 30 30 120 T059 | 2 N 6188 MJE 34 C
2 N 6185 Si PNP 60 10 100 30 60 240 T059 | 2 N 6189 MJE 34 C
2 N 6186 Si PNP 60 10 80 30 30 120 T059 | 2 N 6182 MJE 34 B
2 N 6187 Si PNP 60 10 80 30 60 240 TO59 | 2 N 6183 MJE 34 B
2 N 6188 Si PNP 60 10 100 30 30 120 TO59 | 2 N 6184 MJE 34 C
2 N 6189 Si PNP 60 10 100 30 60 240 TO59 | 2 N 6185 MJE 34 C
2 N 6190 Si PNP 10 5 80 30 30 120 TO39 | 2 N 6191 MJ 8101
2 N 6191 Si PNP 10 b 80 30 “60 240 T039 | 2N 519li MJ 8101
2 N 6192 Si PNP 10 5 100 30 30 120 TO39 | 2 N 6193 HEPS 3003
2 N 6193 Si PNP 10 5 100 30 60 240 TO39 | 2 N 6192 HEPS 3003
["compiémenialres des 3 précedents : 40, 60, B0 V 2) transisiors unijonction




« Pc = Puissance gollecteur max.

= lc — Courant collecteur max.

e Vee max — Tension collecteur émetteur max.
o Fmax — Fréquence max.

o Ge — Germanium

o Si = Silicium

TRANSISTORS

:I t:: Vee ¢ Gain Tyee Equivalences
TYPE O el e A T B N
r l T b wi [MHz) i boitier o Approximative
@ : min. max. approchés
2 N 6197 Si NPN 10 1 35 T91 2 N 6202 C3-28
2 N 6198 Si NPN 25 2,5 35 T91 B12-28 2 SC 1414
2 N 6199 Si NPN 50 ] 35 ™ B 25-28
2 N 6200 Si NPN 85 8,5 35 T91 B 40-28 2 N 6205
2 N 6201 Si NPN 140 12 35 T92 2 N 5862 2 N 6439
2 N 6202 Sic NPN 10 0,500 33 T91 2 N 6197 B 3-28
2 N 6203 Si NPN 20 1 33 T91 C 12-28 A 3-28
2 N 6204 Si NPN 40 2 33 T91 C 25-28 MRF 305
2 N 6205 Si NPN 80 4 33 91 C 40-28 MRF 306
2 N 6206 Si NPN 10 0,500 30 T93 D 3-28 RF 410
2 N 6207 Si NPN 20 1 30 T93 D 10-28 RF 404
2 N 6208 Si NPN 40 2 30 T93 D 20-28
2 N 6211 Si PNP 20 2 275 20 10 100 TO66 | JAN 2 N 6211
2 N 6212 Si PNP 20 2 350 20 10 100 TO66 | BUX 66 C JAN 2 N 6212
2 N 6213 Si PNP 20 2 400 20 10 100 TO66 | JAN 2 N 6213 | 2 SA 739
2 N 6214 Si PNP 20 2 450 20 10 100 TO66 | TRSP 4299
2 N 6215 Si NPN 125 50 80 20 25 150 T063 ESM 6032
2 N 6216 Si NPN A 10 150 20 20 80 T03 SDT 7736 SDT 7766
2 N 6217 Si NPN mn 10 |80 20 20 BU_ TO3 SDT 7733 SDT 7765
2 N 6218 Si NPN 0,500 | 0,050 300 1GHz | 20 R207 | sans sans
2 N 6219 Si NPN 0,500 | 0,050 250 1GHz | 20 R207 | sans sans
2 N 6220 Si NPN | 0,500 | 0,050 | 200 1GHz | 20 R207 | sans sans
2 N 6221 Si NPN 0,500 | 0,050 150 1GHz | 20 R207 | sans sans
2 N 6222 Si NPN 0,360 | 0,100 60 75 R207 | 2 N 6224 2 N 2483
2 N 6223 )| Si PNP 0,360 | 0,100 |60 75 R207 | 2 N 6225 BC 325
2 N 6224 Si NPN 0,360 | 0,100 60 150 R207 | 2 N 6222 2 N 2484
2 N 6225 o) Si PNP 0,360 | 0,100 |60 150 R207 | 2 N 6223 BC 326
2 N 6226 Si PNP 150 6 100 25 100 F4 TIP 544
2 N 6227 Si PNP 150 6 120 20 80 F4 TIP 545
2 N 6228 Si PNP 150 6 140 15 60 F4 TIP 546
2 N 6229 Si PNP 150 10 100 25 100 T03 2 SA 75?; 2 N 6052
2 N 6230 Si PNP 150 10 120 20 80 TO3 2 N 6248 2 SA 753
2 N 6231 Si PNP 150 10 140 15 60 T03 BDX 20 TIP 519

t) complémentaire du précedent




« Ge — Germanium
o 5i = Silicium

e Pc = Puissance goliecteur max.

= |c — Courant collecteur max.

e Vce max — Tension collecteur émetteur max.
» Fmax = Fréquence max.

TRANSISTORS

:I ; Vee : Gain - Equivalences
TYPE R Gitl | v P -
o i wl (A La plus
pl : wl (MHz) min. max. boitier Soesalike Approximative
2 N 6232 Si NPN | 15 10 100 30 40 250 | TO5 2 N 62324
2 N 6232-4| i NPN | 15 10 100 30 40 250 |T32 | 62324
2 N 6233 Si NPN | 50 5 225 20 25 125 | T066 KSP 1092
2 N 6234 Si NPN | 50 5 275 2p 25 125 | T066 KSP 1094
2 N 6235 Si NPN | 50 5 325 20 25 125 | T066 BU 106
2 N 6246 Si PNP | 125 15 70 10 20 100 | TO3 | BDW 52 A TIP 2955
2 N 6247 Si PNP | 125 15 90 10 20 100 |T03 | BDW 52 B BD 546 B
2 N 6248 Si PNP | 125 10 110 10 20 100 |T03 | 2 SA 753 BDW 52 C
2 N 6249 Si NPN | 100 10 225 2,5 10 50 T03 | 2 N 6573 BUX 17 A
2 N 6250 Si NPN | 100 10 300 25 8 50 T03 | 2 N 6575 BUX 17 B
2 N 6251 Si NPN | 100 10 375 2,5 6 50 TO3 | BUX 80 BUX 17 C
2 N 6253 Si NPN | 115 | 15 45 20 |150 [T03 | MJ 2801 BD 545
2 N 6254 Si NPN | 150 15 80 20 70 TO3 | 2 N 6359 | 2 N 5970
2 N 6255 Si NPN |5 1 18 5 T039 | 2 N 5422 MRF 207
2 N 6256 Si NPN |2 0,400 | 16 20 200 | W53 | MRF 628
2 N 6257 Si NPN | 150 20 40 15 75 T03 BDX 41
2 N 6258 Si NPN | 250 30 80 15 60 FI1 | 2 N 4002 TO8T2
2 N 6259 Si NPN | 250 16 150 30 30 120 | 703 2 N 1818
2 N 6260 Si NPN | 29 3 40 0,030 |20 100 | TO66 | 2 N 4231 RCS 29
2 N 6261 Si NPN | 50 4 80 0,030 |25 100 | TO66 | 2 N 5192 BD 589
2 N 6262 Si NPN | 150 10 150 20 70 TO3 | 2 N 5634 BUX 17
2 N 6263 Si NPN | 20 3 120 2 20 100 | TO66 | BDY 72 BDY 79
2 N 6264 Si NPN | 50 3 150 2 20 60 T066 2 N 3441
| 2 N 6265 Si NPN [ 6,2 0,275 | 50 X111 | 2 N 6268
2 N 6266 Si NPN |14 1 50 X111 | 2 N 6267
2 N 6267 Si NPN | 21 1,5 50 X111 | 2 N 6266
2 N 6268 Si NPN |62 0,350 |45 X111 | 2 N 6265
2 N 6269 Si NPN |21 1,5 45 X111 | 2 N 6267
2 N 6270 Si NPN | 150 30 80 75 20 100 | T03 | 2N 6272 MJ 802
2 N 6271 Si NPN | 150 30 100 75 20 100 | T03 |2 N 6273 MJ 802
2 N 62712 Si NPN | 150 30 80 75 20 100 | T063 | 2 N 6270 MJ 802
2 N 6273 Si NPN | 150 30 100 75 20 100 | T063 | 2 N 6271 MJ 802
2 N 6274 Si NPN | 250 50 100 30 30 120 | F11 1JAN 2 N 6274 | 2 N 6278




» Pc = Puissance gollecteur max. « B2 — Germanium

et e i-wm" | TRANSISTORS

» Fmax = Fréquence max.

P
: ': Vee F Gain Type Equivalences
TYPE = e el A

- i (W) (Al La plus

% ; vl (MHzl min. max. boitier P Approximative
2N 625 | Si | NPN | 250 | 50 120 |30 30 | 120 | | BUX 20 2 N 6279
2N6276 | Si | NPN | 250 | 50 140 |30 0 (920 [ TNG280 |
2N6277 | Si | NPN | 250 | 50 150 | 30 30 | 120 Eﬁ 2 N 6281
2NG6278 | Si | NPN | 250 | 50 100 |30 30 | 120 | 7063 7 N 6274
2N6279 | Si | NPN | 250 | 50 120 | 30 30 | 120 | 7063 | 2 N 5926 2 N 6275
2 N 6280 Si NPN | 250 50 140 30 30 120 | T063 2 N 6276
2NG6281 | Si | NPN | 250 | 50 150 |30 30 | 120 | 7063 7 N 6277
2NG622 | Si | NPN | 160 | 20 0 |4 10 [ 750 [rio | MI3 772 BOX 40
2NG6283 | Si | NPN | 160 | 20 80 |4 10 | 750 | fios | 2 N 5303 2 N 3237
2NG6284 | Si | NPN | 160 | 20 00 |4 10 [ 750 | e | 2N 6338 SOT 8765
2NG285 0 Si | PNP | 160 | 20 60 |4 10 | 750 Eﬁw 2 N 5879 MJ 2955
2NG62860o| Si | PNP | 160 | 20 80 |4 10 [ 750 [ 1o | 2N 5745 2 N 5880
2NG6287 Si | PNP | 160 |20 100 |4 10 | 750 [ 1o | 2N 5958 2 N 5678
2NG288 | Si | NPN |16 |7 20 | 0050 |30 | 150 |T0220] 2N 6289 RCA 41
2NG6289 | Si | NPN |16 |7 a0 | 005 |30 | 150 | To220| 2 N 6288 RCA 41
2NG6200 | Si | NPN |16 |7 60 | 0050 |30 | 150 | T0220] 2 N 6291 RCA 41 A
2N6201 | Si | NPN |16 |7 60 | 0,050 |30 | 150 | T0220| 2 N 6290 RCA 41 A

"2NG6292 | si_ | NPN |16 |7 80 | 0,050 |30 | 150 | T0220| 2 N 6293 RCA 41 B

2 N 6293 Si NPN | 16 7 80 0,060 | 30 | 150 | T0220| 2 N 6292 RCA 41 B
2N62044 Si | NPN |50 |4 60 |4 750 | 18K | T066 | BD 677 BD 677 A
2NG62954 Si |NPN |50 |4 80 |4 750 | 18K | T066 | BD 679 BD 679 A
2N6206 . S |PNP |50 |4 0 |4 750 | 18K | T066 | BD 678 BD 678 A
2N6297¢ S |PNP |50 |4 80 |4 750 | 18K | T066 | BD 680 BD 680 A
2NG6298 ¢ S |PNP |75 |8 60 |4 750 | 18K | T066 | MJ 900 BDX 62
2NG6299 ¢ Si |PNP |75 |8 80 | 4 750 | 18K | T066 | MJ 901 BDX 62 A
2NG6300 | Si |NPN |75 |8 0 |4 750 | 18K | T066 | MJ 1000 BDX 63
2N6301 | Si |NPN |75 |8 80 |4 750 | 18K | T066 | MJ 1001 BDX 63 A
2N6302 | Si | NPN |50 |16 120 15 |60 |T03 | BDY77 MJ 6302
2N6303 | Si | PNP |1 3 80 | 60 30 | 150 |7T05 |D43cC i D 43 C 12
2N6304 | Si | NPN | 0200 [0050 |15 | 1,4 GHz| 25 T072 | 2 N 3570 2 N 5054
2N6305 | Si | NPN | 0,200 |0050 |15 | 1,2 GHz 25 T072 | 2 N 3571 2 N 3880
2NG6306 | Si | NPN |125 |8 250 |5 15 | 75 | T03 | JAN 2 N 6306 | RCA 1B 05
2 N 6307 Si NPN | 125 8 300 5 15 75 T03 | 411 2 N5389 |




» Pc = Puissance collecteur max. o 68 — GBermanium

V0 . e bk Bt el TRANSISTORS

o Fmax = Fréguence max.

N : Vee ¢ Gain Tem Equivalences
i ; Pc le
TYPE u " max. max. de
g i wl (A K La plus o
2 ; vl (MHz) min. max. boitier . Approximative
L
f 2 N 6308 Si NPN | 125 8 350 5 12 60 TO3 | 413 2 N 6588
-2 N 6312 Si PNP | 75 5 40 4 25 100 | TO66 | 2 N 3183 MJE 5974
2 N 6313 Si PNP 75 5 60 4 25 100 TO66 | 2 N 3184 MJE 5975
2 N 6314 Si PNP 75 5 80 4 25 100 TO66 | 2 N 3185 MJE 5976
2 N 6315 Si NPN 90 T 60 4 20 100 TO66 | 2 N 5873 RCA 41 A
2 N 6316 Si NPN | 90 7 80 4 20 100 | TO66 | 2 N 5874 RCA 41 B
2 N 6317 ¢ Si PNP 90 7 60 & 20 100 TO66 | 2 N 5871 RCA 42 A
2NG6318 ¢ Si PNP | 90 7 80 4 20 100 | TO66 | 2 N 5872 RCA 42 B
2 N 6322 Si NPN | 200 30 200 10 40 150 | TO3 | 2 N 2760 | 2 N 2772
2 N 6323 Si NPN | 200 30 300 10 30 150 | TO3 | 2 N 2762 2N 2174
2 N 6324 Si NPN 200 30 200 10 40 150 TO63 | 2 N 2766 2 N 2778
2 N 6325 Si NPN 200 30 300 10 30 150 TO63 | 2 N 2768 2 N 2780
2 N 6326 Si NPN | 114 30 60 3 6 30 TO3 | 2 N 5932 | SDT 8303
2 N 6327 Si NPN 114 30 80 3 6 30 T03 2 N 5734 BDY 57
2 N 6328 Si NPN 114 30 100 3 6 30 TO3 BUY 53 A MJ 802
2 NG6329 ¢ Si PNP 114 30 60 3 6 30 TO3 | 2 N 5883 TIP 36 A
2 NG330 ¢y Si PNP 114 30 80 3 6 30 TO3 2 N 5884 TIP 36 B
2N6331 ¢ Si PNP 114 30 100 3 6 30 T03 2 N 5967 TIP 36 C
2 N 6338 Si NPN | 200 25 100 40 30 120 ([ TO3 | JAN2NG6338 | TIP35C
2 N 6339 Si NPN 200 25 120 40 30 120 T03 2 N 5560
2 N 6340 Si NPN 200 25 140 40 30 120 TO3 2 N 6341 2 N 2132
2 N 6341 Si NPN 200 25 150 40 30 120 TO3 | JAN 2 N 6341 | 2 N 2132
2 N 6350 « Si NPN 5 5 80 50 2K 10K TO33 | JAN2NG350 | U2T 101
2 N 6351 4 Si NPN 5 10 150 50 1K 10K TO33 | JAN2Z2NG351 | U2T 105
2 N 6352 4 Si NPN 25 5 80 50 2K 10K | F24 JAN 2 N 6352 | U 2T 201
2 N 6353 4 Si NPN 25 10 150 50 1K 10K F24 JAN 2 N 6353 | U2T 205
2 N 6354 Si NPN | 80 10 130 80 20 150 | TO3 | 2 N 6496 BUY 55-10
2 N 6355 4 Si NPN | 150 20 40 500 5K TO3 | 2 N 6356
2 N 6356 4 Si NPN 150 20 40 1,5 | 10K T03 2 N 6355
2 N 6357 4 Si NPN 150 20 60 500 5K T03 2 N 6358
"2N63584 Si |NPN |150 |20 60 1,5 | 10k | 103 | 2 N 6357
2 N 6359 Si NPN 150 16 80 15 60 T03 2 N 6254 2 N 5970
2 N 6360 Si NPN | 150 12 100 15 60 TO3 | 2 N 5632 2 N 1900




+ Pc = Puissance collecteur max.
+ le = Courant collecteur max.

+ Vce max — Tension collecteur émetteur max.

+ Fmax — Fréquence max.

= Be — Germanium

= S§i = Silicium

TRANSISTORS

l: i? Vee E Gain Type Equivalences
TYPE s - o ; max. max. de
¢ i Wl (A La plus
e ; wi [(MHz) min. max. Aoitier staesslite Approximative
2 N 6361 Si NPN 50 4 33 X123 | sans sans
2 N 6362 Si NPN 110 6 22 W55 2 SC 1512
2 N 6363 Si NPN 175 10 33 X123 | 2 N 6364
2 N 6364 Si NPN 175 10 33 X123 | 2 N 6363
2 N 6365 Ge PNP 0,150 | 1 10 200 20 TO18 | 2 N 2402 2 N 2401
2 N 6366 Si NPN 10 1 18 50 50 T0102 | 2 N 5846 2 N 5703
2 N 6367 Si NPN 20 18 50 50 W52 | 2 N 6370 2 N 5847
2 N 6368 Si NPN 140 20 50 10 W52 MRF 420 MRF 452
2 N 6369 Si NPN 220 15 35 W55 2 N 6572 BM 70-12
2 N 6370 Si NPN 20 1,5 35 50 5 50 W52 | 2 N 6367 2 N 5483
2 N 6371 Si NPN 66 16 50 15 60 T03 BD 213-45 BDS 45 A
2 N 6372 Si NPN 22 6 90 4 20 100 TO66 | 2 N 6292 2 N 6293
2 N 6373 Si NPN 22 6 70 20 100 TO66 | 2 I__i“_ﬁ?gl] 2 N 6291
2 N 6374 Si NPN | 22 6 50 20 | 100 | TO66 | 2 N 6289 2 N 6288
I2 N 6375 Si NPN 0,580 | 1,5 40 300 60 TO18 | BSS 27 BSX 32
2 N 6376 Si NPN 1 1.5 40 300 30 90 R169 | 2 N 5859 2 N 3253
2 N 6377 Si PNP 250 50 80 25 30 120 TO63 | 2 N 6380 2 N 5684
2 N 6378 Si PNP 250 50 100 25 30 120 T063 | 2 N 6381 2 N 6061
2 N 6379 Si PNP 250 50 120 25 30 120 TO63 | 2 N 6382 JAN 2 N 6379
2 N 6380 Si PNP 250 50 80 25 30 120 TO63 | 2 N 6377 2 N 5684
2 N 6381 Si PNP 250 50 100 25 30 120 TO63 | 2 N 6378 2 N 6063
2 N 6382 Si PNP 250 50 120 25 30 120 TO63 | 2 N 6379 JAN 2 N 6379
2 N 6383 4| Si NPN 100 10 40 20 1K 20K T03 BDX 83 SDM 20321
2 N 6384 4 Si NPN 100 10 60 20 1K 20K T03 ESM 161 ESM 261
2 N 6385 4 Si NPN 100 10 80 20 1K 20K TO3 ESM 162 ESM 262
2 N 6386 4 Si NPN 60 8 40 20 1K 20K T0220| BDX 85 SDM 20301
I2 N 6387 4 Si NPN 60 10 60 20 1K 20K T0220| BDX 85 A RCA 8350 A
2 N 6388 4 Si NPN 60 10 80 20 1K 20K T0220| BDX 85 B 2 8D 41
2 N 6389 Si NPN 0,200 | 0,040 12 1GHz 25 TO72 | 2 N 3683 2 N 6305
2 N 6390 Si NPN 8,3 1 50 20 120 w24 MSC 2003 2 SC 1799
2 N 6391 Si NPN | 16 2,5 50 20 120 W24 | 2 SC 1800 B582Z
2 N 6406 Si PNP 12 2 60 50 50 250 B16 BD 229 BC 461
|2 N 6407 Si PNP 12 2 80 50 50 250 B16 BD 231 BCX 60




AL S N w=ui" | TRANSISTORS

P
': ‘: 5 " Voe E Bain Tyss Equivalences
TYPE ¢ ¥ max. | max. de

p i wl (A La plus

s : wl (MHz] min. max. hoitier appriehie Approximative
2 N 6408 | 8l NPN 12 2 60 50 50 260 B16 BD 236 BD 137
2 N 6400 o 8 NPN 12 2 60 50 50 250 818 BD 237 BD 139
2 N 6410 8l NPN | 16 4 25 50 45 180 | B16 | MJE 200 K8 6114
2 N 8411 8l PNP 16 4 26 50 40 260 B16 MJE 210 BD 362 A
2 N 8412 8 NPN | 18 4 40 60 40 260 | B16 | MJE 220 MJE 221
2NGB413 o 8 NPN | 18 4 60 50 40 260 | B16 | BDX 38 BDX 38
2NOB| 8 PNP | 18 4 40 50 40 280 | B16 | MJE 230 MJE 231
2NB4Bo| 8 PNP | 18 4 60 50 40 260 | B16 | MJE 283 MJE 234
2 N 8410 L] NPN | 18 3 80 40 40 280 | B16 | BDX 37 | MJE 240
2 N 8417 8l NPN | 18 3 100 40 40 250 | B18 | MJE 243 MJE 244
2NOB4B | 8I PNP | 16 3 80 40 40 280 | B18 | MJE 280 MJE 281
2NB4B g 8 PNP | 16 3 100 40 40 260 | B18 | MJE 263 MJE 284 :
2 N 8420 8l PNP | 38 1 178 10 40 200 | TOG8 | MJE 3863 RCA 1 E 03
2 N 8421 L] PNP | 38 ] 280 10 8 80 TOB6 | MJE 3664 BUX 66 A
2 N 8422 8l PNP | 36 2 300 10 8 80 TO66 | MJE 3688 BUX 66 B
2 N B423 8 PNP | 38 2 300 16 10 100 | TOG6 | MJ 4240 BUX 86 B
2 N 8424 L] PNP | 20 0,260 | 228 10 40 200 | TOG6 | MJ 3738 JAN 2 N 6211
2 N 8428 8l PNP | 20 0,260 | 300 | 10 40 200 | TOGB | MJ 3738 JAN 2 N 8212
2 N 6428 | 8I NPN 0,626 | 0,600 | 40 130 10K 100K | TOB2 | 2 N 6427 2 8CI 260 AS
2 N 8427 ¢| 8I NPN 0,626 | 0,600 | 40 160 20K | 200K | TOG2 | 2 N 6426 2 8CI 280 AS
2 N 6436 8 PNP 200 25 80 40 10 20 T03 2 N 5884 2 N 8330
2 N 6437 8 PNP 200 25 100 40 10 20 T03 JAN 2 N 6437 | JAN 2 N 6436
2 N 6438 8l PNP 200 26 120 40 10 20 T03 2 N 6437
2 N 6438 ]| NPN 140 33 160 W55 MRF 308
2 N 6441 o 8I NPN 0,560 | 0,010 | 45 160 60 TO78 | 2 N 6443 2 N 6445
2 N 6442 )| SI NPN 0,550 | 0,010 | 45 160 120 TO78 | 2 N 6444 2 N 6446
2 N 6443 )| SI NPN 0,560 | 0,010 | 45 160 60 TO78 | 2 N 6445 2 N 6447
2 N 6444 o| S8i NPN 0,550 | 0,010 | 45 160 120 TO78 | 2 N 6446 2 N 6448
2 N 6446 o)| SI NPN 0,550 | 0,010 | 45 160 60 TO78 | 2 N 6447 2 N 6441
2N 6446 o)| SI NPN 0,550 | 0,010 | 45 160 120 TO78 | 2 N 6448 2 N 6442
2 N 6447 o)| SI NPN 0,660 | 0,010 | 45 160 60 TO78 | 2 N 6441 2 N 6443
2 N 6448 o)| Si NPN 0,650 | 0,010 | 45 160 120 TO78 | 2 N 6442 2 N 6444
2N 64405 8 | CaN | 0,800 | 0,010 (Ig)30 (Vds) 05 | "™ ] 7030 | 2 N 8480 A B T 6449

o) complémontaire du groups précédent  3) transistor FET  4) transistors DARLINGTON  d) transistors doubles



= Pc — Puissance gollecteur max. = Ge — Germanium

e = courant callectowr . 51 = Shom TRANSISTORS

« Vee max = Tension collecteur émetteur max.
= Fmax — Fréguence max.

;a ; Vee . Gain - Equivalences
IYPE : f iy . max. max. de

r i wl [A) La plus

- ; )] [MHz] min. man. doitier - Approximative
2N 6850 5| S | CaN | 0,800 | 0,010 (ig)30 (Vas) 0s |5 |T039 |2 N 6449 A 5T 6450
2 N 6451 si CalN | 0,360 | 0,010 (lfgnn (Vds) 15 | 30 |7T072 |2 N 6452 BF 353
2 N 6452 Si CalN | 0,360 | 0,010 (ig)10 (Vds) 15 | 30 [1072 |2 N 6451 BF 353
2 N 6453 Si CalN | 0,360 | 0,010 (ig}10 (Vds) 20 | 40 [t072 |2 N 6454 BF 351
2 N 6454 Si CalN | 0,360 | 0,010 (ig)10 (Vds) 20 | 40 |[1072 |2 N 6453 BF 351
2 N 6455 Si NPN | 60 7 25 75 10 | 80 [t111 |2 N 6458 2 N 6456
2 N 6456 Si NPN | 75 12 25 60 10 |80 [T 2 N 6459
2 N 6457 Si NPN | 140 | 20 25 50 10 | 80 |T108 2 N 6460
2 N 6458 Si NPN | 75 7 25 75 10 | 80 |[ws2 |2 N 6455 2 N 6456
2 N 6459 Si NeN | 120 | 12 25 60 10 | 80 [ws2 2 N 6456
2 N 6460 Si NPN | 140 | 20 25 50 10 |80 [wse 2 N 6457
2 N 6461 Si NPN | 1 0,100 | 300 | 200 30 | 120 [103s |2 N 6462 BF 259
2 N 6462 Si NPN | 1 0,100 | 300 | 200 100 | 300 1039 |2 N 6461 BF 259
2 N 6463 Si NPN | 1 0,100 | 250 | 200 30 | 120 (7039 |2 N 6464 BF 258
2 N 6464 Si NPN. | 1 0,100 | 250 | 200 100 | 300 (1039 (2 N 6463 BF 258
2 N 6465 Si NPN | 23 4 10 |5 15 | 150 |T066 |2 N 6473 2 N 6500
2 N 6466 Si NPN | 23 4 130 |5 15 | 150 [T066 |2 N 6474 BDY 79
2 N 6467 ¢)| Si PNP | 23 4 10 |5 15 | 150 |[T066 |2 N 6475 BD 592
2 N 6468 )| Si PNP | 23 4 130 |5 15 | 150 [T066 |2 N 6476
2 N 6469 Si PNP | 71 15 50 10 20 | 150 |103 |TIP 2955 BOW 52 A
2 N 6470 Si NPN | 71 15 50 5 20 | 150 |[t03 |2 N 6371 SDT 9802
2 N 6471 Si NPN | 71 15 70 5 20 | 150 |T03 |2 N 5971 2 N 5970
2 N 6472 Si NPN | 71 15 90 5 20 | 150 (103 |2 N 5972 2 N 5970
2 N 6473 si NPN | 16 4 10 |4 15 | 150 |T10220 |2 N 6465 2 N 6500
2 N 6474 Si NPN | 16 4 130 |4 15 | 150 |T0220 |2 N 6466 BDY 79
2 N 6475 Si PNP | 16 4 110 | 10 15 | 150 [T0220 |2 N 6467 BD 792
2 N 6476 Si PNP | 16 4 130 | 10 15 | 150 |T0220 |2 N 6468
2 N 6477 Si NPN | 20 2,5 140 25 | 150 |T0220 |RCA 3441 2 SD 578
2 N 6478 Si NPN | 20 2,5 160 25 | 150 10220 |2 SD 477 2 SD 578 A
2 N 6479 Si NPN | 50 12 60 100 20 | 300 |w41 |2 N 6481 2 N 3264
2 N 6480 Si NPN | 50 12 80 100 20 | 300 |wat |2 N 6482 2 N 3263
2 N 6481 si NPN | 67 12 60 100 20 | 300 |wat |2 N 6479 2 N 3264
2 N 6482 Si NPN | 67 12 80 100 20 | 300 |war |2 N 6480 2 N 3263

3) transistor FET  ¢) complémentaires des 2 précédents



®*Pc — Puissance gollecteur manx.

®lc — Courant collecteur max.

®\Vce max — Tension collecteur émetteur max.
®Fmax — Fréquence max.

=fie — Germanium

«Si = Silicium TRA NS's TORS

:l ; Vee F Gain Type Equivalences
TYPE : : " - max. max. de

r i Wl )] La plus

e : w [MHz) min. max. boitier sapteshts Approximative
2N 6483 | Si | CalN | 0,250 20 (Vds) T 071 | 2 N o4sa 2 N 5561
2 N 6484 50| Si |CaN | 0,250 20 wdsf 1 4 T071 | 2 N 6485 2 N 5562
2 N 6485 ag| Si CalN | 0,250 20 (Vds) 1 4 T071 | 2 N 6483 2 N 5563
2 N 6486 Si |NPN |30 15 50 5 20 |[150 |T0220| 2 N 6371 2 N 3667
2 N 6487 Si |NPN |30 15 70 5 20 |[150 |T0220 | BD 545 B 2 N 3055
2 N 6488 Si |NPN |30 15 90 5 20 |[150 710220 | RCA 1801 BD 545 B
2N6489 )| Si |[PNP |30 15 50 5 20 |150 |T0220| BD 546 A BD 546
2N6490 | Si  |[PNP |30 15 70 5 20 [150 |T0220 | BD 546 B BD 316
2N6491 | Si  |[PNP |30 15 90 - 20 150 |T0220 | BD 546 C BD 318
2 N 6495 Si |NPN |70 10 80 25 10 |60 |To66 | 2 N 2813 2 N 2814
2 N 6496 Si |NPN |80 15 130 |60 12 100 [103 | 2spD287A | 2N 6354
2 N 6497 Si |NPN |80 5 250 10 |75 [B23 [ MJESI BU 126 A
2N6498 | si  [neN |80 5 300 10 (75 |B23 | MJE 52 2 N 6542
2 N 6499 Si [NPN |80 5 350 10 |75 |B23 | MUES3 MJ 424
2 N 6500 Si |NPN |20 4 10 |60 15 |60 | T066 | 2 N 6465 2 N 6473
2 N 6502 si |NeN [o0,600 |1 40 250 10 R131 | 2 N5845A | TIS 136
2 N 6503 Si |NPN [0,350 |1 40 250 |10 X22 | 2 N 4408 MD 2219 AF
2 N 6510 Si |NPN [120 |7 200 |3 10 |50 [t03 [ Bux18 . | Rca 410
2 N 6511 si [NeN [120 |7 250 |3 10 |50 [103 | 2 N 6306 RCS 579
2 N 6512 Si |NPN [120 |7 300 |3 10 [s5 [103 | 2N 6307 RCA 411
2 N 6513 si |NPN [120 |7 350 |3 10 |5 [T103 | 2 N 6308 BUX 18 B
2 N 6514 si  [NeN [120 |7 300 |3 10 |5 (7103 | 2 N 6344 MJ 7160
2 N 6515 Si [NPN [0625 o500 |250 |40 |35 T092 | BF 298 A 5 T 6463
2 N 6516 si |NPN  [0,625 0,500 |[300 |40 30 T092 | MPSA 42 BF 299
2 N G517 si |neNn [0625 [0500 [350 |40 20 T092 | TRS 350 UPT 015
2N6518¢c| Si |[PNP  [0,625 0500 [250 |40 35 T092 | BF 416 BF 423
2N6519q| Si |PNP  [0,625 |0,500 |300 |40 30 T092 | BF 418 MPSA 92
2N6520q| Si [P [0625 o500 (350 |40 20 T092 | MJ4648 | BFT 19 B
2N6521 4| Si |PNP |2 1 40 175 10K |25k |R176 | 2 N 6522 BD 466 B
aN652 4| Si  |PNP |2 1 40 175 |20k |50k |R176 | 2 N 6521 BD 466 B
2 N 6523 si |[NPN |5 0,600 |40 15 W24 | 2 N 6526 2 N 6527
2 N 6524 si [NPN |10 1,2 40 15 w24 | 2 N 6528
2 N 6525 Si |NPN |20 2,5 40 15 w24 | 2 N 6529

d) lransistors FET-doubles 4) transistors DARLINGTON

¢) complementaires des groupes précédents




o Po = Pulssance pollectour max, = o = Qermanium
L s et G s -w=tms \TRANSISTORS
o Fmax = Fréquence max,
p
:‘ ‘: d . Vee : Bain Téne Equivalences
TYPE ,: : max. max. de
; | (W) (A La plus
8 : m (MHz) min. max. boitier ™ Approximative
2 N 6626 8i NPN | 3,0 0,500 | 60 16 w24 2 N 8523
2 N 6527 8l NPN | 6 1 50 16 wa4 2 N 6523
2 N 6528 8 NPN | 10 1,2 50 16 wad4 2 N 6624
2 N 6620 8 NPN | 20 2,6 50 16 w24 2 N 6626
2 N 0630 4| 8I NPN | 26 8 80 (Veb) 20 100 | 6K T0220| 2 N 6534 ACA 121
2 N 6631 4| 8I NPN | 26 8 100 (Vo:h)ﬂl 100 | 8K T0220| 2 N 6832 2 N 8536
2 NB8B324| 8 NPN | 28 8 100 (Vn:h)!ﬂ 100 | 8K T0220| 2 N 68531 2 N 8630
2N 0833 | 8 NPN | 28 6 120 (Vob)20 100 | 8k | TO220| 2 N 6837 2 8CI 884 H
2 N B8B83 4| BI NPN | 14 8 80 (an:} 20 100 | 6K TOB6 | 2 N 8830 ACA 121
2 NOBBIE | BI NPN | 14 6 100 (Vu})!ﬂ 100 | 6K TO68 | 2 N 6638 2 N 8831
2 N 0838 4| 8 NPN | 14 8 100 (Vn})lﬂ 100 | 8K TOBE | 2 N 8638 2 N 8832
2 N BB37 o 8l NN | 14 8 120 (Vll'h)lﬂ 100 | 6K TO6O | 2 N 6633 2 8CI 864 H
2 N 8B3s 8 NPN | 0,626 | 0,200 | 40 200 100 TOB2 | 2 N 8638 TIS 04
2 N 6836 8l NPN | 0,626 | 0,200 | 40 200 260 TO02 | 2 N 8838 TIS 04
2 N 6640 8l NPN | 0,625 | 0,200 | 60 200 100 TO82 | 2 N 8541 TI8 86
2 N 6541 8 NPN | 0,626 | 0,200 | 68 200 80 TO92 | 2 N 6640 TIS 96
2 N 6842 8l NPN | 100 ] 300 6 1 36 TO3 | MJ 411 BUX 16 B
2 N 6543 8 NPN | 100 5 400 6 7 36 TO3 | MJ 426 2 80 273
2 N 65644 8 NPN | 126 8 300 6 7 38 T03 | 2 N 6307 2 N 8678
2 N 6546 8 NPN | 126 8 400 8 7 36 TO3 | 2 N 6580 2 N 6583
2 N 6546 8l NPN | 176 16 300 6 6 30 TO3 | MJ 7260 2 8C 1141
2 N 6547 8| NPN | 176 16 400 6 b 30 TO3 | MJ 7261 2 80 N
2 N 6648 4 8I NPN | 2 2 40 100 16K | 150K | TO202| 2 N 6548 92 PU 46
2 N 65649 ¢ SI NPN | 2 40 100 26K | 150K | TO202| 2 N 6548 92 PU 46
2 N 6560 8i CaiN | 0,400 10 (Vds) E 180 TO46 | ESM 4446 2 N 4466
2 N 6551 8 NPN | 2 1 60 75 80 250 | TO0202| MJE 29 A BC 342
2 N 6652 8l NPN | 2 1 80 75 80 250 T0202| MJE 29 B BC 344
2 N 6553 8l NPN | 2 1 100 75 80 250 | TO202| MJE 29 C 2 N 2201
2 N 6554 8i PNP | 2 1 60 78 80 300 | TO202] MJE 30 A BC 343
2 N 6556 i PNP | 2 1 80 75 80 300 | TO202| MJE 30 B BC 345
2 N 6556 S| PNP | 2 1 100 75 80 300 | TO202| MJE 30 C BD 240 C
2 N 6667 8l NPN | 2 0,500 | 260 45 40 180 | T0202| BD 127 MSP 25
|2 N 6568 8 NPN |2 0,800 | 300 45 40 180 | TO202] BD 128 MSP 30

4) transistors DARLINGTON




® P¢c — Puissance gollecteur max.

e Be — Germanium

S v o = TRANSISTORS
® Fmax = Fréguence max.
| ,
: ? N 2 Yos E Gain fise Equivalences
TYPE : : max. max. de
: : e - (1'}] [MHz) min. mex. boitier W e Approximative
H apprachée
2 N 6559 Si NPN 2 0,500 350 45 40 180 T0202| BD 129 2 N 5092
2 N 6560 Si NPN 220 10 450 10 10 40 T03 2 N 6562 2 N 2583
2 N 6561 Si NPN 220 10 300 15 10 50 T03 2 N 6563 2 N 1814
2 N 6562 Si NPN 175 10 450 10 10 40 TO61 | 2 N 6560 SDT 13204
2 N 6563 Si NPN 175 10 300 15 10 50 T061 | 2 N 6561 MJ 9000
2 N 6566 Si NPN 0,400 | 0,100 30 3 100 TO46 | D32 S 1 BC 282
2 N 6567 Si PNP 0,400 | 0,100 30 3 30 TO46 | 2 N 3219 2 N 3527
2 N 6569 i NPN | 100 | 12 40 1,5 15 | 200 | T03 | 2 N 6594 BDW 51
2 N 6570 Si NPN 250 40 90 1 20 60 T03 2 N 6571 2 N 5489
2 N 6571 Si NPN 250 40 105 1 20 60 TO3 2 N 6570 2 N 5489
2 N 6572 Si NPN 250 12 30 W55 2 N 6369
2 N 6573 Si NPN 125 10 250 5 7 21 T03 | BUX 17 A 2 SC 1870
|L2 N 6574 Si NPN 125 10 275 5 7 21 T03 DTS 518 IR 518
|2 N 6575 Si NPN 125 10 300 7 21 T03 2 SC 1143 TIP 562
i2 N 6576 4| Si NPN 120 15 60 40 2K 20K T03 BDX 65
2 N 6577 &| Si NPN 120 15 90 40 2K 20K T03 BDX 65 A
2 N 6578 4| Si NPN 120 15 120 40 2K 20K T03 BDX 65 C
2 N 6579 Si NPN 125 10 350 25 7 35 T03 2 N 6582 - 2 N 6585
2 N 6580 Si NPN 125 10 400 25 7 35 T03 2 N 6583 2 N 6586
2 N 6581 Si NPN 125 10 450 25 7 35 T03 2 N 6584 2 N 6587
2 N 6582 Si NPN 125 10 350 25 i 35 T03 2 N 6579 2 N 6588
2 N 6583 Si NPN 125 10 400 25 7 35 T03 2 N 6580 2 N 6589
2 N 6584 Si NPN 125 10 450 25 7 35 T03 2 N 6581 2 N 6590
2 N 6585 Si NPN 125 10 350 25 7 35 TO61 | 2 N 6588 2 N 6579
2N 5586 Si NPN 125 10 400 25 7 35 TO61 | 2 N 6589 2 N 6580
2 N 6587 Si NPN 125 10 450 25 7 35 TO61 | 2 N 6590 2 N 6581
2 N 6588 Si NPN 125 10 350 25 7 35 T061 | 2 vV 5585 2 N 6582
2 N 6589 Si NPN 125 10 400 25 7 35 TO61 | 2 N 658% 2 N 6583
2 N 6590 Si NPN 125 10 450 25 7 35 TO61 | 2 N 6587 2 N 6584
2 N 6591 Si NPN 0,500 150 70 40 200 T0202] MSP 15 HEP 714
2 N 6592 Si NPN 0,500 200 70 40 200 T0202] MSP 20 MST 20
2 N 6593 Si NPN 0,500 250 70 30 200 T0202| MSP 25 2 N 6557
2 N 6594 Si PNP 100 12 40 2,5 15 200 T03 2 N 6569 BDW 51




» Pc = Puissance gollecteur max.
» It — Courant collecteur max.
o Yce max — Tension collecteur émetteur max.

o Fmax = Fréquence max.

o B — Germanium
o Si = Silicium

TRANSISTORS

;‘ E * - Vee ¢ Gain Type Equivalences
TYPE 5 . max. max. de

. i w) A La plus

e : wl (MHz) min. max. boitier Sasdie Approximative
2N 6595 | Si NPN | 0,200 | 0,025 | 15 3,5 GHz 25 T072 | 2 N 6596 BFT 67
2N 6596 | Si NPN | 0,200 | 0,035 | 15 4 GHz | 25 T072 | BFT 66 BFT 67
2N 6597 | Si NPN | 0,200 | 0,025 | 12 35 GHz 25 T072 | 2 N 6598 MRF 914
2 N 6598 Si NPN | 0,200 | 0,035 | 12 4 GHz | 25 TO72 | BFR 15 A MRF 914
2 N6509 | si NPN | 0,500 | 0,075 | 15 3 GHz | 25 T072 | A 406
2N 6600 | Si NPN | 0,300 | 0,075 | 15 3,5 GHz 25 T072 | BFS 55 A
2 N 6601 Si NPN | 0,250 | 0,050 | 10 1GHz | 25 T072 | BFW 30 2 N 4251
2N6602 | Si NPN | 0,375 | 0,025 | 15 3,56 GHz 25 w29 MRF 901
2NB603 | i NPN | 0,400 | 0,030 | 15 15 GHz 30 w29 | 2 N 6602 MRF 902
2N6604 | Si NPN | 0,500 | 0,050 | 15 1,5 GHz 30 w29 | 2 N 6603 MRF 912
2NG609 | Si PNP | 150 | 16 140 5 T03 | 2 N 3773 (NPN) 2 noo00 owpy
2N 6648 o) Si PNP | 70 10 a0 BF 1000 | To204| BDX 33 RCA 8203
2 N 6649 4[] si PNP | 70 10 60 et 1000 | T0204| BDX 33 A ESM 261
2 N 6650 of Si PNP | 70 10 80 MF 1000 | T0204| BDX 33 B TIP 131
2 NJ242 E| Si NPN | 3.7 0,300 | 20 50 w86 2NJ 243 E
2NJ243 E| i NPN | 75 | 0,600 | 20 50 W86 2 NJ 242 E
2NJ 244 B i NPN | 15 15 20 50 W86 | 2 NJ 244 E
2NJ 284 E| si NPN | 15 1,5 20 50 W86 | 2 NJ 244 B
2NJ 2458 i NPN | 30 3 20 50 W86 | sans sans

_ TRANSISTORS DARLINGTON RECENTS

BDX62C | Si PNP | 90 12 120 |7 1K T03 | BDX 64 C SDM 21314
BDX63C | si NPN | 90 12 120 | 7 1K T03 | BDX 65 C ST 1020
BDX 64 C | si PNP | 117 | 12 120 | 7 1K T03 | BDX 66 C
BDX65C | Si NPN | 117 | 12 120 |7 1K T03 | BDX 67 C 2 N 6578
BDX 66 C Si PNP 150 12 120 i 1K TO3 | sans sans
BDX67C | si NPN | 150 | 12 120 |7 1K 103 | sans sans
NE 5501 Si NPN 0,500 | 90 roches || PGS ot EHOS
NE 5502 si | NPN 0,500 | 90 wroches |BSTER R ]
NE 5503 si | NPN 0,500 | 90 broches: | HCHOS semiEN ~ i
NE 5564 Si | NPN 0,500 | 90 wockes | R RS s ety e
RCS 683 Si NPN | 10 4 40 BEMF | 1K | moyer T039 MJE 3310
RCS 683 A | Si NPN | 10 4 60 BFMF | 1K | moye TO39 MJE 3311
RCS683B | si  [NPN |10 |4 80 | BEMF | 1K | moyen T039 MJE 3312



=Ge — Germanium
= Si — Silicium

*Pec — Puissance gollecteur max.

®Jc = Courant collecteur max.

®Vce max — Tension collecteur émetteur max.
®*Fmax = Fréquence max.

TRANSISTORS

: :1: Vee ; Gain fins Equivalences
TYPE S I B BTN g L
; i twl A La plus
S : wl (MHz) min. max. hoitier R, Approximative
25AT3 Ge PNP | 0,055| 0,005 |18 (Vcb)| 35 19 65 T044 2 N 1742 2N 1743
2SAT74 Ge PNP | 0,120 | 0,005 (50 (Vch)| 70 70 T044 28A474 2 N 1226
28A75 Ge | PNP | 0,120 0,005 |20 (Veb)| 30 70 |T044 | ASZ21 2 N 2090
2 SA 76 Ge PNP | 0,055| 0,005 |18 (Vcb)| 130 65 T044 AF 139 AF 369
28AT7 Ge PNP | 0,055| 0,005 |18 (Vech)| 110 65 T044 AF 139 AF 369
2SAT78 Ge PNP | 0,125 | 0,400 |40 (Vcb)| 40 80 T044 2 N 1495 2N1495A
2 SA 80 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Veb)| 20 90 To44 2 SA 110 SK 3007
2 SA 81 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Vcb) 80 T044 AF 114 AF 117
| 2 SA 82 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Vch) 85 T044 AF 114 AF 117
25A 8 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |25 (Vcb) 60 T044 2N 3127 2N2117
2S5A 84 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |25 (Vcb) 80 T044 2 N 3127 2N2117
2 SA 85 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |25 (Vcb) 85 T044 2 N 3127 2 N2717
2 SA 86 Ge | PNP | 0,225 0,050 [45 (Veb) 80 |To44 | 2N1377 2 N 1375
2 SA 92 Ge PNP | 0,055 | 0,005 (18 (Vch)| 50 70 T044 HEP 639 AF 125
28A% Ge PNP | 0,055 | 0,005 (18 (Vcb)| 45 170 T044 AF 124 HEP 640
25A 94 Ge PNP | 0,080 | 0,001 | 9 (Veb) 55 T044 2N 975 GT 100
28A 101 Ge PNP | 0,060 | 0,010 |40 (Veb)| 15 30 T01 2 N 1749 2 N 2496
2 SA 102 Ge PNP | 0,060 | 0,010 (40 (Vcb)| 25 40 TO1 2N 1749 2 N 987
2 SA 103 Ge PNP | 0,060 | 0,010 (40 (Vcb)| 35 50 TO1 ASZ 20 2N1224
 2SA104 Ge PNP | 0,060 | 0,010 (40 (Vcb)| 50 100 TO1 2 N 1395 ASZ 20 N
2 5A 105 Ge PNP | 0,035 | 0,010 | 6 (Veb)| 75 50 [T044 | 2N 2451 2 N 1427
2 SA 106 Ge PNP | 0,035 | 0,010 | 6 (Veb)| 30 50 T044 2 N393 2 N 1427
2 SA 107 Ge PNP | 0,035 | 0,010 | 6 (Vecb)| 20 40 T044 2N3B 2 N 1427
2 SA 108 Ge | PNP | 0,080 | 0,010 |20 (veh)| 14 70 | 1044 | oc 170 0c 171
2 SA 109 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Veb)| 30 60 T044 2N 1524 2 N 1526
2 SA 110 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Vcb)| 30 60 T044 2 N 1524 2 N 1526
28A111 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Veb)| 20 40 T044 2 N 1524 2 N 1526
2 SA 112 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Veb)| 2 45 T044 2 N 1524 2 N 1526
28A 113 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |34 (Vecb)| 20 45 T044 2 N 504 AF 114
28A114 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |34 (Vcb)| 20 40 T044 2 N 504 AF 114
2 SA 115 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |34 (Vecb)| 30 60 T044 2N5M AF 114
2 SA 116 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |30 (Veb)| 12 60 T044 2N499A AFY 41
2 SA 117 Ge PNP | 0,050 | 0,010 [30 (Veb)| 110 40 T044 2N493A AFY 41




Pc = Puissance gollecteur max.
lc — Courant collecteur max.
Vece max — Tension collecteur émetteur max,

Fmax — Fréguence manx.

« Ge — Germanium
o Si = Silicium

TRANSISTORS

:: E - h Vee ¢ Gain Type Equivalences
TYPE 5 2 max. max. de

F i wl (1)) La plus

e : '} [MHz] min. max. hoitier abariis Approximative
2 SA 118 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |30 (Vcb)| 100 60 T044 2N499A AFY 41
2 SA 119 Si PNP | 0,650] 0,300 |40 (Veb)| 200 60 T039 2SA120A MPS 3905
2 SA 120 Si PNP | 0,650| 0,300 |25 (Vcb)| 200 60 T039 BC 328-5 BC 328-18
2 SA 120A Si PNP | 0,650 0,300 |40 (Vch)| 200 60 T039 2 SA 119 MPS 3905
2 SA 121 Ge PNP | 0,015 0,002 |15 (Veb)| 100 24 R14 2N 1109 2N175
2 SA 122 Ge PNP | 0,015| 0,002 |15 (Vch)| 100 24 R14 2N 1108 2 N175
2 SA 123 Ge PNP | 0,015]| 0,002 |15 (Vch)| 100 24 R14 2N 1111 2N 175
2 SA 124 Ge PNP | 0,015| 0,002 |15 (Veb)| 120 32 R14 2N1111A 2N220
2 SA 125 Ge PNP | 0,015] 0,002 |15 (Vch)| 120 49 R14 ZN11118 2 N220
2 SA 126 Ge PNP | 0,150 | 0,050 |15 300 40 T018 2 SA 405 2 N 972
2 SA 127 Ge PNP | 0,150 | 0,050 |70 (Vcb)| 25 T044 2 G 1025 2 G 1024
2 SA 128 Ge PNP | 0,170 ] 0,500 |40 15 35 T044 2 N 1495 ZN1495A
2 SA 129 Ge PNP | 0,170 | 0,500 (40 15 70 T044 2 N 1495 2N 1485 A
2 SA 130 Ge PNP | 0,080 ] 0,010 | 9 (Vch) 80 T044 2 N 2378 2 N 2280
2 SA 131 Ge PNP | 0,080 ) 0,010 | 9 (Vech) 50 T044 2 N 2378 2 N 2280
2 SA 132 Ge PNP | 0,080 0,010 | 9 (Vch) 80 T044 2 N 2378 2 N 2280
2 SA 133 Ge PNP | 0,080 | 0,010 | 9 (Vcb) 50 T044 2 N 2378 2 N 2280
2 SA 136 Ge PNP | 0,080 | 0,010 | 6 (Vech)| 10 % R18 0C 60 0C 58
2 SA 137 Ge PNP | 0,080 | 0,010 | 6 (Veb)| 5 50 R18 0C 58 0C 57
2 SA 138 Ge PNP | 0,080 | 0,025 (20 (Vch)| 15 70 T01 AF 114 AF 117
2 SA 139 Ge PNP | 0,080 | 0,050 |30 (Vch) 70 T01 2 N 1526 2 N 1527
2 SA 141 Ge PNP | 0,080 | 0,015 |15 70 TO1 2 N 581 2 N 583
2 SA 142 Ge PNP | 0,080 | 0,015 |15 70 TO1 2 N 581 2 N 583
2 SA 1427 Ge PNP | 0,080 | 0,015 |35 70 T01 2N 1177 2 N1179
2 SA 143 Ge PNP | 0,080 | 0,015 |15 15 70 TO1 2 N 581 2 N 583
2 SA 144 Ge PNP | 0,083 | 0,010 |15 12 100 T01 0C 44 OC43 N
2 SA 145 Ge PNP | 0,083 | 0,010 |15 6 50 TO01 0C 45 0C44 N
2 SA 150 Ge PNP | 0,050 | 0,040 [105 0,500 35 T05 2 N 398 2 N 1670
2 SA 151 Ge PNP | 0,080 [ 0,015 | 9 (Vch)| 50 T0S 2 N 2378 2 N 2280
2 SA 152 Ge PNP | 0,080 | 0,015 | 9 (Vcb) 60 T05 2 N 2378 2 N 2280
2 SA 156 Ge PNP | 0,020 | 0,004 |15 (Vcb)] 55 50 T01 2N1108 3 2 N 1110
2 SA 160 Ge PNP | 0,020 | 0,004 |15 (Vcb)| 55 60 T01 2N1108 3 2N 1110

_2 §A 161 Ge PNP | 0,050 | 0,015 |20 (Vch)h 500 13 T018 AF 139 AF 339




*Pc = Puissance gollecteur max. » e — Germanium
‘:’cca_m::uzn:'ez:lirﬁ::iartztr émetteur max. et TR A N s , s To R s
'Fmax — Fréquence max.
P
:l lll b . Ves E Gain Yo Equivalences
TYPE i : max. | max. de
v i W) n La plus
p : m [(MHz) min. max. boitier b Approximative
2 SA 162 Ge PNP 0,050 | 0,015 |20 (Veb)| 500 25 T018 AF 139 AF 339
2 SA 163 Ge PNP | 0,050 0,015 |20 (Veb)| 500 66 T018 AF 139 AF 339
2 SA 164 Ge PNP | 0,050 | 0,015 |20 (Vecb)| 500 13 TO18 AF 139 AF 339
Z SA 165 Ge PNP | 0,050 | 0,015 |20 (Vecb)| 500 25 TO18 AF 139 AF 339
2 SA 166 Ge PNP | 0,050 | 0,015 |20 (Vcb)| 500 66 T018 AF 139 AF 339
2 SA 167 Ge PNP | 0,125| 0,050 (18 9 70 T05 2 N 1854 AF 188
2 SA 168 Ge PNP| 0,175| 0,050 (18 ] 70 MM4 2 SA 168 A
2 SA 168A Ge PNP| 0,175 0,050 |18 9 70 MM4 2 SA 168
28A 172 Ge PNP| 0,175| 0,200 {20 (Vcb)| 8 40 MM4 2 SA 168 ou A
2 SA 175 Ge PNP | 0,050 | 0,050 |18 (Vcb)| 85 65 T09 2 N 982 2N 1158
2 SA 183 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |15 (Vcb)| 16 30 TO01 2 N 501 2N501A
2 SA 188 Ge PNP | 0,080 | 0,015 |12 (Veb)| 10 65 TO1 | 2N4N 2 N412
2 SA 189 Ge PNP | 0,080 | 0,015 |12 (Vcb) 65 TO1 2 N 409 2 N 410
2 SA 201 Ge PNP | 0,100 | 0,015 |15 (Vch) 50 TO1 2 N 487 2 N 522
2 SA 202 Ge PNP | 0,100 | 0,015 |15 (Veb)| 12 55 TO1 2 N 522 2 N 523
2 SA 203 Ge PNP | 0,100 | 0,015 |15 (Veb)[ 5 30 TO1 2 N 487 2 N 522
2 SA 204 Ge PNP | 0,150 | 0,200 |10 6 65 T05 2 N1345 2 N394
2 SA 205 Ge PNP | 0,200 | 0,200 (15 5 45 T05 2G138 2 G139
2 Sh 206 Ge PNP | 0,200 | 0,200 |20 7 60 T05 2 N 1317 0oc 74
2 SA 207 Ge PNP | 0,200 | 0,200 |15 12 70 T05 2 N 2225 26141
2 SA 208 Ge PNP | 0,120 | 0,400 |20 (Vcb)| 3 15 T05 2 N 578 2 N 1319
2 SA 208H:sc Ge PNP | 0,120 | T. recouv. 350 ns 40 T05 2N 425 < N 5325
2 SA 209 Ge PNP | 0,120 | 0,400 |20 (Vch) 30 T05 2 N 578 2 N 1319
2 SA 209H 5c  Ge PNP | 0,120 | T. recouv. 400 ns 65 T05 2 SC 658 2 N 1892
o SA 210 Ge PNP | 0,120 | 0,400 |20 (Vcb)| 10 45 T05 2NGO3 A 2 NG04 A
28A210H 5c Ge PNP | 0,120 | T.recouv.400ns | 10 100 | TOS 2 N 599 2 N 581
2 SA 211 Ge PNP | 0,120 | 0,100 |12 70 T05 2NT7H4 2 N 582
2 SA 212 Ge PNP | 0,120 | 0,100 |25 (Vcb)| 4 30 T05 2 N 2613 2 N 584
25A212H5c  Ge PNP | 0,120 | T. recouv. 320ns | 4 60 T05 2 N 2930 ASY 27
2 SA 217 Ge PNP | 0,120 | 0,100 |25 (Vch)| 14 30 T05 2 N 582 2 N 584
2SA 217 H:c  Ge PNP | 0,120 | T. recouv. 320ns | 14 60 T05 2 N4D4 2 N 1308
2 SA 218 Ge PNP | 0,050 | 0,010 20 (Veb)| 25 48 T044 AF 115 AF 116
2 SA 219 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |20 (Vch)| 40 50 T044 AF 115 AF 116




LT ri=ua" | TRANSISTORS

« Fmax — Fréquence max.

P
:I 1|: Vee . Gain Type Equivalences
TYPE e e b
3 i wl [A) La plus
= ; 1] [MHz) min. max. doitier RO Approximative
2 SA 220 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |20 (Veb) | 50 150 |[TD44 | AF 115 AF 116
2 SA 221 Ge PNP | 0,050 | 0,010 [20 (Veb) | 50 75 TO44 | 2 N 1726 2 N 1864
2 SA 222 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |20 (Vcb) | 70 130 TO44 | AF 115 AF 116
2 SA 223 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |20 (Vcb) | 64 50 TO44 | 2 N 1864 2 N 1726
2 SA 224 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |20 (Vcb) | 80 80 TO44 | 2 N 1726 2 N 1864
2 SA 225 Ge PNP | 0,050 | 0,010 (20 (Vcb) | 100 TO44 | AF 115 AF 116
2 SA 226 Ge PNP | 0,050 | 0,010 (20 (Vcb) | 95 120 T044 | AF 115 AF 116
2 SA 227 Ge PNP | 0,050 | 0,010 (20 (Vcb) | 80 T044 | AF 115 AF 116
2 SA 228 Ge PNP | 0,100 | 0,010 |80 (Vcb) | 30 70 T017 MA 205
2 SA 229 Ge PNP | 0,075 | 0,005 (20 (Vcb)| 2 0,9 TO17 | 2 N 2089 2 N 2090
2 SA 230 Ge PNP | 0,075 | 0,005 (20 (Vcb) 2 TO44 | 2 N 2089 2 N 2090
2 SA 231 Ge PNP | 2 0,400 (40 (Veb) 60 T044 2N1123
2 SA 232 Ge PNP | 2 0,400 |30 (Vcb) 90 TO44 | AFY 19 AC 152
2 SA 233 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Vch)| 700 70 TO44 | AF 139 AF 239
2 SA 234 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Vcb)| 700 70 T044 | AF 139 AF 239
2 SA 235 Ge PNP | 0,080 | 0,010 (20 (Veb)| 135 90 T044 | AFZ 12 2 N 3127
2 SA 235H Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Vecb)| 125 30 : TO44 | AFZ 12 2 N 3127
254236 | Ge | PNP | 0,055 | 0,005 |18 (Vcb)| 35 45 | T044 | HEP 639 HEP 640
2 SA 237 Ge PNP | 0,055 | 0,005 |18 (Vcb)| 35 50 T044 | HEP 639 HEP 640
2 SA 238 Ge PNP | 0,200 | 0,030 (20 700 30 R24 2 N1195 HEP 2
2 SA 239 Ge PNP | 0,075 | 0,005 |20 (Veh)| 300 10 TO17 | 2 SA 240 2 N 2996
2 SA 240 Ge PNP | 0,075 | 0,005 |18 200 120 T017 | 2 SA 239 2 N 2996
2 SA 241 Ge PNP | 0,050 | 0,005 |20 230 100 TO07 2 SA 317 AFY 12
2 SA 244 Ge PNP | 0,200 | 0,030 |20 600 30 R24 2 N1195 HEP 2
2 SA 245 Ge PNP | 0,200 | 0,030 |20 700 30 R24 2 N 1195 HEP 2
2 SA 246 Ge PNP | 0,100 | 0,030 (30 (Vcb)| 155 70 TO44 | 2 N 3281 2 N 3282
2 SA 247 Ge PNP | 0,100 | 0,030 |10 65 TO44 | 2 N 976 2 G 101 ou 102
2 SA 248 Ge PNP | 0,125 | 0,200 |40 25 50 T044 | MEOD 413 2 N 505
2 SA 251 Ge PNP | 0,050 | 0,050 |6 50 50 R48 2 N 3322 2 N 3321
2 SA 252 Ge PNP | 0,050 | 0,050 |6 80 150 R48 2 N 3321 2 N 3322
2 SA 254 Ge PNP | 0,055 [ 0,010 |12 (Vch)| 10 80 R18 2 N 1752 OC44 N
2 SA 255 Ge PNP | 0,055 | 0,010 |12 (Veb)| 5 50 R18 2 N 1752 0C44 N
2 SA 256 Ge PNP | 0,055 | 0,010 |20 (Vcb)| 60 75 R18 AF 106 JAF 306




Pc — Puissance collecteur max. = lie — Germanium
lc - Courant collecteur max. o Si = Silicium TR A NS’S To Rs
Vce max — Tension collecteur émetteur max.

Fmax — Fréguence mait.

Ll E 5 . Vee ¢ Gain Type Equivalences
TYPE 3 : max. | max. e

p i Wl 1)) La plus

p : m [MHz) min. max. boitier skorusis Approximative
2 SA 257 Ge PNP | 0.055| 0.010 [20(ven)| 50 60 | R18 2N1864 | AF106
2 SA 258 Ge PNP | 0.055| 0.010 |20 (Vcb)| 40 45 R18 2 N 1864 AF 106
2 SA 259 Ge PNP | 0.055| 0,010 [20(Veb)| 30 45 R18 2 N 1864 AF 106
2 SA 260 Ge | PNP | 0.040 0,005 [20(Vcb)| 200 10 | 7017 | 2SA420 2N 502
2 SA 261 Ge PNP | 0.040| 0.005 |20(vcb)| 400 | 10 T017 |  AF 239 AF 139
2 SA 262 Ge PNP | 0.040| 0.005 |20 (Vcb)| 400 | 10 1017 AF 239 AF 139
2 SA 263 Ge PNP | 0.040| 0.005 [20(Veb)| 400 10 T017 AF 239 AF 139
2 SA 264 Ge PNP | 0.040| 0.005 [20(Vcb)| 600 10 T017 | AF 239 2N 3320
2 SA 265 Ge PNP | 0.040| 0.005 [20(Vcb)| 600 10 TO17 | AF239 | 2N3320
2 SA 266 Ge PNP | 0.080| 0,010 |20(Vch)| 60 75 T01 AFZ 12 AF 114 0u 117,
? SA 267 Ge PNP | 0.080] 0.010 [20(Vcb) | 50 60 T01 AFZ 12 AF 114 0u 11
2 SA 268 " Ge PNP | 0.080 | 0,010 |20 (Vcb)| 40 45 | 101 | AFZ 12 AF 114 ou 117
) SA 269 Ge PNP | 0.080| 0.010 [20(Veb)| 30 45 T01 AFZ 12 T AF 11aou 117
) SA 270 Ge PNP | 0,080 | 0.010 | 9(Veb)| 50 75 TO1 | 2NB867 GT 2887
Y SA 271 Ge PNP | 0,080 | 0.010 | 9(Veb)| 30 60 TO1 2 N 967 GT 2885
) SA 272 Ge PNP | 0.080 | 0.010 | 9(Vech)| 20 45 101 2 N 967 GT 2883
2 SA 273 Ge PNP | 0.080 | 0.010 |34 (Vch)| 40 45 T01 2 N 603 2 N 604
2 SA 274 Ge PNP | 0.080 | 0,010 |34 (Veb)| 30 a | 701 7N 274 2N 1673
2 SA 275 Ge PNP | 0.080 | 0.010 |34 (Veb)| 45 60 T01 2 N 603 2 N 604
2 SA 276 Ge PNP | 0.075 [ 0,020 |15 200 60 1017 ASZ 21 2N607
2 SA 277 Ge PNP | 0,065 | 0,040 |18 (Veb)| 3.5 50 T05 2 N 1742 2N 1726
2 SA 278 Ge PNP | 0,065 | 0,040 (18 (Veh)| 11 100 | TOS 2 SA 316 2N 1726
2 SA 279 Ge | PNP | 0.120 | 0,030 [30(veh)| 80 100 | 107 2 N 2635 2N 645
2 SA 282 Ge PNP | 0.150 | 0,200 |18 3.8 80 105 AF 188 2 N 1854
2 SA 283 Ge PNP | 0,150 | 0,200 [18 6 80 T05 AF 188 2 N 1854
2 SA 284 Ge PNP | 0.150 [ 0.200 |18 10 80 T05 AF 188 2N 1854
2 SA 285 Ge PNP | 0,050 | 0.005 [18(vch)| 40 70 T044 2 SA 221 AF 115 ou 116
2 SA 288 Ge PNP | 0.080 [ 0,010 |20 (Vchb)| 1000 20 107 2N2363 ;| 2N 49580u
2 SA 289 Ge PNP | 0,080 | 0,010 [20(veb)| 1000 20 T07 2 N 2363 [ 2 N 4959
2 SA 290 Ge | PNP | 0.080 | 0.010 [20(ve)| 1000 20 |07 2N2363 | (silicium)
2 SA 291 Ge PNP | 0.050 | 0.050 |20 (vcb)| 100 40 R48 2N979 | 2N9s0
2 SA 292 Ge PNP | 0.050 | 0.050 [15(Veb)| 200 40 R48 2 N 1865 AF 106
2 SA 293 Ge PNP | 0.050 | 0,050 [15(Veb)| 300 40 R48 2 N 2487 2N 2488




® Pc — Puissance gollecteur max.

e ie — German

SN e Sy
s S ik e - o TRANSISTOR:
® Fmax — Frénuence max.
P
:1‘ 'I’ Vee F Gain Type Equivalences
TYPE : : g N max. max. de
F i (W) 1] La plus
e : m [(MHz) min. max. boitier apcnidiie Approximative
2 SA 294 Ge PNP | 0,050| 0,050 |15(veb)| 400 40 R48 2 N 2487 2 N 2488
2 SA 295 Ge PNP | 0,050| 0,050 |15 BF 50 R48 2 N 1787 2 N 501A
2 SA 296 Ge PNP | 0,080| 0,015 |15(Veb)| 5 45 TO1 2 SA 144 AC 107 N
2 SA 297 Ge pNP | 0,080( 0,015 |15(veb)| 10 65 TO1 2 N 219 AC 107 N
2 SA 298 Ge PNP | 0,080| 0,010 [40(veh)| 35 55 | T044 | 2N 1178 2N 1179
2 SA 304 Ge PNP | 0,065| 0,040 [18(vch)| 4.5 70 | T09 2N 1742 2 N 1864
2 SA 305 Ge PNP | 0,065| 0,040 |18(vch)[ 10 70 T05 2 N 1742 2 N 1864
2 SA 306 Ge PNP | 0,080| 0,010 |40 (Vch)| 55 65 | 1044 | 2N 1180 2N 1179
2 SA 307 Ge PNP | 0,080| 0,010 |40 (Vch)| 75 70 | T044 | 2N 1180 2N 1179
2SA31T | Ge PNP | 0,150 0,400 |40 50 60 | 105 2 N 4971 2 N 49272
28A312 | Ge PNP | 0,150 0,200 |40 50 50 | TO5 2 N 4954 2N 4
28A313 | Ge PNP | 0,060 0,020 |18 (Vch)| 40 60 | T05 2N 1726 2N 1728
25A314 | Ge PNP | 0,060 0,020 |18 (Vch)| 40 80 T05 2N 1726 2N 1728
25A315 | Ge | PNP| 0,060| 0,020 |18(Veb)| 55 100 |[T05 | 2N1i726 2N 1728
2SA316 | Ge PNP | 0,060 0,020 |18 (Veb)| 75 120 | 105 2 N 1726 2N 1728
2SA321 | Ge | PNP| 0,050 0,010 [20(Veb)| 25 a0 | 1084 | 28A219 AF 115 0u 11
2 sA 322 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |20 (Vch)[ 30 40 [T0a4 | 2SA219 AF 115 ou 11i
25A323 | Ge PNP | 0,050 | 0,010 |20 (Veh)| 35 37 | T044 | 285A219 AF 115 00 111
2 5A 324 Ge PNP | 0,050 | 0,010 |20(Vch)| 60 24 T044 2 SA 223 AF 115 ou 11t
2SA325 Ge PNP | 0,080 15 (Veb)| 5 60 TO1 2 N 140 2N 219
2SA 326 Ge PNP | 0,080 16 (veb)| 10 60 | 101 2 N 140 N2
2 SA 327 Ge PNP | 0,080 35 30 | 71044 | 2 SA 351 2 SA 353
2 swnlsaa” Ge PNP | 0,050 | 0,005 | 20(veb)| 20 30 T044 | 2 SA 285 2 SA 219
25A 339 Ge PNP | 0,050 | 0,005 [20(veb)| 30 60 R18 2 SA 285 2 SA 219
2 SA 340 Ge PNP | 0,063 | 0,010 [20(veh)| 70 100 [T1072 | 2SA 34 2 SA 316
25A341 Ge PNP | 0,063 | 0,010 |20 (Veh)[ 70 100 | T072 2 SA 340 2 SA 316
2 sn'aaz' Ge PNP | 0,063 | 0,010 |20(veh)| 100 100 |T072 | 28A341 2 N 1748
2 SA 343 Ge PNP | 0,083 | 0,005 |20 (Veb)| 150 100 |T07 AFZ 12 0C 170 0u 17°
2SA344 | Ge PNP | 0,120 | 0,030 |30 (veh)| 100 200 [TO44 | 2N 6365 A 2N 2635
2 SA 350 Ge PNP | 0,080 | 0,010 (20 (Veb)| 40 40 T01 AF 117 AF 114
2SA350H|  Ge PNP | 0,080 | 0,010 |30 (Vcb)| 45 12 | T01 2 N 3588 SK 3006
2SA351 | Ge | PNP | 0,080 0,010 |20(ven)| 40 70 | T01 AF 117 AF 114
2 SA 352 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |20 (Vch)| 40 75 TO1 AF 117 AF 114




e Pt = Puissance goliecteur max.

= lc = Courant collecteur max.

Vece max — Tension collecteur émetteur max.

Fmax — Fréquence max.

e Be — Germanium
s Si = Silicium

TRANSISTORS

:l E Vee E Gain Ty Equivalences
TYPE ot wmiw e -
g i wi (R La plus
M : w (MHz] min. max. doitier aoneetiis Approximative
25A416 | Ge | PNP| 6 0,700 |60 90 a0 | 100 [ T03 [ AUY10 3SAE45
2SAMT Ge | PNP| 0,150| 0,200 |15 400 70 | To46 | 2N 2057 2 N 972
28A419 | Ge | PNP| 0,050 0,005 |20 350 20 | T017| 2N2717 | AFY16 |
2SA420 Ge PNP | 0,050 0,005 |20 300 20 TO17 [ 2N207 . b AFY G
28A421 | e PP | 0,050| 0,005 |20 400 25 | 1017] 2N3389 | AFY16
25A422 | Ge | PNP| 0050] 0,005 |20 500 25 | T017| AFY16 | 2N320
28A425 | Ge PNP | 0,200 0,030 [30(veh)| 350 25 | T05 | 2N2238 | 2N1142A
| 28A426 | Ge | PNP| 0,200] 0,030 [30(Vch)[ 500 0 | 105 | 2Nz | 2ZNi48
25A427 | Ge | PNP| 0,100] 0,015 |20(Veb)| 45 60 | T044| 2N2089 | 2N 2080-
f@ﬁydzh‘ Ge PNP | 0,100| 0,015 |20(Vcb)| 50 80 T044 ::‘f,zuazas 2N3286
(28A429 | si | PNP[ 0,150 0,030 [150 100 6 | Re7 | 25A429G | 25A 'sia-'u' 2
25A4296] s PNP | 0,150 0,030 [150 100 200 | R67 | 28A638S | 25A429
2SA430 | Ge PNP [ 0,070| 0,005 |20 (Vcb)| 450 4,5 T072 \‘?._huﬂas : m,ar 239
‘28A431 | 6e | PNP| 0,070] 0,005 |20(veh)| 800 25 | T017| AF279S "."e.iqfsaqg;_‘
25A431A| Ge | PNP| 0070| 0,005 |20(Veb) 500 15 | T072| AF 139 AF233
2SA432 | Ge | PNP| 0,070 0,005 |20(veh)| 800 16 | T017 | AF279s | 2N2360
2SA433 | Ge | PNP| 0055| 0,005 |18 1.7 60 | T044 | HEPG3S | HEPGAD
28A434 |  Ge PNP | 0,080 0,010 |20(Vch)| 400 10 T07 | 2SA435 | 2N3399
25A435 | Ge PNp | 0,080 0,010 [20(veh)| 400 10 T018 | 28SA434 2 N 3399
25A43F | Ge PNP | 0,060 0,010 |20(veb)| 400 10 T018 |  AF 139 AF 239
2SA437 | Ge PNP | 0,060 | 0,010 |20 (veb)| 400 10 T018| AF133 | AF239
" 25A438 |  Ge PNP | 0,060 | 0,010 |20 (vcb)| 400 10 | To18 | AF138 AF 239
2SA440A| Ge | PNP| 0,060| 0,005 |20(Vch)| 350 50 | R146 |  AF 139 AF239
2 SA 446 Ge PNP | 0,200 0,200 |15 450 70 | T05 | AFY18 “zums&
28A447 | e | ene | 0,090 0,015 |25 650 80 | to12| AFva2 | 2"?:’-?&33'3%1
25A448 | ce | enp | 0,040| 0,005 [15(ven)| 1600 a0 | to17| 2N2009 | 2N230
25A450H Ge | PP | 0,150] 0,100 [6 530 5 | To18] 2N344as 2N 2455
_2SA451H[ Ge | PN | 0150 0,100 [6 530 o5 | To18 | 2N 2455 2N 3449
25A452H) G | NP | 0,150 0,100 |6 530 018 | 2N2ass | znam;-\'
25A453 Ge PNP | 0,060 | 0,010 |22(Veb)| 600 6 T018 | AF 2408 B
_25A454 Ge PNP | 0,060 | 0,010 |22(veb)| 600 12| T018 | AF 240 AET
25A455 | Ge | PNP | 0,060 | 0,010 [22(veb) 600 24 | 1018 | AF 240 AF139
28A45 | Ge | PNP | 0,060 0,010 |22(ven)| 600 48 | 1018 |  AF 240 CaE138 )




¢ = Pulssance gollecteur max, ® (e — Germanium

= Courant collecteur max. e §i = Siliclum T R A N s, s To R s

ge max — Tension collecteur émetteur max.
max — Fréquence max.

: E . y Vee ¥ Gain Type Equivalences
TYPE 8 : max. max, de
. i W) (R La plus

z . : m [MHz2) min. max. boitier sopsiibia Approximative
jSA 353 Ge PNP | 0,080 0,010 | 25(Veb)| 35 70 T01 2 N 1526 SK 3007
ISA 353 A Ge PNP | 0,080 0,010 |50(veb)| 30 70 T01 40261 2 N 1226
'Esn 354 Ge PNP | 0,080 0,010 |25 (Veb)| 35 70 T01 2 N 1526 SK 3007
'SA 353 A Ge PNP | 0,080 0,010 |50 (Veb)| 30 70 T01 40261 2 N 1226
'SA 355 Ge PNP | 0,080 0,010 [25(veb)| 40 90 T01 2 N 1526 SK 3007
SA 355 A Ge PNP [ 0,080 0,010 [.50(veb) | 30 90 T01 40261 2 N 1226
SA 358 Ge PNP | 0,125| 0,050 |75 (Veh)| 20 90 X35 2 N 2512 MA 205
SA 359 Ge PNP | 0,350 0,020 |20 (veb)| 250 30 T05 2 N 3371 2 N 2630
SA3715q  Ge PNP | 0,080 T.recodv.900ns| 8 T01 2N 1093 2N 576 A
SA 372 Ge PNP [ 0,100 0,200 |15 450 25 | T018| 2N 3281 2N 3282 |
SA 373 Ge PNP | 0,250 0,150 |12 640 40 T05 2 N 3995 AFY 18 C
SA374 | Ge PNP | 1500 | 0,300 |34 (veb)| 300 100 [ 705 | 2N 5042 2N 2786
SA 377 Ge PNP | 0,050| 0,005 |20 230 100 | TO72 2 8A 420 2 SA 239
SA 378 Ge | PNP| 0,050| 0,005 |20 290 100 | R38 2 SA 420 AF 306
SA 379 Ge PNP | 0,050 0,005 |20 350 100 | R38 2 SA 440 A AF 139
SA 380 Ge PNP | 0,080| 0,010 |25(Veb)| 35 50 T01 2 N 1524 2 N 1527
SA 381 Ge PNe | 0,080| 0,010 |25(Veh)[ 60 70 101 2 N 1526 AF 117
SA 382 Ge PNP [ 0,080 0,010 [25(Vch)| 30 55 T01 2 N 1524 2 N 1527
SA 383 Ge PNP | 0,080 | 0,010 [25(Veb)| 40 40 T01 2N 1524 AF 117
'SA 384 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |25 (veb)| 40 60 T01 2 N 1526 AF 117
SA 385 Ge PNP | 0,080 | 0,010 |(16Vcb)| 10 120 | TO1 2 N 140 2N 219
SA 400 Ge PNP | 0,080 | 0,010 [20(Veb)| 70 70 T01 AF 114 AF 117
SA 401 Ge PNP | 0,125 | 0,040 [30(Vch)| 230 70 T044 2 N 838 2 N 1094
SA402 |  Ge PNP | 0,250 | 0,100 |30 200 200 | TO18| 2N 2238 BF 506
SA 405 Ge PNP | 0,150 | 0,050 |15 300 40 T018 2 N 968 2 N 972
SA 406 Ge PNP | 0,200 | 0,200 [15 9 50 T05 AF 188 2 N 1668
SA 407 Ge PNP | 0,200 | 0,200 |12 14 60 | TO05 2 N 1300 2 N 1301
SA 408 Ge PNP | 0,050 | 0,050 |6 50 100 | R48 2 N 2059 2 N 3321
SA409 | Ge PNP | 0,050 | 0,050 |6 80 100 | R48 2 N 3321 2 N 2059
sA412 | Ge PNP | 0,150 | 0,200 |12 60 30 | TO1 2 N 1301 2 N 796
SA 413 Ge PNP | 0,100 0,030 |15 500 70 1018 2 N 3281 2 N 3282
SA414 |  Ge PNP | 0,150 [ 0,200 |25 5,5 30 | TO0S HEP 635 2 N 2955
SA 415 Ge PNP | 0,150 | 0,200 |20 8 45 T05 2 N 396 2 N 3400
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| 2 SA 457 Ge PNP 0,055| 0,020 [18(Vech) | 45 200 T044 2 N 1864 2N501etA
2 SA 467 Si PNP 0,300 | 0,400 |30 200 100 RG67 BC 126 BC 213
2 SA 467 G Si PNP 0,300 | 0,400 |30 100 240 R67 BC 258 B BSW 19 A
2 SA 468 Ge PNP 0,055| 0,010 |18(Veb)| 30 70 TO1 HEP 639 2N1742
2 SA 469 Ge PNP 0,055| 0,010 |18 (Veb)| 30 50 T01 HEP 640 2N 1742 ‘
2 SA 470 Ge _PNP 0,055 0,010 |18(Veb)| 30 75 TO1 HEP 639 2N 1742
2 SA 47 Ge PNP 0,055| 0,010 |18(Vcb)| 30 50 TO1 HEP 640 2 N 1742 ‘
2 SA 472 Ge PNP 0,055 | 0,010 |18(Vcb)| 30 80 T01 HEP 639 2N 1742 ;
2 SA 473 Si PNP 10 3 25 200 40 400 X75 BD 362 BD 362 A
2 SA 474 Ge PNP 0,120 | 0,050 (50(Veh) | 70 50 TO1 2 N 1408 2N2190
2 SA 475 Ge PNP 0,120 | 0,050 (20(Vch) | 30 70 T01 2 N 2048 2 N 3400 E
2 SA 476 Ge PNP 0,055 | 0,010 |18 (Vch)| 130 70 | TO1 2 N 2489 2 N 502
2 SA 477 Ge PNP 0,055| 0,010 |18(Vch)| 70 70 TO1 2 N 2489 2 N 502
2 SA 478 Ge PNP 0,125 | 0,400 |40 40 60 TO1 2 N 2375 2 N 1008 A |
2 SA 479 Ge PNP | 0,125| 0,200 |40 40 60 TO1 2N 1371 2N 1375
2 SA 480 Si PNP 0,150 | 0,100 |20 140 60 T018 BC 206 2 N 5139
2 SA 482 Si PNP 0,600 | 0,600 |32 70 50 T039 2 N 2303 2N 1132
2 SA 483 Si PNP 20 1 150 9 30 250 T066 2 SA 740 2 SA 913
2 SA 489 Si PNP | 30 a 60 5 40 | 240 | X75 | 2 N64is 2SB509
2 SA 490 Si PNP 25 3 40 4 40 240 X75 2 SA 670 2 SA 671
2 SA 493 Si PNP 0,200 | 0,050 |50 200 200 R67 BC 416 A 2 SA 640 3
2 SA 493 G Si PNP 0,200 | 0,050 |50 80 700 R67 BC 416 C 2 SA 889
2 SA 494 GR Si PNP 0,200 | 0,030 |30 10 220 R67 BC 224 PC 1008 B
2SA494 0 Si PNP 0,200 | 0,030 |30 10 90 R67 2 N 940 2 N 3344
2 SA 494 Y Si PNP 0,200 | 0,030 |30 10 140 R67 BF 342 BF 341
2 SA 485 Si PNP 0,200 ( 0,100 (20 200 80 R67 2 N 5139 BC 205
2 SA 495 G Si PNP 0,200 | 0,100 (20 200 40 R67 2 N 5139 BC 205
2 SA 436 Si PNP | 5 0,800 |30 100 40 | 240 | B7 | BFS95 2 N 5583
2 SA 497 Si PNP 0,600 | 0,800 |80 70 70 T039 BSY 42 MPSA 56
2 SA 498 Si PNP 0,600 | 0,800 |50 70 70 T039 BFX 87 2 N 3081
2 SA 499 Si PNP 0,250 | 0,100 |40 250 30 T018 2 SA 522 A Bl.:_ 4_17
2 SA 500 Si PNP 0,250 | 0,100 |20 250 30 T018 2 SA 838 BF 936
2 SA 502 Si PNP 0,300 | 0,050 |70 100 60 R67 2N 1196 2N 1197
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2 SA 503 Si PNP 0,800| 0,600 |50 130 30 T039 BFR 81 BFX 39
2 SA 504 Si PNP 0,800 0,600 |30 130 30 T039 BC231 M BSX 41
2 SA 505 Si PNP 5 0,800 |50 100 40 240 B7 2 N 5865 2 N 3661
2 SA 506 Ge PNP 0,075| 0,005 |18 300 20 R43 2 SA 239 AF 306
2 SA 507 Ge PNP 0,075| 0,005 |18 250 20 R43 2 SA 239 AF 306
2 SA 508 Ge PNP 0,075 0,005 |18 200 8 R43 2 SA 239 AF 306
2 SA 509 Si PNP | 0,600| 0,050 |30 140 100 R67 BF 709 2 SA 594
2 SA 510 Si PNP 0,800 1 100 50 50 T039 2 N 3225 2 SA 850
2 SA 511 Si PNP 0,800 1 80 50 50 T039 BFT 79 BFX 40 ou 41
2 SA 512 Si PNP 0,800 1 60 50 50 T039 BFT 80 BFT 81
2 5A 513 Si PNP 0,800 1 40 G11] 50 T039 2 N 2801 2 N 2800
2 SA 516 Si PNP | 0,800 1,5 60 50 60 | TO5 BFX 38 BFX39 |
2SA516 A Si PNP 0,800 1,5 100 50 60 TO5 2 N 3225 2 SA 850
2 SA 517 Ge PNP 0,055 | 0,010 |18 (Veb)| 55 60 TO1 2 N 1864 2N501A
2 SA 518 Ge PNP 0,055 | 0,010 (18 (Vch)| 75 60 T01 2 N 1864 2N501A
2 SA 522 Si PNP 0,250 | 0,100 |20 200 50 TO18 BF 939 BF 936
2SA 522 A Si PNP | 0,250 | 0,100 (40 200 50 T018 BC 116 BC 126 A
2 SA 523 Si PNP | 0,650 | 0,300 |20 200 20 T039 2 SA 119 2SA120 A
2 SA 523 A Si PNP 0,650 | 0,300 |40 200 20 T039 BCW 96 K BFY 64
2 SA 524 Si PNP | 0,350 | 0,100 |25(Veb)| 250 50 T018 2 N 5208 MPS 6519
2 SA 525 Si PNP 0,075 | 0,005 |18 250 20 T017 BC 250 BCW 63
2 SA 527 Si PNP | 5 2 40 80 50 T05 2 SA 528 2 SA 257
2 SA 528 Si PNP | 5 2 40 80 70 T05 2 SA 527 2 SA 258
23A530H Si PNP 0,200 | 0,100 |35 200 120 T018 BF 316 A 2 N 3307
2 SA 532 Si PNP | 0,500 | 0,200 |50 90 80 T039 BC 560 A BC 557 VI
2 SA 537 "-_\L Si PNP 0,750 | 0,700 |50 200 35 200 T05 MM 1614 MM 1712
2 SA 537 A Si PNP | 0,750 | 0,700 |80 200 35 200 T05 40410
2 SA 537 AH 5, Si PNP | 0,750 | T.recouv.300ns| 150 30 T039 2 N 5372 2 N 5375
2 SA537TH Is:; Si PNP 0,750 | T. racou"z. 300ns| 150 30 T039 2 N 5372 2 N 5375
2 SA 538 Ge PNP | 0,120 | 0,050 |25(Vcb)| 8 70 T01 40359 40395
2 SA 539 Si PNP | 0,250 | 0,200 |45 BF 80 R182 BC 417 BC 307
2 SA 542 Si PNP | 0,150 | 0,050 25 30 160 u23 BFV 82 C BFV 82 A
2 SA 544 Si PNP 0,750 | 0,200 |45 160 40 T039 2 SA 552 MPS 2907




® Pc — Puissance gollecteur max. sfe — Germanium
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| 2 SA 545 Si PNP 0,400( 0,200 |60 BF 80 R205 2 N 3061 2 N 3060

2 SA 546 Si PNP | 0,750( 1 60 80 25 1038 | 2N&sss | BC311 |
2SA546 A Si PNP 0,750 1 80 80 25 1039 2 N 5857 BSW40-6
2 SA 547 Si PNP | 10 1 60 80 25 1037 2 N 6406 NSE 171
2 SA 547 A Si PNP 10 1 80 80 25 T037 2 SB 526 2 SB 548
2 SA 548 Si PNP 0,200 0,100 |35 400 100 2N M2 2 SA530H
2 SA 548 Hsy  Si PNP 0,200 T.recouv.150ns| 400 1 2N 42 2 N 4122
2SAGA9AH i PNP | 0,200 40 30 1018 2 SA 617 K 2 SA 618 K
2 SA 550 Si PNP 0,300 0,100 |25 150 250 T018 BC308A BC 308 B
2 SA 550 A Si PNP 0,300 0,100 |45 150 250 TO18 BC 204 A BC 204 B
2 SA 552 Si PNP | 0,750( 0,200 |45 160 40 1039 2 SA 544 MPS 2907
2 SA 553 Si PNP | 0,250| 0,300 |40 (Vch)| 200 60 1018 2 SA 554 A BC181
2 SA 554 Si PNP 0,250 | 0,300 |25(Vcb)| 200 60 T018 BC 419 i BC 419 A
2 SA 554 A Si PNP 0,250 0,300 |40 (Vcb)] 200 60 7018 2 SA 553 BC 181
‘2 SA 555 Si PNP 0,200 0,200 |30 200 80 R195 2 N 4916 2 N 4917
2 SA 558 Si PNP 0,350 | 0,200 |35 BF 50 T018 2 SA 559 A MPS 404 A
2 SA 559 Si PNP 0,350 | 0,200 (20 BF 50 T018 BC 352 BC 352 A
2 SA 559 A Si PNP | 0,350 | 0,200 |35 BF 50 T018 2 SA 558 MPS 404 A
2 SA 560 Si PNP 0,800 | 0,800 |60 150 60 T039 BFR 80 BFR 79
2 SA 561 Si PNP 0,300 | 0,150 |50 70 100 R67 BC 307 BC 177 A
2 SA 562 Si PNP 0,300 | 0,400 |30 70 40 R67 BC 221 BSW 19 Vi
2 SA 564 Si PNP 0,250 | 0,050 |25 BF 250 T092 BC 418 B 2 SA 677
2 SA 564 A Si PNP.| 0,250 | 0,050 |45 BF 250 T092 BC 257 B BC 257
2 SA 565 Si PNP 350 0,500 |50 40 200 T01 sans équiyalents
2 SA 565 K Si PNP | 0,300 40 TO1 équivalentis i;npossihles
2 SA 566 Si PNP 10 0,700 |100 100 35 200 T066 2 N 5603 2 SB 527
2 SA 567 Si PNP 0,200 | 0,100 |30(Vcb)| 100 300 T01 2 N 4916 BC 156 B
2 SA 568 Si PNP | 0,200 | 0,300 |30 120 35 T092 BC 221 BC 126
2 SA 569 Si PNP | 0,200 [ 0,300 |45 120 35 T092 BC 177 V BC 157
2 SA 570 Si PNP | 0,200 | 0,300 |60 120 35 T092 2 SA 628 A BCW 56
2 SA 571 Si PNP 0,800 | 1 45 200 40 T05 BC 116 A BC 126 A
2 SA 578 Si PNP 0,300 | 0,030 |40 50 350 T018 2 SA 579 BC 307 B
2 SA 579 Si PN_I_’_J__ 0,300 | 0,030 |40 50 350 TO18 2 SA 578 BC 307 B
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2 SA 580 Si PNP 0,800 0,600 |40 100 120 T039 BC313 BC 304-5.
2 SA 581 Si PNP 0,800| 0,600 |70 100 120 T039 BFX 40 BFX 41
2 SA 594 Si PNP 0,750 | 0,200 |30 200 60 T05 BC 328 -5 MPS 6535-M
2 SA 597 Si PNP 6 1 40 0,400 10 250 T039 BSV 15 BSV 16
2 SA 603 Si PNP 0,300 | 0,200 |40 150 80 TO18 BCW 37 2N 4142
2 SA 604 Si PNP 0,300 | 0,030 |100 100 40 T018 2 N 600 A 2 N 1655
2 SA 605 Si PNP 0,300 | 0,050 |160 100 50 T018 2 SA 639 BFW 43
2 SA 606 Si PNP 0,700 | 0,700 |80 50 80 T039 BSW 40-16 BSW 40-10
2 SA 606 S Si PNP 0,700 | 0,700 (80 BF 100 T039 2 SA 606 BSW 40-25
2 SA 607 Si PNP 1 0,700 |80 50 40 200 T037 2 N 5149 2 N 5147
2 SA 607 § Si PNP 1 0,700 |80 BF 40 200 T037 2 SA 607 2 N 5147
2 SA 608 Si PNP | 0,100 | 0,100 [15 180 100 |R145 | 2SC 641K 2N 22718 |
2 SA 609 Si PNP 0,100 [ 0,100 |15 80 80 R145 2 SC 641 K 2 N 2278
2 SA 613 Si PNP 15 2 40 30 200 T066 BD 132 BD 227
2 SA 614 Si PNP 15 2 60 30 200 T066 SDT 33?6 2 N 4388
2 SA 616 Si PNP 25 3 60 5 30 145 TO66 2 N 3026 2 N 3023
2 SABIT K Si PNP 0,200 40 40 80 TO18 2 SA 618 K BC 154
2 SAG18B K Si PNP 0,200 40 40 80 T018 2SABI7 K BC 154
2 SA 623 Si PNP | 7 1,5 20 70 35 300 X51 2 N 3660
2 SA 624 Si PNP 7 1.5 40 70 35 300 X51 40394
2 SA 625 Si PNP 0,700 | 0,500 |70 100 150 T039 BSV 42 BSV 43 B
2 SA 626 Si PNP | 60 6 70 10 30 120 T03 MJ 701 MJ 6701
2 SA 627 Si PNP 60 7 80 10 30 120 TO3 2 SA 648 2 SA 757
| 2 SA 628 Si PNP 0,150 | 0,100 |25 100 100 T092 2 N 3308 2 N 1225
2 SA 628 A Si PNP 0,150 | 0,100 |60 100 100 T092 2 N 4249 BCY 30
2 SA 629 Si PNP 0,150 | 0,030 (25 100 200 T092 2 N 3308
2 SA 634 Si PNP | 10 2 30 60 40 250 T0202 NPC 634 NSE 170
2 SA 636 Si PNP 10 1 45 50 40 250 T0202 NPC 636 BD 227
2 SA 636 A Si PNP 10 5 60 40 40 250 T0202 NSE 171 NSDU 55
2 SA 637 Si PNP 0,300 | 0,050 (150 40 30 T018 2 SA 685 2 N 4888
2 SA 638 S Si PNP 0,250 | 0,050 [150 130 120 T092 2 N 4888 2 N 4889
2 SA 639 Si PNP 0,250 | 0,050 ([i60 50 100 T092 2 SA 858 BFW 43
2 SA 639 S Si PNP 0,250 | 0,050 [180 130 120 T092 BC 420 A BC 420 VI
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2 SA 640 Si PNP | 0,250 | 0,050 (50 100 450 R 182 2 SA 641 2 SA 750
2 SA 641 Si PNP | 0,250 | 0,050 |50 100 450 R 182 2 SA 640 2 SA 750
2 SA 642 Si PNP | 0,250 | 0,300 |15 150 65 T092 2 SB 542 BC 419 A
2 SA 643 Si PNP 0,500 | 0,500 |20 BF 120 R 205 BC 328 a) 2 SA 730 a)
2 SA 645 Si PNP | 7 0,800 |60 70 35 300 X51 TIP 62A 2N 3779
2 SA 646 Si PNP | 7 0,800 |80 70 20 300 X51 TIP 62B 2 SB 526
2 SA 647 Si PNP | 7 0,800 |[100 70 20 300 X51 TIP 62C 2 SB 527
2 SA 648 Si PNP | B0 7 80 10 30 120 T03 2 SA 627 BDX 78
2 SA 649 Si PNP | 80 7 100 10 30 120 T03 BDX 96 2 SB 541
2 SA 652 Si PNP 15 1 000 |5 40 200 T066 2 N 5603 TIP30C
2 SA 653 Si PNP 15 1 120 5 40 200 TO66 2 SA 762 BDX 16

SA 656 Si PNP | 50 7 110 5 30 300 TO3 2 SA 656 A TIP 42 C

SA 656 A Si PNP | 50 7 110 5 30 300 T03 2 SA 656 TIP 42 C

SA 657 Si PNP | 50 7 80 5 30 300 T03 2 SA 657 A 2 N 6134

SA 657 A Si PNP | 50 7 80 5 30 300 T03 2 SA 657 2 N 6134

SA 658 Si PNP | 50 7 50 5 30 300 TO3 2 SA 658 A 2 N 6133
2 SA 658 A Si PNP 50 7 50 5 30 300 T03 2 SA 658 2 N 6133
2 SA 659 Si PNP | 0,300 | 0,200 |50 90 80 [R195 | BC 257 VI BC 307 A
2 SA 661 Si PNP | 0,600 | 0,200 (50 100 100 X161 2 N 3081 ~ BFX 87
2 SA 663 Si PNP | 60 7 80 6 30 200 T03 2 N 6134 2 SB 518
2 SA 666 Si PNP | 0,150 | 0,100 |25 BF 700 T092 BC 178 C BC 308 C
2 SA 666 A Si PNP 0,150 (0,100 |45 BF 700 T092 2SA493 G BCX 71 BK
2 SA 670 Si PNP | 25 3 50 1 35 200 B17 2 SA 6T 2 N 3022
2 SA 671 Si PNP | 25 3 50 11 35 200 B17 2 SA 670 2 N 3022
2SA 671K Si PNP 25 3 50 8 35 200 T0220 2 SA6700u 71 BD 242
2 SA 672 Si PNP | 0,200 | 0,200 |50 80 60 _BC 417 BC 257 A
2 SA 673 Si PNP | 0,400 | 0,500 (35 40 320 BC 327-25 BC 327-16
2 SA 673 A Si PNP | 0,400 | 0,500 (50 40 320 2 N 3136 2 N 2906
2 SA 673 AK Si PNP | 0,400 120 320 S8 2 N 3136 2 N 2906
2 SA 675 Si PNP | 0,250 | 0,100 (80 50 120 T092 BC 612 MPSH 54 ou 55
2 SA 677 Si PNP | 0,250 [ 0,200 |25 140 250 X 153 2 SA 704 BC 181
2 SA 678 Si PNP | 0,250 | 0,200 |50 140 250 X 153 2 SA 705 BC 307 A
2 SA 679 Si PNP_ | 100 |12 120 6 40  [140  |T03 2 SB 556 2N 6248
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2 SA 680 Si PNP | 100 12 100 6 40 140 | T03 2 N 6052 2 N 5627
2 SA 682 Si PNP | 0,600 | 0,750 |80 100 120 |B7 BFX 40 BFX 41
SA 683 Si PNP | 0,750 | 1,5 25 200 60 340 |R182 2 SA 751 2 N 5583
SA 684 Si PNP | 1,5 1,5 50 200 60 340 |R182 MM 3726 2 N 5865
2 SA 685 Si PNP | 0,300 | 0,050 | 150 40 30 T092 2 SA 637 2 N 4889
2 SA 695 Si PNP | 0,500 | 0,700 | 20 130 : 100 [T092 2 SB 561 MPS 6562
2 SA 696 Si PNP | 0,500 | 0,500 |40 130 100 [T092 2 N 2904 2 N 2905
2 SA 697 Si PNP | 0,500 | 0,500 |60 130 100 [ T092 D29E10 2 N 3765
2 SA 699 Si PNP | 10 3 20 150 30 220 |B15 2 SA 473
2SA699 A Si PNP | 10 3 10 150 30 220 [B15 TIP 32 BD 242
2 SA 701 Si PNP | 0,100 | 0,050 |30 80 200 |R145 2N2185 a| 2N 2187
2 SA 702 Si PNP | 0,100 | 0,050 |50 80 200 |R145 2 N 1921 2 N 945
2 SA 704 Si PNP | 0,250 | 0,200 |25 140 250 | X153 2 SA 677 BC 181
2 SA 705 Si PNP | 0,250 | 0,200 |50 140 250 | X153 2 SA 678 BC 307 A
2 SA 706 Si PNP | 0,950 | 1 60 120 150 [B2 BC 313 A BC 287
SA 708 Si PNP | 0,800 | 0,700 |e0 100 80 T039 | BC 361-10 BC 361-6
SAT708 A Si PNP | 0,800 | 0,700 |80 100 80 T039 BFX 40 2 N 4033
2 SA 709 Si PNP | 0,300 | 0,200 |40 250 160 |R221 BC 307 BC 307-5
2 SA 711 Si PNP | 0,300 | 0,700 (40 800 70 T018 2 N 6007 BF 516
2 SA 712 Si PNP | 0,750 | 0,500 | 150 300 110 [T039 2 N 5401 2 SA 912
2SAT13A Si PNP | 0,250 | 0,300 |30 180 12k |T092 BC 178 C BC 203
2 SA 714 Si PNP | 60 12 100 8 320 [T03 2 SB 541 2 N 5738
2SATIAL Si PNP | 60 12 80 8 320 (T03 HEP 625 SDT 3826
2SA 715 Si PNP | 8 1,5 35 10 35 320 |B16 2 SA 715 WT 2 SB 511
2SATI5WT  Si PNP | 10 1,5 35 160 35 320 |B7 2 SA 715 2 $B 511
2 SA 717 Si PNP |5 1 40 280 40 200 |T0O39 MM 4019 BFS 94
2 SA 718 Si PNP | 0,300 | 0,200 |40 250 140 |TO18 BC 307 BC 307-5
2 SA 719 Si PNP | 0,400 | 0,500 |25 200 90 1092 BSW 72 BF 249
2 SA 720 Si PNP | 0,400- | 0,500 |50 200 90 T092 SK 3114 BCY 54
2 SA 721 Si PNP | 0,150 | 0,100 |35 BF 1k  |T092 2 SA 880 2N 2336 ou 37
2 SA 722 Si PNP | 0,150 | 0,100 |55 BF 1k |T092 2 SA 726 2 N 4250 A
2 SA 723 Si PNP | 0,250 | 0,500 |20 BF 120 |R182 2 N 5142 2 N 4290
SA 725 Si PNP | 0,150 | 0,100 |35 100 600  |T092 2 SA 721 2 N 4285
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2 SA 726 Si PNP | 0,150 | 0,100 |50 100 600 | 1092 2 N 4250 A BC 251
2 SA 730 Si PNP | 0,600 | 0,500 |25 200 90 R209 BSV 45 Aa) BSV45Ba) |
i 2 SA 731 Si PNP | 0,600 | 0,500 |50 200 90 R209 2N 2904 Aa) | BFX87a)
2 SA 732 i PNP | 0,650 | 0,300 |30 200 60 [T039 | 2 SA59 BSVIS A
“Lz SA 733 Si PNP | 0,250 | 0,100 |40 180 200 | T092 BC 251 A BC2518 |
2 SA 738 Si PNP | 8 1,5 25 160 35 320 [B7T | BDS508 | BDS06 |
2SA 739 Si PNP | 50 3 400 20 [ 300 [ T03 BUXG6C |
2 SA 740 Si PNP | 25 1,5 150 B 40 (140 [T0Z20[ Z SA T3 Z SA 483
2SAT741H Si PNP | 0,360 | 0,100 |20 | BF 30 T078 BC 352 BCI5ZR |
2SATAZH Si PNP | 0,700 | 0,500 |60 200 80 T039 | BSV43B 2N 3503
2 SA 743 Si PNP | 8 1 50 120 0 | 320 |87 BU5T6 | BDOSI8 |
2SAT43A Si PNP | 8 i 80 120 40 | 320 | B7 BD 520 BD526 |
2 SA 744 Si PNP | 70 8 80 15 30 103 BD 544 B MJE 6047 |
2 SA 745 Si PNP | 70 8 100 15 30 T03 | BD544C | MJEGOAZ |
2 SA 746 Si PNP | 100 10 80 15 30 103 2 N 5625 2 N 5623
2 SA 747 Si PNP | 100 10 120 15 30 T03 2 SB 539 2SB539 A
2 SA 748 Si PNP | 15 3 50 120 30 |220 |[B26 BD 132
2 SA 749 Si PNP | 0,250 | 0,050 [100 40 80 1092 BSV 68 2 N 3841
2 SA 750 Si PNP | 0,250 | 0,050 |50 100 450 [ R162 2 SA 640 2 SA 641
2 SA 751 Si PNP | 1 1,5 25 200 60 |[340 |R209 2 SC 831 BD 227
2 SA 752 Si PNP | 1 1,5 50 200 60 | 340 |R209 2 SA 684 a) 2 N 3763 a)
2 SA 753 Si PNP | 100 10 110 20 30 |200 |TO3 2 N 6248 2 N 5627
2 SA 754 Si PNP | 20 2 50 50 35 |320 |B17 2 SA 755 SDT 3579
2 SA 755 Si PNP | 20 2 50 50 35 |320 |Bi7 2 SA 754 SDT 3579
2 SA 756 Si PNP | 50 6 80 20 35 |200 |TO3 2 SA 808 ‘2 N 4903
2 SA 757 Si PNP | 60 7 90 24 25 200 |TO3 2 SB 611 MJ 6701
2 SA 758 Si PNP | 80 7 110 20 25 200 | T03 2 SA 649 2 N 6042
2 SA 761 Si PNP | 0,475 | 2 110 80 50 T05 BCX 39
2 SA 762 Si PNP | 23 2 110 30 50 |240 |TO066 2 N 6467 BD 582
2 SA 764 Si PNP | 40 6 60 15 30 T066 2 N 5955 2 SA 770
2 SA 765 Si PNP | 40 6 80 15 30 T066 2 N 5954 28A T
2 SA 766 Si PNP | 20 1,2 150 30 |150 |TO066 2 SA 740 BUX 66
2 SA 768 Si PNP | 30 4 60 10 40 |400 |B26 2 N 5194 5




o Pc = Puissance gollecteur max.
e Ic — Courant collecteur max.
e Vce max — Tension collecteur émetteur max.

e Fmax = Fréquence max.

« Be — Bermanium
e 5i = Silicium

TRANSISTORS

:l E Vee ¢ Gain Tyme Equivalences
TYPE ; : i . max, max. de

P i W) (1] ) La plus

pd : m [(MHz) min. max. burtisr —— Approximative
2 SA 769 Si PNP | 30 4 80 10 40 |400 |B26 2 N 5195 BD442
[2SA 770 Si PNP | 40 ] 60 10 40 |400 [B26 BDX 28-16 2 N 5955
2 SATT71 Si PNP | 40 6 80 10 40 400 |B26 BDX 29-10 2 N 5954
[2SAT772 | S PNP | 0,750 | 2 16 80 250 |R195 25B861 25A562
2SAT73 Si PNP | 0,750 | 1 50 55 200 |R195 BFR 81 BFR 81 105
[2SATIT Si PNP | 0,750 | 1 80 120 65 330 [R182 BSV 17 BSVi7-6 |
2SATIBAK| Si PNP | 0,200 50 30 S8 ?N49%64 |
2 Si PNP | 1,2 110 60 [320 [Bid TNE02Z
[2SA 780 AK| Si PNP | 1.2 120 a0 (320 [B11 2 SA 683
[Z SA 781 Si PNP | 0,200 550 200 [S8 BFX 48
2 SA 794 Si 5 0,500 |100 120 65 330 [T0126 2SAT94R |
2 SAT94A Si PNP 0,500 [120 120 65 330 |T0126 2 SA 794
7 SA 795 Si PNP | 10 0,250 |150 60 |240 [T0126 TRSP 15 X
2 SA 798 Si PNP | 0,400 caractéristiques | incomplétes pour établir équivalence
2 SA 799 Si PNP | 1 15 60 54 1039 2 N 6248 TIS 141
2 SA 800 Si PNP | 0,250 | 0,030 |12 1,5 GHz 60 1072 2 N 42600u61| 2 N 4080
2 SA 801 Si PNP | 0,300 [ 0,050 |12 3 GHz 60 w9 BFQ 23
2 SA 807 Si PNP | 50 6 60 10 20 |50 T03 2 SA 626 . 2 N 6133
2 SA 808 Si PNP | 50 6 80 10 20 |50 103 2 SA 756 2 N 6134
2 SA 809 Si PNP | 0,700 | 0,050 [120 100 150 |R214 2 N 3495 2 N 3495 S
2 SA 810 Si PNP | 0,700 | 0,050 |150 100 150 |R214 BF 398 BFS 90 B
2 SAB811C5| Si PNP | 0,150 | 0,030 (45 135 X156 BCW 69 b) BC 177 A
2SA811C6| Si PNP | 0,150 | 0,030 (45 200 X156 BCX 17 b) BC 327
2 SA811C7| Si PNP | 0,150 | 0,030 (45 300 X156 BCX 17 b) BC 327 |
2SA811C8| i PNP | 0,150 | 0,030 |45 450 X156 BCX 17 b) BC 327
2SAB12M3| Si PNP | 0,150 | 0,100 |40 60 X156 SO 2906 b) 2 N 2906
2 SA 812 M4|  Si PNP | 0,150 | 0,100 |40 90 X156 S0 2906 b) 2 N 2906
2 SA 812 M5|  Si PNP | 0,150 (0,100 |40 135 X156 S0 2907 b) 2 N 2907
2 SA 812 M6|  Si PNP | 0,150 (0,100 |40 200 X156 S0 2907 b) 2 N 2907
2 SA 812 M7|  Si PNP | 0,150 |0,100 |40 300 X156 S0 2907 b) 2 N 2907
2 SAB13 82| i PNP | 0,150 |0,200 |45 50 X156 BCX 17 b) BC 327
2 SA 813 S3 Si PNP | 0,150 |0,200 |45 75 X156 BCX 17 b) BC 327

L Si PNP | 0,150 | 0,200 |45 100 X156 BCX 17 b) BC 327




= Pc — Puissance gollecteur max. = Ge = Germanium
°:lcne_mac:uzn:'e::::::ti::le:lti:‘r émetteur max. o= TR A N s ’ s T o R
® Fmax = Fréquence max.
e .
gfl E Pe Ic o ' o Type Benivatonotd
TYPE u 3 manx. max. de
. i (Wl (A) La plus
3 t wl [MHz) min. max. hoitier Approximative
p approchée
2 SA 814 Si PNP | 15 1 120 30 70 240 | T0220 | 2 SA 653 2 SB 528
2 SA 815 Si PNP 15 1 100 30 70 240 T0220 2 N 6180 . 2 8B 527
2 SA 816 Si PNP | 1,5 0,750 | 80 100 70 240 | B26 MM 4007 2 N 6556
2 SA 817 Si PNP | 0,625 | 0,300 | 80 80 200 R67 MPSA 56 BC 490 B
2 SA 818 Si PNP 1 0,050 150 120 70 240 B15 2 SA 899 2 N 4929,
2 SA 835 Si PNP 0,950 | 0,500 140 45 150 B2 MM 4001 BFS 90 B
2 SA 837 Si PNP 50 4 80 10 40 200 T03 2 N 4906 2 N 6297
2 SA 838 Si PNP | 0,250 [ 0,030 | 20 300 100 | T092 BF 936 BC 309
2 SA 839 Si PNP 1,3 1,9 150 6 40 240 B26 TIP 508 TIP 507
2 SA 840 Si PNP | 0,750 | 0,500 140 45 150 R195 2 SA 896 BFW 44
2 SA 841 Si PNP | 0,200 | 0,050 | 60 140 200 R67 BC 256 B BC 256 A
2 SA 842 Si PNP | 0,200 | 0,050 | 40 140 200 R67 BF 450 BC 225
2 SA 843 Si PNP 20 0,500 150 60 200 B26 2 SB 546 2 SB 547
2 SA 844 Si PNP | 0,300 | 0,100 55 200 160 X172 2SA844C 2 SB 637K
2SA 844 C Si PNP | 0,300 | 0,100 | 55 200 320 | X172 2 SA 844 D BC 212 LA
2SA 844D Si PNP | 0,300 | 0,100 | 55 200 500 | X172 2SABAAE BC 212 LB
2SABAAE Si PNP 0,300 | 0,100 95 200 800 X172 2 SA 844 F 2 SA 726
2SA 844 F Si PNP 0,300 | 0,100 55 200 1200 | X172 2 SA 722
2SA845AH i PNP | 0,200 [ 0,050 | 180 | 40 80 | 1018 | BC 393 2 N 3930
25A 845 H Si PNP 0,200 | 0,050 150 40 80 TO18 2 SA639 8 2 SA 637
2 SA 847 Si PNP 0,200 | 0,050 90 150 500 T092 MPS 8799 BCY 97
2 SA 848 Si PNP 1 0,050 120 100 150 R214 2 SA 898 2 N 5680
2 SA 849 Si PNP | 1 0,050 | 150 100 150 R214 2 N 4929 2N 4929 §
2 SA 850 Si PNP | 0,800 | 0,600 | 30 130 30 T039 MPS 6535 M BSX 40
2 SA 851 Si PNP | 0,500 | 0,100 | 50 100 500 | T092 BCW 76-25 2 SA 532
l 2 SA 852 Si PNP | 0,500 | 0,100 | 35 100 500 | T092 2 SA 853 2 N 6067
2 SA 853 Si PNP | 0,500 | 0,100 | 35 100 500 | TO092 2 SA 852 2 N 6067
2 SA 857 Si PNP | 0,500 | 0,050 120 100 150 R195 2 N 3495 2 N 3495 §
2 SA 858 Si PNP 0,500 | 0,050 150 ~ 100 150 R195 2 SA 810 BF 398
2 SA 861 Si PNP | 0,950 | 2 16 80 250 B2 2 SA 772 2 SA 900
2 SA 872 Si PNP 0,300 | 0,050 90 120 160 T092 2 SA 893 2SA893C
28AB72C Si PNP | 0,300 | 0,050 90 120 320 T092 2SA893C BCY 97
ir 2SAB72D Si PNP 0,300 | 0,050 90 120 500 T092 2SA8930D BCX 30




« Pc = Puissance collecteur max. o2 — Germanium
::.I'cl:e mac:uzn:'e:‘;lil:: tl.;:lrla::li;’::;r eémetteur max. i - TR A N s , s T o R s
» Fmax = Fréquence max.
P . :
; i Pe Ie - ik - Type ——
TYPE : . max. | max. de
3 i wl ()] La plus
. ) vl [MHz) min. max. boitier —— Approximative
8§
2SA872E Si PNP 0,300 0,050 |90 120 800 T092 2SAB93E D34J9
2SABT2F Si PNP 0,300 0,050 |90 120 1200 | TO92 2SAB93 F 2SABT2E
2 SA 873 'S PNP 0,300 | 0,250 |40 220 140 R212 2 SAT18 BC 307 A
2 SA 876 H.5°} Si PNP 1 @ recuulu. 250ns | 200 20 TO18 2 SA 876 HC 2 N 6013
2 SA 876 HI} 5¢) Si PNP 1 T. recou:u. 250ns| 200 20 TO18 2 SA 876 HB 2 N 6017.
2 SA 876 H? 5¢) Si PNP 1 T, recoulv. 250ns| 200 20 T018 2 SA 876 HA 2 N 6013
2 SA 876 HC 5¢) Si PNP 1 T. recouv. 250 ns.| 200 20 T018 2 SA 876 H 2 N 6017
2 SA 879 Si PNP 0,600 | 0,070 (200 80 30 T0126 MPSD 51 MPSA 93
2 SA 880 Si PNP 0,150 | 0,050 |35 BF 1000 | S9 2SA 721 2 SA 725
2 SA 883 Si PNP 0,300 | 0,200 {40 280 160 R182 2 SA 709 BF 440
2 SA 885 Si PNP 1,2 2| 35 200 60 340 T0126 2 N 3244 2 SA 886
2 SA 886 Si PNP | 1.2 1,5 |40 150 30 | 220 |TO126| MJET710 2 SA 885
2 SA 887 Si PNP 1,2 2 50 150 30 220 B15 BC 362 2 N 1084.
2 SA 888 Si PNP 0,350 | 0,100 |25 100 700 T092 BC 214 C BC 214 LC
2 SA 889 Si PNP 0,350 | 0,100 (45 100 700 T092 2 N 4359 2 N 2605 A
2 SA 890 Si PNP 0,625 | 1 25 200 160 T092 BC 328-5 BC 328-18
2 SA 891 Si PNP 0,625 | 1 50 200 160 T092 BC 486 A BCW 45
2 SA 893 Si PNP 0,300 | 0,050 {90 120 160 T092 2 SA 872 2SA872C
2 SA 893 A Si PNP 0,300 | 0,050 (120 120 160 T092 2 SA 857 2 N 3497
2 SA 893 MI: Si PNP 0,300 | 0,050 (120 120 320 T092 2 SA 893 AD 2 SA 893 A
2 SA 893 A[ll Si PNP 0,300 | 0,050 (120 120 500 T092 2 SA 893 AE 2 SA 893 AC
2 SA 893 AEl Si PNP 0,300 | 0,050 |[120 120 800 T092 2 SA 893 AF 2 SA 893 AD
2 SA 893 AF Si PNP 0,300 | 0,050 |120 120 1200 | TOD92 2 SA 893 AE
2 SA 893 C Si PNP 0,300 | 0,050 |90 120 320b)| T092 2SA872C BCY 97.
2SA893D Si PNP 0,300 | 0,050 |90 120 500 b)| TO92 2SA8720D BCX 30
2SAB93E Si PNP 0,300 | 0,050 |90 120 800 b)| TO92 2SAB72E D34J9
2 SAB93F Si PNP 0,300 | 0,050 |90 120 1200 b) T092 25A872F 2SAB93E
2 SA 896 Si PNP 0,750 | 0,100 |150 70 150 R195 2 SA 912 BFW 44
2 SA 897 Si PNP 0,950 | 2 50 95 100 B2 MM 3726 MM 5005
2 SA 898 Si PNP 1 0,050 |120 100 150 BS 2 SA 848 2 N 5680
2 SA 899 Si PNP 1 0,050 |150 100 150 BS 2 SA 849 2 N 4929
2 SA 900 Si PNP 4 2 18 150 90 450 T0126 BD 506 MC 328
2 SA 906 Si PNP 0,200 | 0,100 (40 100 250 T092 BD 257 B BC 307 B




= Pc — Puissance collecteur max. «Ge — Germanium

|
=lc — Courant collecteur max. =S TR A M 5 F 5 Zj— @ RS
l

= Vce max — Tension collecteur émetteur max.
= Fmax — Fréquence max.

Voo g Gain P Equivalences

_ . de

: (W) () la plus

t Vi (MHz] min. max. boitier o Approximativa
2 SA 911 Si PNP | 0,470| 0,100 |550 9 30 T039
2 SA 912 Si PNP | 0,750| 0,100 |[150 200 150 R182 2 SAT12 BFW 44
2 SA 913 Si PNP | 15 1.5 150 120 65 330 B26 2 SA 740 2 SB 628
2 SA 917 Si PNP | 0,750| 0,100 (120 70 150 R195 2 N 3495 2 N 3495 §
2 SA 920 Si PNP | 0,950| 0,500 (200 40 70 B2 BFX 91
2 SA 924 Si PNP | 0,500| 0,100 |30 120 100 T092 BC 558 A BC 558 B
2 SA 927 Si PNP | 0,500 0,250 |40 220 100 R219 BSV 44 B BSV 44 A
2 SA 931 Si PNP | 0,450 | 0,050 |120 70 35 R179 2 SA 857 2 N 3495
2 SA 932 Si PNP [ 0,450 | 0,050 |150 70 35 R179 2 SA 858 2 N 4888
2 SA 940 Si PNP [ 1,5 1,5 150 4 75 T0220 | TIP 508 BFT 19
2 SA 950 Si PNP | 0,600 | 0,800 |25 120 320 T092 2 SA 890 BC 328-5
2 SA 956 H l3 Si PNP | 0,150 | 0,100 |40 280 80 X156 2SA812M3 BCX 71-BG
2 SA 956 H I4 Si PNP | 0,150 | 0,100 |40 280 110 X156 2SA812M 4 BCX 71-H
2 SA 956 H I5 Si PNP | 0,150 | 0,100 |40 280 150 X156 2SA812M5 BCX 71-J
2SA956H6 Si PNP | 0,150 | 0,100 |40 280 200 X156 2SAB12ME6E BCX 71-K
2S5B 16 A Ge PNP 1.8 0,600 |20 (Vch) 20 50 R57 E“HHEUE ' mﬁﬁm328
2SB17 A Ge PNP 1.8 0,600 |40 (Vch) 20 50 R57 BC 160 BFS 95

| siioum silicium

2SB18 A Ge PNP | 1.8 0,600 |80 (Vcb}. " 20 50 R57 mm5555 mm4404
2 SB 19 Ge PNP | 5,5 2,5 16 (Vcb) 20 250 R58 2 N 255 2 N 255 A
2 SB 20 Ge PNP | 5.5 2.5 32 (Veb) 20 250 R58 AD 148 AD 162
2SB 21 Ge PNP | 5,5 2,5 60 (Vcb) 20 250 R58 2 N 1504/10 AD 263
2 SB 22 Ge PNP | 0,170 | 0,075 |25 (Vch) 95 TO1 2 N 402 2 N 612
2 SB 23 Ge PNP | 0,040 | 0,010 |15 (Vch) TO1 2 N 1787 2 N 1754
2 SB 24 Ge PNP | 0,040 | 0,010 |15(Vch) RO69 2 N 1787 2 N 1754
2 SB 25 Ge PNP | 20 1,5 60 250 34 115 T03 2 N 296 Pffi’SU 55
2 SB 26 Ge PNP | 20 1.5 32 250 34 115 T03 2 N 301 ;lcN“m3U1 A
2SB 26 A Ge PNP | 20 3 45 34 115 T03 2 N 1359 2 N 1360
2 8B 27 Ge PNP 0,500 |15 7 18 46 T03 AC 188-01 2 N 2826
2 SB 28 Ge PNP 0,500 (15 7 35 96 T03 AC 188-01 2 N 2826
2 SB 29 Ge PNP 0,500 (15 7 72 186 T03 AC 188-01 2 N 2826
2 SB 30 Ge PNP 0,500 |[15(Vcb)| 7 68 T03 AC 188-01 2 N 2826
2 SB 31 Ge PNP 0,500 |15 (Veb)| 7 115 T03 AC 188-01 2 N 2826
2 SB 32 Ge PNP_| 0,150 | 0,050 j20(Vcb)| 0,800 40 T01 SK 3003 2N 520 A




«Ge — Germanium
« Si = Silicium

o Pc — Puissance collecteur max.

= |¢ — Courant collecteur max.

= Vce max — Tension collecteur émetteur max.
= Fmax — Fréquence max.

TRANSISTORS

:: E B . Vee E Gain Type Equivalences
TYPE u : max. max. de
v i wl (A La plus
. ; m (MHz] min. max. hoitier — Approximative
" 25B33 Ge PNP| 0,150 0,050 | 20 (Veb)| 1 80 T01 SK 3003 2 SB 364
2 SB 34 Ge PNP| 0,250( 0,150 | 20 (Vcb)| 0,800 85 T07 2 N 1370 2 N 1374
2 SB 37 Ge PNP| 0,150{ 0,050 | 20 1 80 T01 SK 3003 2N 520 A
2 SB 38 Ge PNP| 0,250| 0,150 | 20 0,800 85 107 2 N 1370 2 N 1374
2 SB 39 Ge PNP| 0,050| 0,002 | 10 (Veb)| 0,850 65 T01 2 N 486 2 N 485
2 SB 40 Ge PNP | 0,080 0,100 |30 1 100 | TO1 2 N 2614 2 N602A
i 2 SB 41 Ge PNP | 44 1.2 ' |32 0,005 | 35 160 | TO3 2 N 257 2N 301A
2B 42 Ge PNP | 44 1,2 |50 0,005| 35 160 | T03 2N 257 G 2 N 296
2 SB 43a) Ge PNP 0,050 | 25 (Veb)| 1 70 T01 2 N 3284 AC 151
2SB43A Ge PNP | 0,150| 0,150 |45 1 70 T01 MA 891 MA 892
2 SB 44 Ge PNP | 0,080 0,050 |[30(Veb)] 1 110 | TO1 2 N 367 SK 3006
2 SB 46 Ge PNP | 0,080| 0,050 |25 1 175 | T01 2 N 3283 2 N 3284
2 SB 47 Ge PNP | 0,080| 0,050 |25(Veb)| 1 140 | TO1 2 N 3283 2 N 3284
2 SB 48 Ge PNP | 0,140 0,100 |16(Veb)] 2,5 42 105 2 N 1145 2 N 1144
2 SB 49 Ge PNP | 0,140| 0,100 |16(Vch)| 3 83 105 2 N 1098 2 N 1097
2 SB 50 Ge PNP | 0,140| 0,100 |16 (Veb)| 3,5 131 | T05 2 N 1144 2 N 1097
2 SB 51 Ge PNP | 0,200 0,200 [30(Vcb)| 2 43 T05 2 N 1145 2 N 1144
2 SB 52 Ge PNP | 0,200 0,200 [30(Vch)| 3 83 T05 2 N 1707 AC 182
2 SB 53 Ge PNP | 0,200 0,250 [30(Veh)| 3 73 TO5 | 2 N 1707 AC 182
2 SB 54 Ge PNP [ 0,150 [ 0,150 (20 1 140 | TO1 2 N 827 2 N 1361
2 SB 55 Ge PNP [ 0,150 | 0,150 |60 1 80 T01 2 N.2190 2 N 1408
2 SB 56 Ge PNP | 0,150 | 0,150 |25 1 80 T01 2 SB 136 AC 151 R
2 8B 56 A Ge PNP | 0,150 | 0,150 |45 1 80 T01 2 N 1285 ASZ 20
2 SB 57 Ge PNP | 0,100 | 0,100 |30 (Vch)| 1 65 R55 2 SB 135 AFY 16
2 SB 59 Ge PNP | 0,150 | 0,100 |20 1 70 T01 2 N 1361 2 N 827
2 SB 60 Ge PNP | 0,150 | 0,050 [20(Vch)| 1 65 T01 2 N 3400 2N741A
2 SB 60 A Ge PNP | 0,150 | 0,050 |20 1 70 T01 2 N 1361 2 N 827
2 SB 61 Ge PNP | 0,150 | 0,050 |30 (Veb)| 1 85 T01 2 SB 135 AFY 16
2 SB 62 Ge PNP | 4 0,500 |60 0,200 | 30 125 | MD10| AUY 10
2 SB 63 Ge PNP | 4 0,500 |32 0,200 | 30 125 | MD10| 2 SB 180 AC 128 K
2 SB 64 Ge PNP | 25 6 100 1 30 165 | T03 _BD 540 C 2 SB 342
2 SB 65 Ge PNP | 0,150 | 0,100 (20 1 65 101 2 N 1361 2 N 827
2 SB 66 Ge PNP | 0,150 | 0,070 [30 (Veb)| 1.5 70 101 2 SB 135 AFY 16




®P¢ — Puissance collecteur max. sfe — Germanium

e|c — Courant collecteur max. «Si = Silicium TR A N s ,s TO R s

®\ce max — Tension collecteur émetteur max.
®Fmax — Fréguence max.

:I ; Vee E Gain = Equivalences
TYPE ; f . v max. max. de
‘ i (W) (Al La plus
» ; )] [(MHz] min. max. boitier o Approximative
2 SB 67 Ge PNP | 0,350 0,150 |55(Veb)| 1 45 | T01| 2SB67A ACY 18
2 SB 67 A Ge PNP | 0,350| 0,150 |60(veb)| 1 45 101 2 SB 67 - AEY T
2 SB 67 AH|  Ge PNP | 0,200 0,030 |30 BF 50 T07 2SB67H 2N 2207
2SB6TH Ge PNP | 0,200 0,030 |30 BF 50 T07 2SB67AH | 2N 2207
2 SB 68 Ge PNP | 0,050 0,100 |105(Veb] 0,500 60 TOS [ . 28Bi21 - 2N 1670
2 SB 69 Ge PNP | 25 6 60 1 30 65| 103 aAuves | 2N1e66
2SB 73 Ge PNP | 0,020| 0,002 (10 (Vch) BF 80 T01 2 SB 302 . 2N220
2 SB 74 Ge PNP | 0,080 0,015 |16(Vch)| BF 48 TO1 | 2N219 2N 583
2 SB 75 Ge PNP | 0,150 | 0,100 |25 2 55 | T01| 2N4osan 2N 1404
2SB75A | Ge | PNP| 0,150 0,100 |45 2 55 | 101 2N1a71 2N 1375
2SB75AH| Ge | PNP | 0,150 0,100 (45 12 55 | 101 | 2N13711 | 2N1375
2SB75H Ge PNP | 0,150 | 0,100 [30(ven)| 1,2 55 [ T01 [ 2NS565 .acs
2 SB 76 Ge PNP [ 0,150 | 0,070 [12(Veb)| BF 55 01 | 2N 1346 : 2N1301
2 SB 77 Ge PNP | 0,150 | 0,100 |25 2 70 [ To1| 2N404A 2N 1404
2SBT77A Ge PNP | 0,150 | 0,100 |45 2 70 TO1 | ZN1an 2N 1:_375
2SB77AH|  Ge PN | 0,150 | 0,100 |30 1,5 70 | TO1 AC®2S. . | AC12B
2 SB 77 H Ge | PNP | 0,150 0,100 |30 15 70 | 101 | AC125 T AC126
2SB78 Ge PNP | 0,150 | 0,070 [12(veb)| BF 70 | To1 | 2N1346 | 2N1301 :
2 5B 80 Ge | PNP | 4 1 [25(Ven)| BF 60 | T03 | 28B 367 AD 152
2 SB 81 Ge PNP | 2 0,500 |60 BF 60 | 103 | 2sB82 | BD138
2 SB 82 Ge | PNP | 2 0,500 |60 BF 65 | 103 | 2SB81 | BD138
2 SB 83 Ge PN | 12 | 3 40 (veb)[ BF T03 | 2N2063 | 2N 2060
2 SB 84 Ge PNP | 12 3 60 (Vch)|  BF T03 | _ﬁkﬁ-“anza 1532 A _
2 SB 89 Ge PNP | 0,250 | 0,150 |25 BF 55 T07 2N 1274 2N 1370
2SB89 A Ge PNP | 0,250 | 0,150 [45(Veh)| BF 65 | Rz7 | 2N13T1 | 2N1373
2 SB 89 AH|  Ge PNP | 0,250 | 0,150 |45 1,5 60 | TO7 2N1375 | 2N1376
2SB89 H Ge PNP | 0,250 [ 0,150 |30 1,5 60 | TO7 | 2SB377T 2 N 2706
2 SB 90 Ge PNP | 0,040 | 0,005 [18(veb)| BF T024 | 2 SA 285 25A322
2 SB 91 Ge PNP | 0,040 | 0,030 [18(Veb)| BF 70 | T0O24| 2N 1742 AF106
2 SB 94 Ge PNP | 0,150 | 0,050 |[25(Veb)| BF 80 | TO9 | 2N 1004 2N 2428
2 SB 97 Ge PNP | 0,040 | 0,005 [18(Veh)| 1 70 | T024| 25A285 L2SK322
2 SB 98 Ge | PNP | 0,125 | 0,050 [30(ven)| 1.5 120 [to5 | oc7o | oem
_2.5B 100 Ge PNP | 0,100 | 0,050 (30(Veb)| 1,2 60 | TO5 | 2N3283 2N 367




e Pc = Puissance gollecteur max.

= Ic — Courant collecteur max.

« Vce max — Tension collecteur émetteur max.
e Fmax = Fréquence max.

» e — Germanium

o SI = Silicium

TRANSISTORS

: ; Vee E Gain Type Equivalences
TYPE : E " ‘ manx. max. de
. i (W) (A La plus ]
8 : wi (MHz) min. max. boitier st Approximative
2SB101 |  Ge PNP | 0,125 0,050 |30 (Veb)| 1,2 60 | T05 | pap .
28B107 Ge PNP | 10 2 30 (Veb)| 0,5 20 | 120 | TO8 SK3082 | SK3086
2 :s_“afrioj{_‘g Ge PNP | 10 2 60(Veh)| 0,400 20 | 120 | TO3 | 2N1084 | 2N 2881
28B 110 Ge PNP | 0,100| 0,050 |25(Vch)| 1 30 TO1 } 2881156 28B 111
28B 111 Ge PNP | 0,100 0,050 |25(Veb)| 1 45 TO1 | 2SB115 | 2B o
288112 | Ge | PNP| 0,100| 0,050 |25(Veb)| 1 60 T01 | 288115 | 2SB17
288113 Ge PNP | 0,100 0,050 |25 (Veb)| 1 80 T01 | 288115 | 2SB117
288115 | Ge | PNP| 0,100| 0,050 [25(Vob)| 1.5 85 | 101 | 2N2273 | 2Ns58z
"2SB116 | Ge | PNP| 0,100| 0,050 |25(Veb)| 1,5 110 | T01 | 25A538 BT e
"2SB117 | Ge | PNP| 0,100| 0,050 |25(Veb)| 15 10 | T01 | 2SB486 | 2N3i2r
288120 | Ge | PNP| 0,125| 0,020 [32(Veb)| 0,700 70 | T01 | 2SB66H | AFY 16
2SB121 | Ge | PNP| 0,050 0100 |25(Vec)| 0,500 60 | 101 | 2SB68 | 2N308
"2SB122 | Ge | PNP| 20 | 15 |80(Veb)| BF B0 | 108 [0 - T aNee
zsn 124 |  Ge PNP | 40 15 60 BF 70 ms1 | 2N14 ] 2N178
2B 125-:’:: Ge PNP | 40 15 (36 BF 0 [ mMs | ;§£]m3a_ﬁﬂ
2 SB. 126-" Ge PNP 35 |16 BF 15 | 50 | TO3 2 ‘s\"B 127 i _an 330
2 SB 126A| Ge PNP | 30 35 |60(Ve)| 0,006 15 | 50 | 103 | 28B 127 T 2N 1501
28B127 |  Ge PNP 35 [16 BF 26 | 100 | T03 | 25B126 ".\2\;4_;2553\
"2SB127A| Ge | PNP| 30 | 35 |60(Veb)| 0,006 34 | 100 [ T03 | 28B126A | 2N1501
 28B128 Ge PNP 6 40 B 16 | 36 To3 | 258129 | 2N 1667
2SB128A|  Ge PNP 6 60 BF 16 | 36 | T03 [ 2N1669 2N 1906
| 28B129 | Ge PNP 6 40 BF 30 | 80 T03 | 28B128 2N 1668
25B130 |  Ge PNP 15 |16 20 - oNzoe | o0C1
25B131 | Ge | PNP | 65 | 1,5 |32 0005 35 | 160 | 103 | 2SB41 | AD139
2SB131A|  Ge PNP | 65 8 32 0005 40 [ 160 | TO3 [ 2N251A | MP 2061
2SB132 | Ge PNP | 65 1,5 |50 o005 35 [ w60 | TO3 | . 2N 1172
2SB132A| Ge PNP | 65 8 50 0,005| 40 | 160 | TO3 2N2292 | MP2062
258134 | Ge | PNp | 0,100 | 0,050 [30 0,800 70 | T101 | 288135 AC151V
288135 | Ge | PNP | 0,100 | 0,050 |30 0,800 70 | 101 | 238138 AC 151 V
2SB136 | Ge PNP | 0,150 | 0,150 |25 0,800 120 | To1 | 2N1408 | acist v
 2SA136A|  Ge PNP | 0,150 | 0,300 (40 0,800 120 | TO1 2N404A |  HEP 636
2SB137 | Ge PNP | 30 5 25 0400 | 30 | 250 | TO3 | 2N1529A | MP 1545
sB138 | e PNP | 30 5 35 o400 30 | 250 | 703 2N1538A | 2N297A




= Pc = Puissance collecteur max.

@ lc — Courant collecteur max.

= Vce max — Tension collecteur émetteur max.

= Fmax = Fréguence max.

» e — Germanium

= 3i = Silicium

TRANSISTORS

'a: ::: ; ) Vee F Gain Tioe Equivalences
TYPE - : max. max. de

< i Wi (A La plus

. ; wl (MHz) min. man. boitier stuesibia Approximative
25B138A| Ge | PnP| 30 | 5 |40 0400 30 | 250 | 03 | D166 | 2N 15304
2SB138B| Ge PNP [ 30 5 60 0,400 30 | 250 | TO3 2 N 1531 A AD 167
2 SB 140 Ge | PNP| 35 | 15 |40 0007| 62 | 89 |To3 | BOSe2 | 2N3205
2 SB 141 Ge PNP | 35 1,5 60 0,007 | 62 89 703 _2;5\-3"-1.47 i .z;u;._h-.'f?“a*- .
2 SB 142 Ge PNP [ 10 1 30 0,007 | 12 31 T03 28B 143 BD 508
2 SB 143 ge | P | 10 | 1 [a0 0007 | 23 [ 5o [7103 | 2sB1a4 | ‘m0s08
2 SB 144 Ge | PP | 10 | 1 30 0007| 45 | 119 [ 703 | 288145 | BDS508
2 SB 145 Ge | PNP| 10 | 1 30 (Veb) | 7 37 T03 | 2SB146 | BD 508
2 SB 146 Ge PNP | 10 1 30 (veb)[ 7 75 T03 2 SB 145 8D 508
2 SB 147 Ge PNP [ 35 1,5 |60 0007 28 | 119 | T03 | 2SB141 _\
2 SB 148 Ge PNP | 40 15 |80 (veb)| BF 70 MS1 o 2N 1120
2 SB 149 Ge | PNP| 25 | 8 20 0250 60 | 115 [ 103 | 2 N 627
2 SB 150 Ge PNP | 0,050 | 0,040 |40 0,500 35 T01 | TRM 34 2 N 506
2 $B 151 Ge PNP | 50 5 60 0,005| 30 | 75 | T03 | 2N457 AD 138/50
2 SB 152 Ge | PNP| 50 | 5 80 0005| 30 | 75 [7T03 | 2N4s8 | 2N379
2 SB 155 Ge | PNP| 0,150 0,300 [16(ven)| BF 30 | T01 | AC121v | 403%6/P
2 SB 156 Ge PNP | 0,150 | 0,300 |16 (veb)| BF 45 | T01 | Act121iv | 403%6/P
2 SB 156 A Ge PNP | 0,150 | 0,300 |20(veh)| BF 45 01 | AC121 IV AC 121 IV
2 SB 167 Ge PNP | 0,200 | 0,500 |20 1,2 80 T01 | AC121V AC 121 IV
2 SB 168 Ge PNP | 0,150 | 0,100 [9(Veh) | 0,800 60 | To1 | 2N 983 2N984
2 SB 169 Ge PNP | 0,150 | 0,100 [oven) | 1 85 | T01 | 2N0983 2N984
2 SB 170 Ge pe | 0,125 | 0,010 [30(ver)| 0,300 30 |[T01 | 28Bim AC 151 IV
2 SB 171 Ge PNP | 0,125 | 0,010 [30(veh)| 05 50 [T101 | 288170 | AC 151 W
2 SB 172 Ge | PNP | 0,125 | 0,125 [32(ven)| 1 50 |T01 | Acwsiv | acsiv
2 58 173 Ge | PNP | 0,125 | 0,010 |20(veh)| 0,500 s0 | To1 | Act2iw | Aci21v
2 SB 175 Ge PNP 0,010 [30(veb)| 0,600 9 | T01 | AC151WI AC 122
2 SB 176 Ge PNP | 0,125 | 0,125 [32(Veb)|{ 100 100 T01 |8 "_Ac 1"5‘1"\_#\ AC 131 .
2 S8 177 Ge PNP | 0,125 | 0,125 |60(veb)| 0.9 65 | T01 | o0e71 2 N 1408
2 SB 178 Ge PNP | 0,225 | 0,300 |20 (veh) 65 | R4z | AC121V AC 152 IV
2 SB 178 A Ge PNP | 0,225 | 0,300 |40 (Vch) 65 Ra3 | 2N 1125 2N 1128
2 SB 180 Ge PNP | 55 | 0,500 |30 BF 20 | 150 | T08 2 SB 466 258181
2 8B 180 A Ge PNP | 5.5 0,500 |40 BF 20 150 | TO8 -2 SB 467  2SB181A
2 5B 181 Ge PNP | 12 0,500 [30 0,013] 35 708 2 SB 466 2 SB 63




Pe = Puissance collecteur max.

-
“lc — Courant collecteur max.
-
L ]

Vee max — Tension collecteur émetteur max.

Fmax — Fréquence max.

“Ge — Germanium

“Si = Silicium

TRANSISTORS

:l E E : Vee £ Gain Type Equivalences
TYPE ! : o o | o
= i wil (A La plus
: : vl [MHz) min. max. boitier Sianidie Approximative
2SB181A| Ge PNP | 12 0,500 |40 0,013 25 | 150 | To8 2 SB 467 2 S8 180 A
2 SB 183 Ge PNP | 0,050 | 0,020 [12(Veb) | BF TO81 | 2B 184 2 N 1785
2 SB 184 Ge PNP | 0,050 | 0,020 [12(Vcb) | BF TO81 | 2 SB 183 2N 1786
2 B 185 Ge PNP | 0,150 | 0,050 [25(vcb) | BF 45 | TO1 2 N 1094 2 N 2428
2 $B 186 Ge PNP | 0,150 | 0,050 [25(Vch) | BF 170 | T01 2 N 1094 2 N 2428
2 8B 187 Ge PNP | 0,150 | 0,050 [25(veb) | BF 100 | TO1 2 N 1094 2 N 2428
2 SB 188 Ge PNP | 0,150 | 0,050 [25(vcb) | BF T01 2 N 1094 2 N 2428
2 SB 189 Ge PNP | 0,250 [ 0,250 [25(veb) [ 1 70 | X5 AC 151V AC 117
2 §B 199 Ge PNP | 0,250 | 0,300 [12(veb) | 0,800 90 | T07 2 N 1378 2 N 1273
2SB2000| Ge PNP | 0,250 | 0,400 |32 0,500 | 30 [ 150 | R0 ACY 17 AC 124
2SB200A: Ge PNP | 0,250 | 0,400 [45 0500 | 30 [ 150 | R10 ACY 39 AC 153 V
2 SB 201 Ge PNP | 0,300 | 0,400 [35 0,500 60 | TO5 2N 1125 2N 2374
288202 Ge PNP | 16 30 |75 BF 100 | T03 2 SB 206
258202 | Ge PNP | 0,225 | 0,400 [32(veh) | BF 140 | T09 AC Y 17 AC 124
2 SB 203 Ge PNP | 80 20 [40(veb) | BF 20 [ 40 | F0 2 SB 209 2N 514
2 SB 204 Ge PNP | 80 30  |40(veb) [ BF 50 | 100 | F10 2 SB 210 2N 514
%:g;;sq 205 Ge PNP | 80 20 [80(Veh) [ BF 20 | a0 | Fo 2 SB 211 2 SB 430
2 SB 206 Ge PNP | 80 30 [80(veb) | BF 50 | 100 | F10 2 SB 212 2N 5148
2 SB 207 Ge PNP | 80 20  [100(veb) BF 20 | a0 | F0 2 SB 213 2 N 2691
2SB20TA| Ge PNP | 80 20 140 (Veb]  BF 20 | 40 | F10 2 SB 213 A 2 N 2834
5?23‘55 208 Ge PNP | 80 30 100 (Veby BF 50 | 100 | F106 | 2SB 214 2 N 1166
2SB208A| Ge PNP | 80 30 [140(veb| BF 50 | 100 | F10 2SB 214 A
2 SB 209 Ge PNP | 80 20  [40(veb)| 00025 20 | 40 | F10 2 SB 203 2N 514
2 SB 210 Ge PNP | 80 30 Jao(veb) | o0.0025] 50 | 100 | F10 2 SB 204 2 N 514
288 211 Ge PNP | 80 20  [80(Veb)| 0,0025| 20 | 40 | F10 2 SB 205 2 SB 430
2 SB 212 Ge PNP 80 30 lan (Veh) 0,0025| 50 100 F10 2 SB 206 2N514 B
2 SB 213 Ge PNP | 80 20 [100(veb] 00025 20 | 40 | F10 2 SB 207 2 N 2691
2SB213A| Ge PNP | 80 20  [140(veb] 0.0025| 20 | 40 | F10 2 SB 207 A 2 N 2834
2SB 214 Ge PNP | 80 30 100 (Veb] 0,0025| 50 | 100 | F10 2 SB 208 2 N 1166
2SB214A|  Ge PNP | 80 30  [140(veb] 0,0025| 50 | 100 | F1o 2 SB 208 A
2 SB 215 Ge PNP 3 100 (Veb] BF 20 | 200 | 703 2 N 2283 AD 163
2 SB 216 Ge PNP 1,5 |60 (Veb) BF 25 200 T03 2N301A AD 131
2 8B 217 Ge PNP 15  [o(veb)| BF 25 | 200 | 703 2 N 2062 AD 150




= Pc — Puissance collecteur max.

=|c — Courant collecteur max.

»\Vce max — Tension collecteur émetteur max.
»Fmax — Fréquence max.

«fe — Germanium
= Si = Silicium

TRANSISTORS

:i lllp Vi : Gain Type Equivalences
TYPE : : : ¢ max. max. de
. ’ i Wl [A) La plus
H : m [MHz) min. max. hoitier . Approximative

2SB218 | Ge PNP | 0,225| 0,500 (40 2 50 [T05 | 2N1924 | 2N1925
zisa{'zzu . Ge PNP | 0,225 0,200 |25 1,5 50 105 ;~'::=.Ac:::i§4.\ o 2N1447 :
253221 . | Ge PNP 0,225 | 0,200 |25 2 72 TO5 | AC 184 i i 2NwaE
2SB222 | Ge | PNP | 0,225| 0,200 |25 25 97 |10 | AC188 | 2N1IT5A
2SB223 | Ge | PNP | 0,225| 0,200 |25 3 150 | 105 | AC184 | 2N3az7
2B 225.5-;‘ Ge PNP | 0,225 | 0,500 [30 2,5 55 |T105 | 2N525A | ACY18
25V226 | Ge | PNP | 0,225| 0,500 (30 3 73 |05 | 2N526A | ACYi7
288227 | Ge | PNP | 0,225| 0,500 |30 33 o1 [T05 | 2N 52% A'f i
258228 | Ge | PNP | 12 | 5 |3 BF T03 | 40022 | 2N 3215
288229 | Ge | PNP| 72 [ 5[40 BF T03 | 2N3214 -\_-" 050
288230 | Ge | PNP | 12 |5 50 BF T03 | i‘r‘:SK 3014 sx :3015__
258231 | Ge | PNP | 25 | 6  [120(Veb| BF 50 (703 | 2SB342 | 2N1073B
258234 | Ge | PNP 1,5  |180(Vch| BF 15 T03 | RCATE 03 . 2%pE
2 5B 235 §9_ Ge PNP | 60 15 80 0,200 | 25 | 200 [7T036 ( 2N1358 | 2N3147
25B23650] Ge PNP | 60 15 |60 0200 | 25 | 200 |[T036 | 2SB354 | 2N1538A
25B2375c] Ge | PNP | 60 | 15 |3 0200 | 25 | 200 |70 | 25832 | 2N1559
2SB230 | Ge | PNP | 18 | 1 a5 0500 | 30 | 90 | 708 EE,.EZT msa E |
2SB239A| Ge PNP | 13 1 50 0500 ( 30 |9 [TOB | 2N71658/13 |
25B240 | Ge | PNP | 13 |1 [30 0500 | 30 |9 [7T08 | 2N2835 | 2N141/13
258 240 A Ge PNP | 13 1 40 0500 [ 30 [90 |[T08 | 2N 1559{13‘;‘ TP . -
258 241 | Ge PNP [ 13 1 45 0,500 | 30 | 90 T08 | BB 227 -'-'BD 166'
28B 241_};_ Ge PNP | 13 1 50 0,500 [ 30 [ 90 T08 2 u 1&53/13\ L
2SB242 | Ge PNP | 13 1 20 0,500 | 20 | 60 To8 [ “1'2"Nj,4:'l']?3\55‘:5
258 g_,_;jzah* Ge PNP | 13 1 30 0500 | 20 |60 [TO8 | 2N z§'3$ ik 2l _1-41},‘1__:;
Ge PNP | 13 1 20 0500 | 40 |15 |To8 | | 2N4078

Ge | PNP | 13 |1 30 0500 | 40 [150 [T08 | 2N2835 2 N 141/13\'
2SB245 | Ge PNP | 13 1 40 0,500 | 40 | 150 | TO8 2 N 1659/13 ' 3530 .
2-35“2"47*}_: Ge PNP | 54 5 35 0,350 | 40 80 T03 :'._:_Qz Wﬂmsm _2 N 1541 A
258248 | Ge PNP | 54 5 25 0350 | 40 |80 |T03 | 2N1540A [ 2 N1539A
25B248A|  Ge PNP | 54 5 35 0350 | 40 |80 [T03 | %5:;12 | 2N1541 k;\:'
258249 | G PNP | 54 5 40 0350 | 40 |80 |T03 | 2N6312 | 2 N 1541 A
2B 250 Ge PNP | 54 5 20 0,350 | 20 |60 |TO3 | 2N1534 | 2N1539A




= PFC = Puissance gollecteur max.

® lc — Courant collecteur max.

® Vce max — Tension collecteur émetteur max.

® Fmax — Fréguence max.

= Ge — Germanium

e §i — Silicium

TRANSISTOR

:I ?P . . Vee . Bain fape Equivalences )
TYPE . : max. | max. de ;

. i W) w . ik s !

8 ; w (MHz) min, max. boitier bl Approximativd
2SB250A|  Ge PNP | 54 5 40 0350 | 20 |60 |T03 | 2N3183 | 2N1585
2 SB 251 Ge PNP | 54 5 20 0350 | 40 | 150 |T03 | 2 N 1539 A ;='\;:~‘é9h==1-5u-n"~
2SB251A| Ge PNP | 54 5 a0 0,350 | 40 | 150 |T03 | 2N 2N6312 | 2ZN1541A
258 252 Ge | PNP| 54 | 5 |50 0350 | 20 |60 [To3 | 2N TR 2 N1542R
2SB252A| Ge | PNP| 54 | 5 |80 0350 | 20 |60 |T03 | gﬁgw 3185 TaNR
2 SB 253 Ge PNP | 54 5 50 0,350 | 40 | 150 | TO3 | ﬁ;& 5313 f;‘,z_n 1542 A ;
2SB253A| Ge PNP | 54 5 80 0350 [ 40 | 150 [T03 | 2N 6314 2 N1532
2B o Ge | PNP 0,600 [35(Veb)| BF | 50 | 250 | MD10 '3"’?'33’6\3'3: T 2SB180
2 SB 255 Ge PNP 0,600 |35 (Vch) 30 | 120 |mpi0| 2SB 63‘ 2 sawu;

(ZSB256 | Ge | PNP 0,600 (35 (Vch) 30 |20 | Wbio| 2SBE3 TZSETE0
2 SB 257 Ge PNP | 0,060 | 0,005 |18(Vch)| 5 125 | 101 | \-:"‘AF‘( 7 z NTTa3
2 SB 258 Ge | PNP| B0 [ 15 |115 1500 | 38 | 280 | 1036 | 2N5155 |
2 5B 259 Ge | PNP [ 60 |15 |75 1500 | 25 | 120 | 7036 | 2N1358 | 2N3i4l
2 SB 260 Ge PNP | 60 15 |45 1500 | 25 | 120 | 1036 | JAN2 ﬂqaﬁa_ N 1560
2 SB 261 Ge PNP | 0,065 | 0,030 |15 2,500 45 |R18 | OCA5N
2 SB 262 Ge | PNP | 0,065 | 0,030 |15 3 9 |Ri8 | 0C42N | OC45N
2 5B 263 Ge | PNP | 0,200 | 0,150 |18 1,500 60 | To1 | AFi24a | AFd
2 SB 264 Ge PNP | 0,070 | 0,050 (25 (Veb)| 1 65 | 101 | i3 sz?s 996
-2 SB 265 Ge PNP | 0,170 | 0,100 |[30 1,300 100 | 105 zu 633 T AC128
2 SB 266 Ge PNP | 0,150 | 0,150 |25 (Veb)| 1.300 67 | T01 | 2Naos | AsY2l
2 SB 267 Ge PNP | 0,150 | 0,150 |25(Veb)| 1.300 70 |01 | N4 | Asver |
2 B 269 Ge PNP | 0,150 [ 0,150 |25(Vcb)| 1,300 67 | T01 | 2N 404“”‘ ;ASY T
2 SB 271 Ge PNP | 0,600 25 (Veb) [ BF 80 | TO1 '_j‘;,m’s sﬁszi*' 1 ﬁ'ﬁﬁ 6563
2 §SB 272 Ge PNP | 0,600 25(Vech)| BF 200 TO1 g&\:ﬂ 45 B sg“giﬁ A
2 8B 273 Ge PNP | 0,600 25 (Veb) [ BF 150 [ 101 | BSV4sB | BSV4sA
2 SB 274 Ge PNP | 12 6 40 BF 50 T03 | AL113 ] N 1505
2 SB 275 Ge PNP | 12 6 105 BF a0 |T03 | 2sBe4 | ;49372
2 SB 276 Ge PNP | 50 10 |05 BF 35 | 103 | 2N1430 f?;z.w 1n1g"-1;;: _-
2 SB 282 Ge PNP | 30 6 60 0250 | 15 | a0 | T03 | 2Nt1e66 | ASZ1S
2 SB 283 Ge PNP | 30 6 48 0,250| 35 |8 | 7T03 | 2SB3% | ‘gszqﬁ_*’

2 SB 284 Ge PNP | 30 6 48 0250 | 20 | 45 | T03 | 2sB391 | ASZ17T
2 SB 285 Ge PNP | 30 6 60 0,250 | 20 65 103 | 2N1565 Ty 18
2 SB 290 Ge | PNP | 0,065 [ 0,040 [18(Veb)| 5 126 [ 105 | aAciz2 | 2nzie8




e Pc — Puissance collecteur max. o Ge — Germanium

-1 = Courant collcteu . S I TRANSISTORS

e Vce max — Tension collecteur émetteur max.
® Fmax = Fréquence max.

: ’o: Vee . Gain Type Equivalences
TYPE : g " ¢ max. max. de
2 i wl ()] La plus
pd : m [MHz) min. max. boitier IS Approximative
2 SB 291 Ge PNP | 0,150 | 0,150 |25 1 100 T05 AC 151 ASY 26
2 SB 292 Ge PNP | 0,150 | 0,150 |25 1 80 T05 AC 151 ASY 26
2SB292A Ge PNP | 0,150 | 0,150 |60 1 80 TO5 2N284A oc 77
2 SB 293 Ge PNP | 0,150 | 0,250 [13 1,200 70 T01 2 Ni’-iUST 2 N 1098
2 SB 294 Ge PNP | 0,150 | 0,250 |13 1,200 36 T01 2 N 1007 2 N 1098
2 SB 295 Ge PNP | 40 5 65 0,045 | 30 120 T03 2 N 1014 2 N 457
2 SB 296 Ge PNP | 35 10 130 (Veb) 1,500 50 T03 2N 1046 A 2N 1046 B
"2 5B 299 Ge PNP | 0,150 1,300 65 [ TO1 SK 3003 AC 151
2 SB 300 Ge PNP | 35 10 100 BF 30 200 T03 2N 143F_W
2 SB 301 Ge PNP | 35 10 60 BF 30 200 T03 2 N'Z869 ZNZBU
2 SB 302 Ge PNP 0,040 | 0,002 [10(Veh) | 12 80 101 . 35'215 2N 220
2 SB 303 Ge PNP | 0,050 | 0,020 [30(Vch) TO1 2 N 1867 2 N 591
2 SB 304 Ge PNP | 0,225 | 0,500 (20 1 70 T05 AC 184 2 N 599
2 SB 304 A Ge PNP 0,225 | 0,500 |30 1 70 T0S -AC 184 ZN524 A
2 SB 306 Ge PNP | 0,075 | 0,020 (105 (Vchy 0,800 50 T05 2 N 1670 2N 398 A
2 SB 309 Ge PNP | 43 8 75 (Veb) | 0,017 | 30 125 T03 Pﬂg;{’ 78 Eﬁgi 94
2 SB 310 Ge PNP | 43 8 140 (Veb)} 0,017 | 30 125 T03 ]'J:“ﬁ'lg Ey?ﬁ!&!ﬂ
2 SB 311 Ge PNP | 50 10 180 (Veb)| 0,017 | 30 125 T03 &527 ;II'IFMSZS
2 SB 318 Ge PNP | 50 5 40 2 40 200 T03 sﬂﬂﬁmﬂﬂ BD 540
2 SB 319 Ge PNP | 50 5 60 3 40 200 T03 &5513 PuB"f’w A
2 SB 320 Ge PNP 50 10 60 2 40 200 T03 2 N 5737 Eﬁglzﬂﬁ
2 SB 321 Ge PNP | 0,040 | 0,050 [12(Vcb)| 6 100 R68 2 N 1752 2 N 501
2 SB 322 Ge PNP | 0,040 | 0,050 [12(Vcb)| 6 50 R68 2 N 1752 2 N 501
2 SB 323 Ge PNP 0,040 | 0,050 [12(Vch)| 6 100 R68 2N 1752 2 N 501
2 SB 324 Ge PNP | 0,200 | 0,500 [32(Vcb)| 1,500 90 T01 2 N 1316 2N 1018
2 SB 325 Ge PNP [ 1,8 0,600 [100 BF 20 250 R57 3&5556 mhlhlmf)ﬂl]?
2 SB 326 Ge PNP | 0,225 | 0,500 B0 (Veb)| 1 65 T05 AC 184 2N 599
2 SB 327 Ge PNP | 0,225 | 0,500 [30(Vcb)| 1 110 T05 AC 184 2N524 A
2 SB 328 Ge PNP | 0,150 | 0,300 [i15(Veb)| BF 80 T01 2N 1344 ASY 57 N
2 SB 329 Ge PNP | 0,150 | 0,300 [i5(Vcb) | BF 150 T01 2N 1344 ASY 57 N
2 SB 330 Ge PNP | 0,225 | 0,150 ‘110 (Veby BF 35 T05 ACY 39 2N 398 B
2 SB 3315¢c) Ge PNP | 80 15 h5 0,350 65 T036 2 N 1554 2N 1554 A
25B331H Ge PNP | 14 7 recom]. 8ns 0,350 | 20 T036 2 N 4048

5c¢) Commutation de puissance.



e Pc = Puissance gollecteur max.

=8 = Bermanium

SR R T et Wi o0 s TRANSISTORS
o Fmax = Fréquence max.
P
:l ‘: Vee - Gain Type Equivalences
TYPE : : . ¢ max. max. de
= i (wl (A La plus
s : vl [MHz] min. max. boitier . Approximative
2 SB 332 5¢ Ge PNP | 80 15 45 BF 65 T036 2 N 1555 2 N 1555 A
2SB332H Ge PNP 14 T. recowv. 8 ns 0,350 20 T036 2 N 4049
2 SB 333 5¢ Ge PNP | 80 15 35 BF 60 T036 2 N 1556 2 N 1556 A
2SB333H Ge PNP T. recowv. 8 ns 0,350 25 T036 2 N 4050
2 SB 334 5¢ Ge PNP | 80 15 60 BF 35 T036 2N 1358 A 2N 2210
2SB334H| Ge PNP T. recoup. 8 ns 0,350 25 T036 2 N 4051
2 SB 335 Ge PNP 0,083 | 0,060 (20 (Vch) 1 70 R18 0C 46 2 N 1517
2 SB 336 Ge PNP | 0,083 | 0,060 |20 (Vch) 1 80 R18 0cC 47 2 N 1517
2 SB 337 5¢ Ge PNP | 12 7 30 0,300 50 165 T03 2N 457 A HEP 623
2SB33TH| Ge PNP | 12 T. recoup. 8 ns 0,300 100 [ 103 2 N 637
2 SB 338 5¢ Ge PNP | 12 7 30 0,250f 50 F13 2N457 A HEP 624
25B 335 H Ge PNP | 12 T. recoul. 8 ns 0,300 100 T03 2 N 638
2 SB 339 5¢ Ge PNP | 12 10 35 0,250 35 F13 AD 143 2 SB 338
2SB 339 H Ge PNP | 12 T. recouy. 8 ns 300 45 T03 2SB 340 H 2SB341H
2 SB 340 5¢ Ge PNP | 12 10 40 0,250 35 F13 2 N 1073 SK 3009
2SB 340 H Ge PNP | 12 T. recouy. 8 ns 300 45 T03 2SB339H 2SB341H
2 SB 341 5¢c Ge PNP | 12 10 50 0,250 35 F13 2 N 2292 2 N 2295
2SB 341 H Ge PNP | 12 T. recou). 8 ns 300 45 T03 2SB339H 2SB 340 H
2 SB 342 Ge PNP | 30 6 120 1 25 250 T03 2 SB 231 2N 1073 B
2 SB 343 Ge PNP | 30 6 150 1 25 250 T03 2 N 5324
2 SB 345 Ge PNP | 0,165 [ 0,100 (32 (Vcb) 0,017 125 TO1 2 SB 346 oc 70
2 SB 346 Ge PNP | 0,165 | 0,100 |32 (Vch) 0,017 220 TO1 AFY 18 2 SB 345
2 SB 347 Ge PNP | 0,500 | 0,100 |32 (Vch) 0,017 125 TO1 2 SB 348 AC 122
2 SB 348 Ge PNP | 0,500 | 0,100 |32 (Vchb) 0,017 180 T01 2 SB 347 AC 122
2 SB 349 Ge PNP | 0,050 20 (Veb) BF 150 T01 AF 115 AF 116
2 SB 350 Ge PNP | 0,150 | 0,050 |25 BF 100 T01 2 SB 94 2N 1129
2 SB 351 Ge PNP | 70 15 30 0,004 30 150 T036 2 N 1558 2 N 1558 A
2 SB 352 Ge PNP | 70 15 40 0,004 30 150 T036 2 N 1559 2 N 1559 A
2 SB 353 Ge PNP | 70 15 50 0,004 30 150 T036 2 N 1560 2 N 1560 A
|2 SB 354 Ge PNP | 70 15 |60 0,004| 30 150 T036 2 N 1358 A 2 N 2612
2 SB 358 Ge PNP_| 50 10 80 BF 10 100 T03 2N 1073 A 2 N 6064
B 359 Ge PNP | 50 10 120 BF 10 100 T03 2N 1073 B 2 N 2290
0 Ge PNP_| 50 10 180 BF 10 100 T03 2 SB 411 2 N 5325

5¢) Commutation de puissance.




®Pc — Puissance collecteur max. ®fe — [ermanium

s-mw | TRANSISTORS

®\ce max — Tension collecteur émetteur max.
®Fmax — Frénquence max.

:‘ E N . Vee F Gain Tyne Equivalences
TYPE . - max. | max. do
r i 1)) ()] " st - X il La plus oosasioiivs
. : ’ . approchée
SB 361 Ge PNP | 12 5 40 0,050 | 90 F13
» | e | ene |12 7 40 0,050 | 90 F13
Ge PNP | 43 8 140 (Veb| BF 50 103
Ge PNP | 0,150-| 0,400 |20 1,2 60 | 150 | TO1
Ge PNP | 0,150 | 0,400 |20 1,2 35 | 90 T01
Ge PNP 4 1 25 0,500 45 170 TO66
Ge PNP | 4 1 25 0,500 | 50 | 80 T066
: Ge PNP | 4 1 45 0,500 | 45 170 | TO66
2SB36BH | Ge PNP | 4 1 35 0500 | 50 | 80 | TO66
0 | Ge PNP | 0,200 | 0,500 |25 BF 70 T01
A| Ge | PN | 0,200 |0500 |32 BF | 70 T01
Ge PNP | 0,200 | 0,500 |32 1,4 GH} 70 T01
i Ge | PNP | 0,165 | 0,200 |32(Veb)| 2 125 | 101
. Ge PNP | 1.5 1 25 BF 70 T05
8373 | Ge | PN |15 |1 25 BF 150 | 105
a8 | e | PNP |15 |1 60 BF 150 | 705
: Ge PNP | 30 9 150 i 25 | 250 | 103
: Ge PNP | 0,225 [0,300 |30 1 50 R43
: Ge PNP | 0,270 |o0,150 (30 14 134 [ 7105
] Ge PNP | 0,180 [0,150 |16 1.3 42 T05
Ge PNP | 0,270 [0,300 [23(Veb)[ 2,5 42
, Ge PNP | 0,270 | 0,500 |23 (Vecb)| 2.5 42
' Ge PNP | 0,180 [0,150 |16 1,5 84 T05
| Ge PNP | 0,270 [0,300 |[23(Veb)| 3 84
2SB 379 Ge PNP | 0,270 |0,500 |23(Veb)[ 3 84
2 8B Ge PNP | 0,180 |0,150 |16 1,7 168 | TOS
2SB3BOA | Ge PNP | 0,270 [0,300 |23 (Veb)] 3.5 168
SB 38 Ge | PNP | 0,270 |0,300 |30 13 42 | 105
,, Ge PNP | 0,270 |0,300 |30 1.5 84 105
Ge PNP | 0,270 |0,500 |30 3 84 | 7105
384 | Ge PNP | 0,080 (0,030 |15 BF 60 T01
: Ge PNP | 0,080 |0,030 (15 BF 50 T01
Ge PNP 0,150 |T.recouv] 2 000ns 1,5 80 TO1

5¢) Transistor de commutation.
c) Respectivement complémentaires avec 2 SD 104 et 2 SD 105. 89



e Pc — Puissance gollecteur max. e e = Germanium
: I:ce_m::“2n:&:lzll:::t:!::'wil:l::llr émetteur max. e rR A N s , s T o R s
e Fmax = Fréquence max.
’
N 0 Vee - Gain ; Equivalences
. : Pe Ie ”»
TYPE u r max. max. de
: : s - )] (MHz) min max boitier i Approximative
! : N apprachée
2 SB 387 Ge PNP | 0,030 | 0,020 [12(veh) | 4 55  |SOT-19 | 2 N 1122 2 N 1122-A
2 SB 389 Ge PNP | 0,080 | 0,010 [12(Vcb) | 8 55  |SOT-19| 2N 411 2N 412
2 SB 390 Ge | PNP | 30 |6 80 1 25 |250 (103 | 2N 11368 2 N 954
2 SB 391 Ge PNP | 30 6 50 1 25 |250 [T03 | 2N1905 | 2N 1906
2 SB 392 Ge | PNP | 0,200 | 0,200 [20(veb) | BF 75 |t05s | 0c78 "HEP 250
288393 | Ge PNP | 0,200 | 0,200 |[28(veb) | BF 38 |T0s | oc8IN | 2NG53
2 SB 394 Ge PNP | 0,200 | 0,200 [28(Vcb) | BF 75 [105 | 2N654 2N 1413
2 SB 305 Ge PNP | 0,200 | 0,200 [28(vch) | BF 150 [T05 | 2 N 655 AC 182
2 SB 396 Ge PNP | 0,150 | 0,200 [40(vch) [ BF 75 [T05 | 2NA4O4A 2 N 2955
2 SB 397 Ge PNP | 0,200 | 0,080 [48 (Vcb) | BF 45 (105 | 2N1954 | 2N 1356
2 SB 398 Ge PNP | 0,200 | 0,080 [110(Veb)| BF 45 [T05 | 2N2043 | 2N2043A
"2 SB 399 Ge PNP | 0,200 | 0,080 [110(Vcb)| BF 25 105 | 2N2043 | 2N2043A
2 5B 400 Ge PNP | 0,100 | 0,040 [20 (Vcb) [ 1 100 (101 | 2N2613 | 40359
288401 | Ge | PNP | 0.240 | 0,300 [32 0,300 50 105 | ZN206 | ZNTiZd
2 SB 402 Ge | PNP | 0,240 | 0,300 [60 0,300 60 [105 | 2N10s6 | 2N 1614
2 SB 403 Ge PNP | 0,240 [ 0,300 (32 0,700 50 (105 | 2N2706 | ZN1iz
2 SB 404 Ge | PNP | 0,100 | 0,100 [100 (Vcb) 100|105 | ZN1670 | ZN398A
"2 SB 405 Ge | PNP | 0,720 | 1 25 0,700 00 [T0T | 2SB458 | Z5BE%
2 SB 406 Ge PNP | 375 | 10 200 (Vcb)| BF 35 T03 | 46440 — | 2858
288407 | Ge | PNP | 30 |7 |30 0,350 | 80 T03 | 2SB4Z | ASZ16
2 SB 408 Ge PNP | 0,300 | 0,200 [25(Vcb)| BF 75 |T01 | 2N1562 | 2N 3883
2SB409 | Ge PNP | 0,150 | 0,050 [12(Vcb) | BF 80 |70 ;{z [ m K [N
2 SB 410 Ge PNP | 40 15 [135 2 60 08 |0 [ NG
2S8411 | Ge | PNP | 40 | 11 [200 35 60 T2 Sm 40440
2 SB 412 Ge | PNP | 40 | 11 [300 3 60 T03 | 40439 WP 3730 B
2 SB 413 Ge PNP | 125 | 1.5 |60 30 |150 |[F6 2 N 6406 TIS 141
2 SB 414 Ge PNP | 125 | 1.5 [2 2 30 (150 |F6 | SK3082 | SK 3086
2 SB 415 Ge | PNP | 0,200 | 1 32 12 |40 |10 [T01 | OCBAN | 2N2d3i
2 SB 416 Ge PNP | 0,150 | 0,080 [25(Vcb) | BF 60 T05 | 40329 2 N 3371
2 SB 417 Ge PNP | 0,150 | 0,080 5 (Vcb)| BF 60 T05 | HEP 632 2N 527
2B 418 | Ge PNP | 0,150 | 0,080 [70 (Vcb)| BF 60 05 | 2 N 1433 oc 77
2 SB 419 Ge PNP | 6 1,5  [45(Veb) | BF 80 T03 "2 N 301
2 SB 420 Ge PNP | 6 15  [120 (Veb)| BF 100 T03 ~ZN 5603




=Pc — Puissance collecteur max. efie — Germanium

oo = Vit e it it TRANSISTORS

*Fmax — Fréquence max.

: |I:P 5 . Vee . Gain Type Equivalences
TYPE : : max. max. de

¢ i (Wl ()] La plus

. : w [MHz) min. man. boitier Soorselids Approximative
2 SB 421 Ge PNP | 0,300 | 0,600 (80 2.5 70 T05 BC a7V 2 N 4356
2 SB 422 Ge PNP 0,060 | 0,040 |18 (Vch) BF 50 TO1 2N 1744 2 N 1747
2 SB 423 Ge PNP | 0,150 | 0,150 |30 (Vch)| BF 70 T01 AC 125 0C 75
2 SB 424 Ge PNP 30 3 80 0,300 34 115 T03 AD 163 AUY 34
2 SB 425 Ge PNP | 30 3 60 0,300 [ 34 | 115 | T03 AD 132 AUY 20
2 SB 426 Ge PNP | 30 3 32 0,300 | 34 115 | T03 AD 130 2 N 1755
2 SB 426 A Ge PNP 30 3 25 (Veb) | 0,400 34 80 T03 2 N 1755 ﬁ_D 130
2 SB 427 Ge PNP | 0,225| 0,500 (30 1 60 T05 2N525A ASY 81
2 SB 428 Ge PNP 0,225 | 0,500 |30 1 90 T05 2N527TA 2 N526 A
2 SB 429 Ge PNP 0,100 | 0,050 [30(Veb)| BF 150 T018 2N 328¢" AFY 16
2 SB 430 Ge PNP | 80 20 70 (Veb)| 0,010 | 10 T036 2N 173 HEP 237

2 SB 431 Ge PNP | 0,200 0,500 [32 1,2 80 T01 2N 1'!\118 0CB83N

2 SB 432 Ge | PNP| 50 [ 5 100 3 W |70 |T03 | 2N4s8 | 2 N 5286
2 SB 433 Ge PNP | 56 15 60 BF 30 120 | TO 36 2N1358A | ADZ12
2 SB 434 Si PNP 25 3 50 3 15 25 X75 BD 178 BD 176
2 SB 434 G Si PNP | 25 3 50 3 240 | TO220( 2SBS503A 2 SA 670
2 SB 435 Si PNP | 25 | 3 |3 3 20 [ 55 [X/5 | WMJE30 | WMUEZO
2SB 4356 Si PNP | 25 3 40 3 240 T0220 ~2SA490 | 2N3199
2 SB 436 Ge PNP 0,120 | 0.120 |[25(Vcb)| BF 60 TO1 \ ZN582 2 N 5gd
2 SB 437 Ge PNP | 0,720 | 0,120 [45(Vch)| BF 60 TO1 2 N 1408 2N2189 |
2 SB 438 Ge PNP 0,120 | 0,120 (70(Vch)| BF 60 TO1 2 N 2190 2 N 284
2 SB 439 Ge PNP 0,150 | 0,150 |20 2 70 270 TO1 2 SB 440 AC 151
2 SB 440 Ge PNP 0,150 | 0,150 |20 2 70 270 T01 2 SB 439 AC 151
2 SB 441 Ge PNP 40 b 160 (Vb BF 1] TO3 2 Sﬁﬁ TIP 514
2 SB 442 Ge PNP 40 6 160 (Vch) BF 1] T03 2 SB 611 TIP 514
2 SB 443 Ge PNP 0,100 | 0,010 (18 3 150 T01 40359 AC 121 VI
2SB 443 A Ge PNP 0,100 | 0,010 |18 2,5 110 TO1 SK 3003 AC 121 VI
2 SB 443 B Ge PNP 0,100 | 0,010 (18 3,5 190 TO1 40395 AC 121 VIl
2 SB 444 Ge PNP 0.100 | 0,010 (18 3 160 TO1 40359 AC 121 VI
2SB 444 A Ge PNP 0,100 | 0,010 |18 2,5 110 T01 SK 3003 AC 121 VI
28B444 B Ge PNP 0,100 | 0,010 |18 3,5 200 TO1 40395 AC 121 Vil
2 SB 445 Ge PNP 10 1,5 40 1,5 40 200 F6 2 SA 715 AD 148
2 5B 446 Ge PNP 10 1.5 50 1.5 40 200 F6 EE:S:W Ennﬁﬂ 036




o Pc = Puissance collecteur max. Ge rmanium

LT L. “" | TRANSISTORS

o Fmax = Fréquence max.

.o
I

P
:l : o ¥ Ves B Bain Type Equivalences
TYPE : : max. max. de
r i . La plus
[ : m (MH2) | min. | max. | boitier e Approximative
28B 44 Ge | PNP| 45 | 6 220(Veb} 15 |15 [s0 [ros
s Ge PNP | 13 1 32 (Vcb) 0 |10 |7
9 Ge PNP | 22 35 |50 0010 |20 |85  [ros
' Ge PNP | 0,200 | 0,500 |25 1.3 120 |To1
Ge PNP | 0,200 | 0,500 |32 1,3 120 101
Ge PNP | 0,300 | 1 25 BF 80 T05
Ge PNP | 0,300 ( 1 25 BF 150 T05
Ge PNP | 0,300 | 1 45 BF 150  |T05
Ge PNP | 0,250 [ 0,300 |30 1 120 |T05
Ge PNP | 0,250 | 0,300 |80 1 120 [T05
Ge PNP | 0,250 | 0,150 [105 1 120 |T05
Ge PNP | 13 1 80 BF 80 T08
2 Ge PNP | 0,150 [ 0,500 |20 0,800 110|701
2 Ge PNP | 0,150 [ 0,500 |[32 0,800 110 |[T01
! Ge PNP | 0,800 1 25 BF 28 [210 |F9
i Ge | PNP | 0,800 1 45 BF 28 [210 |F9
2 SB 45¢ Ge PNP | 0.800 | 1 100 BF 28 | 210 |F9
2SB 459 Ge PNP | 0,120 | 0,050 [18 BF 180 | TO1
2SB4 Ge PNP [ 0,120 [ 0,050 |25 BF 180 [T01
2SB 461 Ge PNP | 0,300 | 0,400 [30 1,2 60 |[T05
- 2SB Ge PNP | 6 2 60 0900 | 30 [250 |TOG6
7 ' Ge PNP | 6 2 32 0,900 | 30 | 250 |TO66
Ge PNP | 30 6 100 1,6 3 [170 |T03
Ge PNP | 30 6 60 16 3 |[170 [T03
Ge PNP | 12 0,500 |30 1,3 25 | 150 |F6
Ge PNP | 12 0,500 |[40 1.3 25 | 150 |F6
Ge PNP | 32 10 90 BF 14 | 130 |[T03
Ge PNP | 32 10 90 BF 14 | 130 [T703
Ge PNP | 0,080 | 0,050 |18 BF 160 | 701
Ge PNP | 30 10 45 0,300 | 50 | 165 [T03
Ge PNP | 30 10 50 0,300 | 50 | 165 [T03
Ge PNP | 4.3 1 32(Veb)| 0010 | 40 | 180 |F6
Ge PNP | 12 2 |35 0,700 | 50 | 275 | T03




Pc — Puissance gollecteur max. ofie — Germanium

e e = Tt st o mo o TRANSISTOR SI

Fmax — Fréquence max.

Vee ¢ Gain Type Equivaiences

Pc le
TYPE max. max. de
Wl [A] La plus
w (MHz) min. max. hoitier Approximative
approchée

&= E
=" =0

sBa75 | Ge | PNP | 0,150 | 0,300 [20(veh) | BF 60 01 | AF187 | 2N 1115
SB 476 Ge PNP | 0,250 | 2 10 1,2 75 T039 | 2SB476S | 2SB533
SBA76S | Ge PNP | 0,250 | 2 10 1,2 80 T039 | 2SB476W | 23B533
SBAT6W| Ge PNP | 0,250 | 2 10 1,2 100 T039 | AC153KVI | AC153VI
SB 477 Ge PNP | 80 30 [30(Vch) | BF 40 T036 [ il aNEe

SB 478 Ge | PNP | 80 | 30 |0 (vch) | BF 40 T036 | 2N6329 | 2N1520
SB479 | Ge PNP | 80 30 g0 (veh) | BF 40 T036 | 2N1521 | 2N6330
SB480 | Ge PNP | 80 30 [100(vcb) BF 40 T036 | 28B208 | 2SB214
$B 481 Ge PNP | 6 1 10 (Vcb) | BF 30 |10 |[Fs | AD164 | AD155

SB 482 Ge PNP | 0,120 | 0,050 |[35(vcn) | BF 220 |T101 | 2N2614 2N 2613

$B 483 Ge | PNP | 60 | 15 |60 00025 40 [100 [T03 | BOwszA | 2 N 2612

SB 484 Ge PNP | 60 15 |75 00025| 40 100 |[T03 | BOWS2B | 2N3147
B 485 Ge PNP | 60 15 |85 00025 40 [100 [703 | BOWS2B | BD546B
B 486 Ge PNP | 0,120 | 0,050 |20 7 200 [T01 | 40359 2N 1065
SB 487 Ge PNP | 5 0,500 |20 1 30 |150 |[MD26 | MM 4018 '

SB 488 Ge PNP | 5 0,500 |30 1 30 | 150 | MD26 zs§1au | 2N 5583
' $B 491 Ge PNP | 40 11 250 (Veb) BF 35 ~2SB412 | 28B4n
:.33-4'9'2 | Ge PNP | 6 25 | 0700 | 110 | T039 ﬁgszs - 28A634
'SB 493 Ge PNP | 9 20 0,300 | 40 T08 [0 TMIE 210
SB493W| Ge PNP | 8 20 0,300 | 60 T8 [e i ] MIE210
SB 494 Ge PNP | 0,200 18 1 38 To1 | 2N2002 | AC188K
$B 495 Ge PNP | 0,200 18 1 110 (101 | 2N2001 | AC188K
SB495A| Ge | PNP-| 0,200 | 1 25 1 10 [T01 | 2N2648 | 2NG601
SB496 | Ge PNP | 0,600 | 0,250 |18 2 60 To1 [ RGO N AC 162

SB 497 Ge | PNP | 0,065 | 0,030 |5 3 9 [R18 | 2NBss | 2N588A
SB 498 Ge PNP | 0,100 | 0,050 |25 (veh)| BF 170 |T018 | 2N2273 2 N 3283

SB 502 Si PNP | 20 3 80 1 30 |280 |TO66 | 2N6418 | 2SB512A
sB502A| si | PNP | 25 80 1 30 |280 [To66 | mJ 2254 2 $B 513 A
SB 503 Si PNP | 20 50 1 30 |280 |[Toes | 2sA748 | 28A513
SB503A | Si PNP | 25 50 1 |30 |20 |[ros6 | 2sa670 | 25A671

SB 504 Si PNP | 1 60 BF 40 300 [T039 | 28B505 2N 3868
SB 505 i PNP | 1 50 BF 40 |300 |[F19 | 2sB504 | 2N386B
srene | < | ene | 6O &  hoa | BF 35 |200 |to3 | 2sBeé11 | BDs5sac

— =™~

~N W W W W W



@ Pe = Puissance gollecteur max.

:::l:a_m::uzn;e::lllue:n::[IaTt:l‘r émetteur max. H =N TR A N s ' s T o R s
= Fmax — Fréquence max.
»
N 0 Vee r Gain Tiad Equivalences
‘: ; Pe e
TYPE - ¢ max. max de

= i wil A . La plus

a ; i (MHKz) min. Max. boitier R Approximative
2 5B 506 A Si PNP | 60 5 150 BF 35 | 200 | TO3 TIP 513 TIP 514
2SB507d)| Si PNP | 30 3 60 8 40 | 320 | x75 BD 178 BD 242 A
28B508d)| Si PNP | 30 3 60 8 40 | 320 | x75 BD 178 BD 242 A
2 SB 509 Si PNP | 35 4 60 8 40 | 320 | TO66 | BD 440 2 N 6025
2 SB 510 Si PNP | 0,800 | 1,5 60 50 60 | 320 | T039 | 2SA799 2 N 5864
2 $B 510 S Si PNP | 0,800 | 1 60 50 40 T039 | BC 638 BFT 61
2 SB 511 Si PNP | 10 1,5 35 8 40 | 320 | x75 MJE 710 2 N 3660
2 8B 512d)| Si PNP | 25 3 60 0,070 | 40 X75 2 SB 513 TIP 32 A
2SB512Ad) Si PNP | 25 3 80 0,070 | 40 X75 2 SB 513 A TIP 32 B
2 SB 513 Si PNP | 25 3 60 0,070 | 40 X75 2 SB 512 TIP32A
2SB513A Si PNP | 25 3 80 0,070 | 40 X75 2 SB 512 A TIP 32 B
2 SB 514 Si PNP | 20 2 50 8 40 | 320 | x75 2 SB 515 2 SA 754
2 SB 515 Si PNP | 20 2 50 8 40 | 320 | x75 2SB 514 2 SA 755
2 SB 518 Si PNP | 60 7 90 3 50 103 2 SB 611 RCA 42 C
2 SB 519 Si PNP | 100 | 10 110 3 50 T03 2 SA 753 2 N 6248
2 SB 520 si PP | 120 | 12 140 3 50 T03 BDX 20 2 N 6031
2 SB 521 Si PNP | 43 5 60 7 45 250 | T0220| 2 SB 522 2 N 6106
2 SB 522 Si PNP | 43 5 60 7 45 | 250 | TO220| 2 SB 521 2 N 6107
2 SB 523 Si PNP | 10 2 20 70 55 | 300 2 SB 529 BD 362
2 SB 524 Si PNP | 10 1,5 40 70 55 | 300 BD 136 BD 227
2 SB 525 Si PNP | 0,800 |1 25 100 100 | T092 | 2 SB 564 BFT 61
Lz SB 526 Si PNP | 10 0,800 | 80 70 55 | 300 2 SB 548 2 SA 547 A
2 SB 527 i PNP | 10 0,800 | 100 70 55 | 300 2 SB 549 RCA 1A 16
2 SB 528 S| PNP | 10 |0800 [120 | 70 55 | 300 2 SA 653 2 SB 527
iz SB 529 Si PNP_| 10 2 20 70 55 | 300 2 SB 523 BD 362
2 8B 530 Si PNP | 80 8 100 BF 40 | 240 | TO3 BDX 96 BD 544 C
iz SB 531 Si PNP | 50 6 80 BF 40 | 240 | T03 TIP 42 B MJE 42 B
2 SB 533 Ge PNP | 0,250 |2 10 1,2 75 7039 | 2SB476 AC 153 VI
}2 SB 536 Si PNP | 20 1,5 120 BF 40 | 250 | T0220| 2 SB 537 2 SA 814
Esa 537d) | i PNP | 20 1,5 120 BF 40 | 250 | TO220| 2 SB 536 2 SA 814
2 SB 539 Si PNP | 100 15 120 8 a0 | 200 | 7103 2 SB 539 A BD 546 D
2 SB 539 A Si PNP | 100 |15 120 8 40 | 200 |T03 2 SB 539 BD 546 D
2 SB 539 B Si PNP | 100 15 140 8 40 | 200 |T03 2 N 6031 258539 C

d) Broches en équerre.




= Pc — Puissance gollecteur man.

=Ge — Germanium

0 S i b b s ra=se | TRANSISTOR
@ Fmax — Fréquence max.
P -
:: Z r L - ¢ Gain Tyse Equivalences
TYPE 4 - max. max. de
= i (wl n La plus
M ; w (MHz) min. max. boitier awiiihts Approximative
28B539C| i PP | 100 | 15 |160 8 40 | 200 |T03 | 288554 2585398
2 SB 541 Si PNP | 80 12 |100 9 a0 | 200 |[T03 | BD24BC |
288542 | s pnp | 0,300 0,300 |15 130 100 |T092 | BFX13 © BFX 12
2B 544 Si PNP [ 0,750] 1 25 180 60 | R182 | BCW 79-10 BF 323
2 SB 546 Si PNP | 20 2 150 40 | 200 |[T0220| 28SB 547 BUX 66
2SB546 A S PNP | 25 2 150 5 40 | 200 |T0220| 2SBG547TA BUX 66
2 SB 547 Si PNP | 20 2 150 a0 | 200 |T0220| 2S$B 546 BUX 66
288547 A|  Si PNP | 25 2 150 5 20 | 200 |T0220| 2SB546A | BUX66
2 SB 548 Si PNP | 10 0,800 |80 80 a0 | 320 |T0126| 238852 TIP 62 B
2 SB 549 i PNP | 10 0,800 |100 80 40 | 320 | T0126| 28B527 TIP62C
2 SB 550 Si PNP | 25 5 80 30 | 200 | 7066 | 2N 5607 "2 N5609
"28B551H| i PNP | 25 3 50 32 35 | 200 | 1066 | 2 SA 670 2 SA 671
2 SB 552 Si PNP | 150 | 15  |180 2 25 | 80 | 7103 | 2B G554 2N 6031
2 SB 554 Si PNP | 150 | 15  |160 6 a0 | 140 | T03 2 SB 552 2 N 6031
"2 SB 555 Si PNP | 100 | 12 |140 6 a0 | 140 |T03 2 B 520 2 N 6231
2 SB 556 i PNP | 100 | 12 [120 6 a0 | 140 |T03 | 2SA679 2 N 6230
2 5B 557 Si_ | PNP| 80 | 8 [120 7 40 | 140 |T03 | 2B 758 BD 544 D
2 SB 558 Si PNP | 80 7 100 7 a0 | 140 | T03 | 2SAG649 2 SA 758
2 $B 560 i PNP | 0,750 | 0,700 |80 100 320 | T039 | BSW 40-25 BC 640
2 SB 561 Si PNP | 0,500 | 0,700 |20 350 60 T092 | 2 N 6001 BC 328
2 SB 562 i PNP | 0,800 | 1 20 60 R195 | BCW 80-10 BCW 79-10
"2 SB 563 i PNP | 25 3 70 a0 | 200 70220 MJ2254 MJ 2253
2 SB 564 Si PNP | 0,800 | 1 25 110 200 BCW 80-10 BCW 79-10
2 SB 565 i PNP | 40 | 4 50 15 35 | 320 | X75 | 2SBS566 2NB124
28B565A[ Si PNP | 40 4 60 15 35 | 320 [X75 2 SB 566 A 2 N 6125
2 8B 566d)]  Si PNP | 40 4 50 15 35 | 320 [x75 2 SB 565 ING120
28B566Ad) Si PNP | 40 4 60 15 35 | 320 [x75 2 SB 565 A 2N6125
2 8B 567d)|  Si PNP | 30 2 150 60 |320 |x75 | 28SBG608 25B60BA
2 SB 568 Si PNP | 30 2 150 60 | 320 |X75 2 SB 546 A 2 SB 547 A
2 $B 595 i PNP | 40 5 100 4 a0 240 [T0220| BDS40C RCA 32 C
2 SB 596 Si PNP | 30 4 80 3 a0 |[240 [T0220 | 28A 769 BD 442
2 B 598 Si NPN | 0,500 | 1 20 180 560 |R195 | 28D 545 BC 338
2 SB 600 Si PNP | 200 |15 [e00 4 a0 |[200 [T03 2 58 552 _

i) Broches en équerre.

T I e P e S R SN pa

W NG BN R m——




®= Pc = Puissance gollecteur
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e e — Germanium

B Tl S i 8~ M TRANSISTOR
® Fmax — Fréquence max.
P
:: tll i ¢ Gain Type Equivalences
TYPE ¢ | & |=¥ Al Py = i

: ; wl 1)) . La plus

; ; 4] MKz min. max. boitier — Approximative
2 SB 604 d) Si PNP | 30 4 70 40 | 240 | x75 2 SA 769 BD 442
2 SB 605 Si PNP [ 0,800| 0,700 |50 120 200 2 SA 503 BFX 38
2SB608d) S PNP | 30 2 140 BF 60 | 320 | x75 2 SB 567 2 SB 568
2SB608Ad) Si PNP | 30 2 160 BF 60 | 320 | x75 2SB567 | 2SB568
2 SB 609 Si PNP | 40 4 80 BF 60 | 320 | TO66 | 2SA 771 2 N 6126
2 $B 611 Si PNP | 60 7 100 BF 60 | 200 | To3 | 2SA757 | TIP42C
2SB611A Si PNP | 60 7 120 BF 60 | 200 | TO3 2 SA 758 BD 544 D
2 SB 612 Si PNP | 100 12 140 13 35 | 200 [ TO3 | 28B 555 2 N 6231
2SB 612 A Si PNP | 100 12 160 BF 35 200 | TO3 2 SB 554 2SB539C
2 SB 615 4) Si PNP | 80 7 110 BF 2000 T03 | BDX628 TIP 137
2 SB 616 a) Si PNP | 60 8 80 11 40 | 200 | B29 BDX 78 2 N 6299
2 SB 617 a) Si PNP | 70 6 100 7 40 | 200 | B33 MJE 42 C TIP42C
25B618a)|  Si PNP | 80 7 120 6 a0 | 200 | B33 BD 544 D 2 SA 758
2 SB 628 Si PNP | 20 1,5 160 40 40 200 T0220f 2 SB 546 2 SB 547
2 SB 630 Si PNP | 25 2 200 4 40 | 200 | T0220{ TIP 521 TIP522
2 SB 637 K Si PNP | 0,300 | 0,100 |50 200 160 7092 BC 212 LA BC 212 LB
2SB638H4) Si PNP | 80 10 100 BF 1000 T03 BDX 64 B
2SB 639 HA) Si ene | 100 [ 10 100 BF 1000 T03 BDX 64 B
2 5C 11 Ge | NPN| 0,055 | 0,024 |18(veh)| 6 48 T01 | 2N1058 | 2NS517
2SC 12 Si NPN | 0,180 | 0,250 |60 (Vch)| BF 20 105 2 8C 725 BC 207 A
2 SC 13 Ge NPN | 0,065 | 0,040 |18 3.5 48 T05 2 N 1367 2 N 1366
25C 14 Ge NPN | 0,065 | 0,040 |18 15 48 T05 2 N 1367 2 N 1366
2SC 15 Si NPN | 1 0,050 |30 (Veh)| 200 60 T09 | BCY58A  BCY58B
28C 16 Si NPN | 0,250 | 0,030 |25(Veh)| BF 25 T018 2 N 3825 - BC 408
2SC16 A Si NPN | 0,250 | 0,050 |25(Veh)| BF 30 T018 | 2 N 3825 BC 408
2 SC 17 Si NPN | 0,250 | 0,050 [20(vep)| 150 30 T018 | BFW 30 TIS 18
2SC17A Si NPN | 0,250 | 0,030 |25(Vch)| 150 30 T018 | 2N 3825 BC 408
2 SC 18 Si NPN | 0,250 | 0,030 [25(Veh)| 30 20 T018 2 N 3825 BC 408
2 SC 19 Si NPN | 0,600 | 0,400 (30 70 50 105 2 N 3881 2N 1420
2SC 20 Si NPN | 0,600 | 0,400 |40 70 50 T05 2 N 3881 2 N 697
2 8C 21 Si NPN | 60 2 60 (Veb)| 6 25 103 BD 241 A 2 N 2383
2 SC 22 Si NPN | 13 0,600 |50 110 20 | 100 | TO8 3 TX 615 3 TX 613
2 SC 23 Si NPN | 13 0,500 [50 110 20 100 | TO8 3TX 615 3TX 614

4) Transistor Darlington ;
D

d) Broche en équerre ; a) Récupérer le DSy Pu et -




§c= lamalin-

®pc — Puissance gollecteur max. Lo vl Lo ‘Lw’l

eofie — Germanium

':.::a_m:cwzn:'e::li:::tz::‘l;::e:r émetteur max. IR TR A N s , s To R
®Fmax — Fréquence max.
:l il'.l: . Vee F Bain . Equivalences
TYPE I - A A IR I e o
r
s i m (MHz) min. max. boitler —— Approximative
2 8C 841 Hpc) Si NPN | 0.1 T. recotfv. 30 ns 200 200
'“'fcz"--s:'c' 842 | S NPN | 10 1 36 (Veb) | 450 40
280843 | Si NPN [ 20 2 36(Veb) [ 350 | 50
250 344-_: Si NPN | 35 | 0.400 |17 800 10 | 200
250845 | S | NPN| 35 | 0.400 |30 800 | 10 | 200
e sc 84? | s NPN [ 0.500  0.200 |20 70 160
250848 | i NPN | 0.500| 0.200 |20 60 160
250 849 B NPN | 0.500 | 0,300 |20 60 160
250850 | Si NPN | 0.500| 0.500 |30 70 160
| 2 581 | S NPN | 75 8 %5 110 20 | 250
250 352\,;" i NPN | 0.500| 0.080 |25 800 100
Zscess | S NPN | 0.400 | 0.200 |60 BF 80
VIS 354;7 Si NPN | 25 | 0.300 |20 800 | 10 | 200
2 sc 855 Si NPN | 3 0.400 |20 800 10 | 200
ST 355? Si NPN | 0.300 | 0.050 [150 180 30
zsc as?g?;‘ Si NPN | 0.200 | 0.050 [200 100 60
2 5C 35'} H iF) Si NPN | 0.200 50 30
Si NPN | 0.200 60 30
2 sc 858_-“-" Si NPN | 0.100 | 0.050 |20 (Vch)| 180 240
i sc 359:'; Si NPN | 0.100 | 0.050 |20 (Vcb)| 180 240
2 sc Bﬁll-'”" Si NPN | 0.200 | 0.030 |15(Vch)| 800 80
25C861 | Si NPN [ 50 1 450 (Veb| 7 50
2sc82 | S NPN | 50 | 5  |[eso(veb| 7 | 9
250863 | S NPN | 0.200 | 0.025 |50 600 100
2 sc 354-“22 Si NPN | 0.200 | 0.025 |30 600 100
250865 | Si NPN | 20 2 60 (Vcb) 50
250866 | S | NPN | 5 15 |60 (Veh) 50
280867 | i NPN | 18 1 180 8.5 20 | 350
2 SC 868 Si NPN | 0,200 | 0,030 |40 150 35
286869 | i NPN | 0,200 | 0,030 |50 150 35
250870 Si NPN | 0.200 | 0,030 |25 150 250
250871 Si NPN | 0.200 | 0.030 [25 150 350
2scer2 | i NPN | 35 | 0,400 |40 (ven)| 800 25




efe — Germanium
e Si — Silicium

®Pc — Puissance gollecteur max.

®|c — Courant collecteur max.

®\ce max — Tension collecteur émetteur max.
® Fmax — Fréguence max.

TRANSISTOR

Vee P Gain - Equivalences

TYPE

o= =R

Gr=—"tD -0

Pe
Wl

(A

max. max.

vl [MHz) min. max.

boitier

La plus
apprachée

Approximative

2 SC 872

M

Si

NPN

3,5

0.400

20

600

T039

ATORg 0

o MRE207

2SC 873

S

NPN

0,500

75

200 40 80

ELE

25C874

Si

NPN

0,500

50

200 40 80

25C 875

S

NPN

0.500

0.500

75

170 100

T039

T 2nes

2SC 876

Si

NPN

0,500

0,500

50

170 100

T039

T BCS4TVI

25C 877

Si

NPN

0.300

0,200

a0

(Veb) 60

T018

"2 SC 878

Si

NPN

0.300

0,200

40

(Vch) 70

T018

il

250879

Si

NPN

0.800

60

(Veb) 60 100

T05

ZSC880

Si

NPN

0.800

60

(Veb) 60 100

T05

2 SC 881

Si

NPN

0,200

43

80

R198

- L ';\53

75C 882

Si

NPN

25

150 (Veb)] BF o0

T03

2 N3T5

E3R

Si

NPN

25

a0

(Veb) | BF 50

T03

WOV

AisEgTes

S W

TSCE

Si

NPN

15

80

(Veb) | BF 60

TO3

2'SC 885

Si

PNP

50

330 (Veb) BF 20 60

T03

"N 6077

2SC 886

Si

NPN

50

270 (Vcb) BF 20 | 60

T03

‘n?éuﬂ;ﬁﬁ?gﬁg?ff

'? SC:BSf::

Si

NPN

o0

~ o~ o~ o~ N o

210 (Veb) BF 20 60

T03

750888

Si

NPN

50

150 (Veb) BF 20 60

T03

750889

Si

NPN

50

90

(Veb) | BF 20 60

T03

2N5¢9?

2SC 890

Si

NPN

4.3

0,400

20

600 20

1039

2 5C 891

Si

NPN

10

0,600

20

600 15

MT59

BiYsiA

—IwE

250892

Si

NPN

17

1,2

20

400 15

MT59

- atxeoz |

~ RE 3780

250893

Si

NPN

12

0.300

60

20 50 370

MD29

oy F17

egﬁﬁ

250894

Si

NPN

0,100

0,100

13

200 100

B

AT R

2°5C 895

Si

NPN

18

2.5

90

20 20 350

F9

2N 5608

T PremA

2SC 896

Si

NPN

0.300

0,200

30

200 70

T046

BSK38A

T 2Nam

280897

Si

NPN

60

4 25 200

F6

f,':_’sig;?'\'a'ﬁ

| dwem T

250898

Si

NPN

80

110 15 25 200

F6

auves |

WwiTze

250899

Si

NPN

0,250

0,030

150 115

T092

_BF594

N

2 SC 900

Si

NPN

0,250

0.020

BF 250

T092

 BCA0BA

_BC40BE

.2 SC 901

Si

NPN

50

200 BF 14 25

T03

2N6233

2 SC 901

A

Si

NPN

30

250 BF 14 25

T03

- BDY 42

_2N6230

280902

Si

NPN

75

10

150 (Vcbh] BF 25 75

T03

SDT 7604

20903

Si

NPN

0.200

0,300

30

150 100

T092

 BC1B3K

2N4436




o Pc = Puissance collecteur max. Sc’ - Mm > LU’L; o8 — Germanium

i T W s B S TRANSISTOR

ofFmax — Fréqguence max.

'a' ; E . Vee ¢ Bain fupe Equivalences
TYPE i : max. | max. do

r i wl (A ) La plus

° : w (MHz) min. man. boitier — Approximative
2.5C 904 i NPN | 0.200| 0.300 |45 150 100 | 7092 | BC171
280905 | i NPN | 0.200{ 0.300 |60 150 100 | T092 | BC 682
25c906 | Si NPN | 0.600| 0.500 |30 BF 160 | R215 |
280907 | si NPN | 0.200( o0.100 |40 (ven)| 240 200 | TO1
28C907A| i NPN | 0.200] 0.100 |60 (Vcb)| 240 120 | TO1
2.8C 907 Hsc) Si NPN | 0.200 250 | 60 T01
25908 | Si NPN | 0.860| 0.500 |40 800 10 | 180 | T039 |
280909 | i NPN | 7 0500 |40 80 | 5 mMT59 [
280910 | Si NPN |10 1 40 800 | 5 ~[wrss | T
'zsc 911 | s NPN | 1.7 0.500 |40 800 10 | 180 | w43 'f_‘:;'z_'_gt\;_'-.g--T\,iiiq-‘;\ff;
2SCO1TA| si | New[ 17 | 0500 [40 800 | 20 | 180 | w43 | 2Sc911
286912 | S | NPN| 0.150( 0100 |25 150 9 | R126 | 2N1472
256913 | S | NPN| 0300| 0300 |35 BF | 50 | 90 |7T018 | BSY75
.."2:-51:-9}4' s NPN [ 0.300| 0.300 |35 BF 50 | 90 | T018
2SC 914 A[ S NPN | 0.300| 0,300 |35 BF 50 | 90 T018
‘%‘Sc@fs’ il s NPN | 0.300  0.300 |30 BF 50 | 90 | TO18

i NPN | 0.300( 0.300 |30 BF 50 | 90 | T018

i NPN | 2 15 |70 BF 70 T08

SC 917 i neN | 0.300 | 0.050 |40 180 | 8 T01 |

2sce8 | S NPN | 0.375| 0.030 |20 200 | 20 T0104|
2 SC 920 i NPN | 0.150 | 0.030 |25 150 75 | u23
2s5c921 | i NPN | 0.150 | 0010 |12 450 65 | 23
28c92 | s NPN | 0.250 | 0.030 |25 100 400 | R182 |
2 sc‘ég,a . Si NPN | 0.250 | 0,050 |15 250 100 [T092 [ 2N3825 3
2 SC 925 si NPN | 0.250 | 0.050 [15 250 130 [7T092 | 2n3s25 | BCa4
256926 | si | Nen | 0100 0.100 [115 160 50 | x153 [f 287838 |} 28
250927 | i NPN | 0.150 | 0.020 |15 500 80 | TO104| 2N5650 4| 2
250928 | si | NeN| 0150 0.020 |15 500 80 | Tot0a| 2N5650 al 2N
250929 | si NPN | 0.120 | 0.030 |10 300 100 |Rias | BF153 |
250930 | i NPN | 0.120 | 0.030 |10 300 80 | R145 | BF 153
2 SC 931 si_ | Nen| 10 |3 |50 120 | 70 X101 | BD 131
2.8C 932 Si NPN | 10 3 20 120 70 x1o1 [fimpigy
2.5C 933 si neN | 0.200 | 0.300 |30 500 100 |T0104| 2N3933




» Pc — Puissance gollecteur max.

» lc — Courant collecteur max.

» Uce max — Tension collecteur émetteur max.

» Fmax — Fréguence max.

efe — Germanium

« Si = Silicium

TRANSISTOR

:l E Vee F Gain Type Equivalences I
1YPE : : " . max. max. de
v i wl ()] ) La plus
. : wl [MHz) min. max. boitier — Approximative
"2 SC 934 Si NPN| 0.200( 0.300 |15 500 100 | TO0104] 2 N 4252 2 N 4253
2SC 935 Si NPN| 50 25 300 BF 8 14 T03 2 N 5839 2 N 5838
250936 Si NPN| 22 1 500 7 30 | 120 | 103 BUX 87 TRS 5006
25C93A| S NPN [ 22 [ 1 500 45 03 | BUX87 STI 5006
2 S0 93-7 Si NPN 22 2.5 500 4 8 103 BUX 85
"2SC 938 Si NPN| 0.250| 0.200 |60 150 80 1092 BSY 77 BSY 78
25C 939 Si NPN [ 50 5 60 20 15 120 | T03 2 N 3563 BD 539 A
25C940 | i NPN| 50 5 90 20 15 | 120 | 103 2 N 5620 BD 539 C
250941 | S | NPN| 0200 0,020 |30 120 60 | R67 | 2N 413 BF 233-2 03
S0 942 Si NPN | 0.200( 0.020 | 20(Veb)[ 700 50 | 90 R67 2N 5179 BF 273 C
2 SC 943 Si NPN | 0,300 0.200 |40 150 80 1018 BC 582 BC 582 B
2SC 944 Si NPN | 0.250] 0.100 |40 200 60 1092 BC 407 BC 167 A
2569445 S NPN | 0.250| 0.100 |40 250 180 | 1092 | BC 407 A BC 167 A
2 SC égs Si NPN | 0.250| 0.100 |50 250 200 | R182 BC 407 B BC 167 B
2SC945 L Si NPN | 0.250| 0.100 |50 250 200 | T092 BC 407 B BC 167 B
2 SC 947 Si NPN| 0.150| 0.020 |20 650 20 1072 BF 182 BF 200
2SC 943 Si NPN | 0.150| 0.020 |20 800 24 T072 BF 183 BF 200
2SC 9_,4'@5_;% Si NPN | 0.200| 0.050 |30 (Vch)| 40 150 | T018 2 N 3843 A 2 N 3843
2 SC 950 Si NPN | 0.300| 0.100 |30 (Veb)| 55 100 | T018 2 N 729 BC 583
2 SC 952 Si NPN | 0.300| 0.200 |90 (Veb)| 40 90 T018 2 N 2652 2 N 2652 A
2 SC 953 Si NPN | 0.600| 0.200 |30(Veb)| 90 80 T05 2 N 1252 2 N 1253
25C954 Si NPN | 0.600| 0.400 |60 (Vch)| 90 100 | T05 2 N 1959 2 N 1958
2 sc;};%s-.f Si NPN | 0.150 | 0.050 |20 (Veb)| 150 100 | 1018 BSY 95 2 N 1205
2 SC 956 Si NPN | 0.150 | 0.050 |50 (Vch)| 200 250 | T018 BC 207 A BC 207
2 SC 957 Si NPN | 0.360 | 0.100 |30 700 13 R90 BLX 88 MPSH 24
2 SC 959 Si NPN [ 0.700| 0.700 |80 50 80 T05 BC 489-18 2 N 4239
2509598 S NPN | 0.700 | 0.700 |80 BF 100 | T05 2 N 4239 BC 489
2 SC 960 Si NPN | 1 0.700 |80 40 | 200 | Fa7 40409 BD 139
2SC 960 S Si NPN | 1 0.700 |80 a0 | 100 | F48 40409 BD 139
2 SC 961 Si NPN | 60 7 120 (Vey 13 a0 80 103 2 8D 217
Si NPN | 60 7 100 (Veb) 13 40 | 80 T03 181 T2 B MJE 41 C
Si NeN | 0.250 | 0.050 |25 200 100 [R213 | BC413 BF 504
Si NPN | 0.250 | 0.050 |35 200 130 | 7018 BF 594 BF 595




A2 Thomads ey

ging syt sewaplay Dot Sl | TRANSISTOR
* Vce max — Tension collecteur émetteur max.
® Fmax = Fréguence max.
P
: lil Vee . Gain - Equivalences
TYPE : : " . max. max. de
; : {W} > vl [MHz] min, max. boitier ;.D!;:E Approximative
é .
2 SC 1571 |L Si NPN|] 0,200 0,100| 35 100 40 R182 2 N 3854 A 2 N 3860
2 SC 1573 Si NPN 0,600 0,070 ] 200 80 30 T0126 BF 355 BF 179 B
2 SC 1574 Si NPN 0,400 0,030 20 4,5 GHz 70 T039 A 406 HP 35824 A
2 SC 1576 Si NPN 100 8 330 10 30 150 T03 2 N 6307 2 N 6546
2 SC 1577 Si NPN 80 8 400 10 30 T03 BUX 44 2 N 6545
2 SC 1578 Si NPN 80 8 500 10 30 TO3 BUX 15 BUY 69 C
2 SC 1579 Si NPN 150 15 400 10 25 T03 2 8D 310 MJ 7261
2 SC 1580 Si NPN 150 15 500 7 10 25 T03 BUX 15 BUY 69 C
2 SC 1581 Si NPN 80 7 35 50 10 100 W72 2 SC 1582
2 SC 1582 Si NPN 140 13 35 50 10 100 W72 2 SC 1581
- 2S5C 1583 Si NPN 0,400 0,010 05a0/8 2 SC 294
| 2 §C 1584 Si NPN 150 15 100 10 30 50 : T03 2 N 5973 BD 743 C
| 2 8C 1585 Si NPN 150 15 150 10 30 50 T03 BDX 50 43104
| 2 SC 1586 Si NPN 150 15 200 10 30 50 T03 BUX 41
2 SC 1589 Si NPN 2,5 0,700 | 18 550 15 200 T0202 BFR 98 2 N 5697
2 SC 1590 Si NPN 13 1.2 18 350 15 200 W64 2 8C 1591
2 SC 1591 Si NPN 25 2,5 18 200 15 200 W64 2 SC 1590
2 SC 1592 Si NPN 3,8 0,100 | 18 2,7GHz | 30 200 T136 BLX 37
21593 i NPN| 43 | 0,150 | 20 2GHz [15 |200 [1136 BLX 37
2 SC 1594 Si NPN 7 0,200 | 18 2,5GHz | 20 200 T136 2 SC 2066
2 SC 1595 Si NPN 7 0,300 | 22 2.5GHz | 20 200 T136 2 SC 2066
2 SC 1596 Si NPN 0.450( 0,050 | 120 130 60 R213 2 N 5194 2 SC 1438
2 SC 1600 Si NPN 4,375 2 GHz 200 T046 sans sans
2 SC 1605 A Si NPN 35 3,5 17 500 10 180 T0117 2 SC 1178 A 2 N 5705
2 SC 1606 Si NPN 6 0,600 | 18 1 GHz 10 180 T05 BLX 65 40280
2 SC 1607 Si NPN 0,180| 0,100 | 20 BF 50 T072 BC 173 A PBC 108
2 SC 1608 Si NPN 5 0,500 | 20 50 T072 2 N 3924 MRF 230
2 SC 1610 Si NPN | 100 30 T03 caractéristiques {nsuffisantes
2 SC 1617 Si NPN 50 7 100 10 30 150 T03 DB 539 C 2 N 5479
2 SC 1618 Si NPN 50 6 60 10 20 180 03 2 SD 201 2 N 6130
2 SC 1619 Si NPN 50 (] 80 10 20 180 103 2 8D 202 2 N 6131
2 SC 1620 Si NPN 10 0.6ud |18 10 200 70131 2 SC 1405 2 N 5423
2 SC 1621 i!? Si NPN 0,150 | 0,200 |20 400 40 X156 BCW 31 (voir page suivante)




« Pc = Puissance gollecteur max.

= lc — Courant collecteur max.

« Vce max — Tension collecteur émetteur max.

o Fmax =— Fréquence max.

«Be — Germanium

» $i = Silicium

TRANSI

STOR

’
: \ Vee F Gain - Equivalences
TYPE £ e A O |
= i (W) ()
P t mw [(MHz) min. max. boitier Approximative
é
_25C1621B3 i NPN| 0,150 0,200 | 20 400 | €0 X156 | BCW31 | v teorecasun vnssior o
2SC 16214 Si NPN| 0,150 0,200 | 20 a0 | 90 X156 | BCW31 ) U™
2 SC 1622 Si nen| 0.150] 0,030 | 25 400 [x156 | BSF18
- 28C 16226 i NeN| 0.,150] 0,030 | 25 200 X156 | BFS 18 ansistors
2 SC 1622 p7  Si NPN| 0,150] 0,030 | 25 300 X156 | BFS 19 pour
2SC 1622 P8 Si NPN| 0,150 0,030 | 25 450 X156 | BFS 19 cireults
2 SC 1623 Si NPN| 0,150| 0,100 | 40 200 |X156 | BCW 71 (R) hybrides
2SC 1623 |3 i NPN| 0,150 0,100 | 40 60 X156 | BCW 71 (R) | o
28C 1623 |4 i NPN| 0,150] 100 |40 90 X156 | BCW 71 (R) s0123
28C 1623 |5 i NPN| 0,150] 0,100 | 40 135 X156 | BCW 72 (R) g
28C 1623 [6 i NPN| 0,150] 0,100 | 40 200 xis6 | BCw 7z (R) || RTC
28C1623 7 si NPN | 0,150] 0,100 | 40 300 X156 | BCW 72 (R) |
2 SC 1624 Si NPN | 15 1 120 30 70 [2a0 |[T0220 | 2 N 4864 SDT 5905
- 2SC 1625 Si NPN| 15 1 100 30 70 |[240 |[T0220 | 2N 2783 TIC 29 C
~ 2SC 1626 Si NeN| 15 | 0,750 |80 100 |70 |2a0 |B26 BC 367 2 N 4133
2 SC 1627 Si NPN [ 0,625 0,300 |80 80 200 R67 BC 489 B B 489 B 18
2 SC 1628 Si NPN | 1 0,050 | 150 120 |70 |240 |[B14 2 N 4925 2N 4925 S
28C1629 |  si NPN | 50 8 70 10 500 |1500 |T03 | BD 5438 2N 1723
- 2 SC 1630 Si NPN | 0,750| 0,030 [175 100 100 [T05 BF 292 B BF 204
2 SC 1635 Si NPN | 0,800 1 50 BF 50 |R216 | BFY 568 BFY 56 A
2 SC 1636 Si NPN [ 0,300 [ 0,020 |25 30 180 X153 | 2N 702 2 N 703
2 SC 1637 i NPN [ 0,300 [ 0,020 |25 20 200 |[x153 | 2N 702 2N 703
2 SC 1638 Si NPN [ 0,600 | 0,300 |20 16Hz 100 [R176 | 2 SC 651 BFW 17
2 SC 1656 Si NPN | 0,250 | 0,030 |6 7 GHz 100 (w18 2 SC 1559
2 SC 1660 Si NPN | 0,350 | 0,080 |8 6 GHz 100 |w12 2 SC 1559
2 SC 1663 Si NPN | 0,950 | 0,500 |140 50 150  [B2 2 N 6591 2 N 4069
2 SC 1664 Si NPN | 40 . 60 10 500 [1500 [T066 | 2 SC 1618 2 N 6130
2 SC 1667 Si NPN | 50 4 80 10 a0 200 |703 BOW 53 B 2 N 6295
2 SC 1668 Si NPN | 40 6 18 10 T106 | 2 SC 1476
2 SC 1669 Si NPN | 1,5 | 1.5  [150 6 a0 |240 [B26 40349 V 2
2 SC 1670 Si NPN | 0,750 | 0,500 |140 50 150 [R195 | BF 157 2 N 3712
2 SC 1672 Si NPN | 120 21 T03 caractéristiques jinsuffisantes
2SC 1674 K  Si NPN | 0,250 | 0,020 |20 600 | 90 R182 | 2N 4254 BF 199

e NINI=——




« Pc = Puissance gollecteur max. - B0 Germanium

» lc — Courant collecteur max. . Si = Silicium ?’ R A N g g T @ »
» Vce max — Tension collecteur émetteur max. i =9 A K S f : ﬁ 4

» Fmax — Fréguence max.

P
;1 ': Vee E Gain Type Equivalences
1YPE : s " ” max. max. de

: i (W) (a) ; La plus

2 t ) [MHz) min — hoitier L aproximativ
23SC 1674 L Si NPN 0,250 | 0,020 20 600 60 R182 2 N 4996 BF 199
2S8SC 1674 M Si NPN 0,250 | 0,020 20 600 40 R182 2 N 4255 BF 199
2SC 1675 K Si NPN ] 0,250 | 0,020 30 250 90 R182 BF 594 TIS 125
2 SC 1675 L Si NPN 0,250 | 0,020 30 250 60 R182 BF 594 TIS 125
2 SC 1675 M|  Si NPN | 0,250 | 0,020 30 250 40 R182 BF 595 TIS 125
2 SC 1676 Si NPN 30 3 25 200 10 T121 2 SC 1677
2 SC 1677 Si NPN 45 5 25 200 10 T121 2 SC 1676
2 SC 1678 Si NPN 10 3 65 100 15 T0220 2 N 3420 2 N 3418
2 SC 1679 Si NPN 10 3 65 100 15 T0220 2 N 3420 2 N 3418
2 SC 1680 Si NPN 15 2 18 400 10 T106 2 SC 1725
2 SC 1681 Si NPN 0,200 | 0,050 60 130 200 R67 BC 190 B 2 N 3858 A
2 SC 1682 Si NPN | 0,200 | 0,050 40 130 200 R67 BC 207 B BC 207
2 SC 1683 Si NPN 20 0,500 150 150 60 200 B17 MJE 341 BD 173
2 SC 1684 Si NPN | 0,250 | 0,100 25 150 650 T0D92 BC 408 C BC 409 C
2 SC 1685 Si NPN 0,250 | 0,100 50 150 650 T092 BC 407 B BC 407 A
2 SC 1686 Si NPN | 0,250 | 0,025 30 550 26 T092 TIS 84 TIS 83
2 SC 1687 Si NPN | 0,400 | 0,030 25 820 38 T092 BF 375 D MA 9002
2 SC 1688 Si NPN | 0,400 | 0,030 40 820 38 T092 2 SC 1164 MA 8001
2 SC 1689 Si NPN | 45 3 35 400 |10 [180 2 SC 1314
2 SC 1706 H Si NPN 0,200 | 0,050 150 60 30 T018 2 N 5550 MPSD 02
2 SC 1707 AH  Si NPN 0,200 | 0,100 50 100 100 T018 BC 171 BC 182 KB
2 SC 1707 H Si NPN 0,200 | 0,100 30 100 100 T018 2 N 3856 A BC 184 K
2 SC 1708 Si NPN 0,200 | 0,050 90 150 500 T092 BSX 21 2 N 5175
2 SC 1710 Si NPN 1 0,130 10 7 GHz 80 T130 sans sans
2SC1711 A Si NPN 0,200 | 0,030 13 7.5 GHz 80 w82 FT 1720 AR FT 1720 R
2 SC 1712 Si NPN 0,200 | 0,030 8 8 GHz 80 waz2 FT 1720 AR FT 1720 R
2 SC 1713 Si NPN 0,200 | 0,030 8 8 GHz 80 w8a4 FT 5720 R
2 SC 1714 Si NPN 0,200 | 0,030 8 8 GHz 80 Was FT 5726 CR
2 SC 1715 Si NPN 0,200 | 0,030 8 8 GHz 80 |W85 FT 5726 CR
2 SC 1716 Si NPN | 0,200 | 0,030 8 8 GHz 80 |w35 FT 5728 CR
2 SC 1717 Si NPN 10 1 20 20 F17 BFS 22 A 2 N 5846
2 SC 1718 Si NPN 30 4,5 18 10 1106 2 SC 1476 28C 1242 A
2 SC 1719 Si NPN il 0,050 120 130 50 R214 2 N 5185 2 SC 1903




=Pc — Puissance gollecteur max.

=lc = Courant collecteur max.

=Vce max — Tension collecteur émetteur max.
oFmax = Fréguence max.

e — Germanium
«3i = Silicium

TRANSISTORS

P
ii rl} . : Vee ; Gain Type Equivalences
TYPE : : max, max. de
_ : (W) A La plus
- - W [MH2) min. ma. boitier
6 appr ‘
| 2 SC 1720 Si NPN| 1 0,050 | 150 130 50 R214 2 N 4069 2 SC 1904 I
25C1721 Si NPN| 0,500 1 60 BF 50 R195 2 N 2895 2 N 2898
2 SC 1722 Si NPN| 12 0,200 | 300 80 50 300 B17 2 §C 1507 MJE 3440
2 8C 1723 Si NPN| 15 0,200 | 300 70 40 200 B17 MJE 3439 2 N 3739 |
2 SC 1724 Si NPN| 7.5 0,800 | 17 200 10 T106 2 SC 1765 I
2 8C 1725 Si NPN| 15 1.4 17 1,6 GHY 10 T106 2SC 1197 A 2SC 1241 A
2 SC 1726 Si NPN| 30 2.8 17 1,2GH4 10 T106 2 SC 1503 2 SC 1718
2 SC 1727 Si NPN| 0,300f 0,025 | 35 700 50 T092 MPSH 33 BF 371
2 8C 1728 Si NPN| 0,950] 0,500 | 50 80 250 B2 40537 40537 S
2 8SC 1729 Si NPN| 35 3.5 17 500 10 180 T0117| 2 SC 1605 A 2SC 1178 A
2 SC 1730 Si NPN| 0,250f 0,050 | 18 1,1 GH2 80 R182 SCA 3021 2 N 5053
2S8C 1734 f Si NPN| 0,100( 0,030 | 30 BF 160 T018 BF 167 BCW 83
2 8C 1735 Si NPN| 0,800| 0,500 | 100 130 130 T092 2 N 2941 2 N1340
2 SC 1736 Si NPN| 0,500f 0,100 |50 150 500 T092 BC 550 C 2N 1711/46
2 SC 1737 Si NPN| 0,500 0,100 |35 150 500 T092 2N2222 A 2 N 2222
2 SC 1738 Si NPN| 0,500| 0,100 |35 150 500 T092 2 N2222 A 2 N 2222
2 SC 1742 Si NPN| 0,150| 0,030 |10 5,5 GHz 120 w69 2 SC 1743
2 SC 1743 Si NPN| 0,175] 0,030 |15 3,5 GHZ 70 W69 HXTR 6101 2 SC 1742
2 SC 1744 Si NPN| 70 10 18 300 10 W58 sans sans
2 SC 1747 5; NPN| 0,300| 0,100 |20 1,4GHz| 25 T072 MS 175 H 2 N 5201
2 SC 1748 Si NPN | 0,800| 0,100 |300 50 30 T039 BF 259 BFR 89
2 SC 1749 Si NPN | 1,2 0,100 | 220 80 35 230 B15 BF 179 B BF 179 C
2 SC 1755 Si NPN | 15 0,700 |300 50 200 T0220 BD 215
2 SC 1756 Si NPN | 15 0,700 | 300 50 200 B8 BD 215
2 SC 1757 Si NPN | 15 0,700 |300 50 200 T0220 BD 215
2 SC 1760 Si NPN | 0,950 | 0,500 |50 80 250 B2 2SC 1728 40537 §
2 SC 1761 Si NPN | 0,950 | 2 16 80 200 B2 BD 505 BD 505-1
2 SC 1762 Si NPN | 0,470 | 0,150 (400 13 30 T039 TRS 401 TRS 425
2 8SC 1763 Si NPN | 80 7 35 50 10 W34 2 N 5941
2 SC 1764 Si NPN | 140 12 35 50 10 W34 2 N 5942
2 SC 1765 Si NPN | 7,5 0,800 (17 50 10 F17 2 SC 1724
2 SC 1766 Si NPN | 0,310 | 0,100 |30 230 150 T092 A5T 4123 AS5T 4124
2 SC 1768 Si NPN | 50 5 150 15 400 | 3000 | T03 VT [ —




e — FUlaagiict LUNELLEWr

* lc =— Courant collecteur max.
» Vce max = Tension collecteur émetteur max.

» Fmax = Fréquence max.

= U — OErmamum

« Si = Silicium

TRANSISTOR

" ; Vee F Gain Type Equivalences
TYPE t . - " max. max. de
: w) () La plus
& ; w (MHz) min. max. boitier soiiselis Approximative
2 SC 1775 Si NPN 0,300 0,050 | 90 200 160 T092 BC 449 MPSH 04 ouos
2 SC 1775 Si NPN 0,300, 0,050 | 120 200 160 T092 2 SC 1890 A BC 285
2 SC 1776 Si NPN ﬂ,3ﬂﬂl 0,250 | 40 220 150 |R212 BC 167 A BC 171 A
2 SC 1777 Si NPN 50 6 70 10 30 150 T03 2 N 5616 ou1s SK 3054
2SC 1778 Si NPN 0,150, 0,015 | 20 600 50 T092 BF 200* BF 182
2 SC 1779 Si NPN 0,15I]| 0,020 | 20 450 25 T092 BF 200 BF 182
2 SC 1780 Si NPN 0,150, 0,015 | 18 50 S9 2 N 1205 TI 492
2 SC 1781 Si NPN 0,350 0,500 | 50 150 80 T018 2 N 3642 BCW 34
2 SC 1787 Si NPN 0,150] 0,050 | 35 260 |50 S9 2 N 2534 2 N 2903
2 SC 1788 Si NPN 0,600 0,500 | 20 150 220 1092 2 N 2959 BC 338
2 SC 1789 Si NPN 0,200 0,050 | 18 1,6 GHz | 20 T092 2 N 3839
2 SC 1790 Si NPN 0,150 0,015 | 18 50 T072 2 N 1205 Ti 492
2 SC 1791 Si NPN 1" 1 23 1GHz 15 250 T59 PT 3503 2 SC 1040
| 2 8C 1792 Si NPN 22 2 23 600 k mi, 15 250 T59 3 TX 602 2 SC 892
2 SC 1793 Si NPN 42 4 23 300 k mi‘ 15 250 159 PT 5693 2 SC 704
2 SC 1797 Si NPN 6 0,300 | 50 20 150 W77 MSC 3001 SP MSC 80118
2 SC 1798 Si NPN 1 1 50 20 150 W77 MSC 3003 SP MSC 4003 SP
2 8C 1799 Si NPN 19 2 50 20 @ [WT? MSC 3005 SP MSC 2005
2 SC 1800 Si NPN 29 3 50 20 150 w77 MSC 4005 SP MSC 2010
2 SC 1804 Si NPN 10 1 47 1,2GHz | 10 180 DM 10 P
2 SC 1805 Si NPN 30 2 45 1GHz 10 180 DM 30 P
2 SC 1806 Si NPN 50 4 45 1GHz 10 180 DM 50 P
2 SC 1807 Si NPN 0,300 0,100 | 8,5 1 GHz 50 T018 2 N 3633 2 N 2784
2 SC 1808 Si NPN 10 1 17 1,2GHz | 10 180 2 SC 1966 BLY 68
2 SC 1810 Si NPN 0,950 1 300 13 30 B2 40886 BF 417
2 SC 1811 Si NPN 0,750 0,100 | 150 250 150 R195 2 N 3501 BF 257
2 SC 1812 Si NPN|( 0,210 0,020 | 22 1GHz 20 2 SC 1260 2 N 4934
2 SC 1815 Si NPN 0,300| 0,100 | 40 200 400 1092 BSX 79 B BC 237
2 SC 1816 Si NPN 16 4 60 140 28 252 10220 2 N 6413 BDY 78
2 SC 1819 Si NPN 10 0,100 | 250 100 50 250 B17 2 SC 1550 BD 127
2 SC 1820 Si NPN 3 0,500 | 35 50 1039 2 N 4428 2 N 1092
2 SC 1821 Si NPN 7 0,500 |35 50 T129 2 SC 1561 BLX 92
2 SC 1822 Si NPN 12 1 35 50 1129 2 SC 1524 2 N 5918




His Dolviiny
“Pc = Puissance collecteur max. “Ge

“lc = Courant collecteur max. ] = ;T;T::um TR A N s , s To R:
“Vce max — Tension collecteur émetteur max.
“Fmax = Fréguence max.
?;I :‘ Yii p Gain S Equivalences
TYPE ‘ - ) max. | - max. de
2 s o B ) (MHz) mie. p— boitier ki Approximative
: i approchée
2 SC 1823 Si NPN 25 2 349 50 T129 2 SC 1563 2 SC 1526
2 SC 1824 Si NPN 40 4 35 50 T129 2 SC 1564 41504
2 SC 1825 Si NPN (4] 8 35 50 wa1 2 N 5691
2 SC 1826 Si NPN 30 4 60 10 40 400 B26 BD 439 2 N 5295
2 SC 1827 Si NPN 30 4 80 10 40 400 B26 BD 441 2 N 5293
2 SC 1828 Si NPN 40 3 400 7 30 200 T066 TIP75C 2 N 5468 ou 69
2 SC 1829 Si NPN | 100 5 150 15 400 | 3000 |TO3 2 N 3431
2SC 18304)  Si NPN | 150 15 140 10 500 T03 MJ 3521 MJ 3520
2 SC 1833 Si NPN 0,300 | 0,200 40 280 160 R182 BC 107 BC 167
2 SC 1835 Si NPN | 8 1 15 500 10 180 BLY 55 40281
2 SC 1836 Si NPN 30 5 15 500 10 180 T0129 2 SC 1190 2 N 5705
2 SC 1837 Si NPN | 75 | 0,600 | 20 50 ~ {wis . MRF 237
2 SC 1838 Si NPN [ 15 1,5 50 W16 caractéristiques jnsuffisantes
2 SC 1846 Si NPN | 1,2 1 35 200 60 340 |TO126 | 2 N 5079 2 N 5080
2 SC 1847 Si NPN | 1,2 1.8 40 150 30 220 |T0126 | 2 SC 1516 K PE 8051
2 SC 1848 Si NPN | 1,2 2 50 150 30 220 B15 MM 5262
2 SC 1849 Si NPN | 0,350 ; 0,200 25 150 150 T092 BC 318 A BC 319
2 SC 1850 Si NPN 0,350 | 0,200 50 150 150 TOQZ BC 317 A BC237
2 SC 1851 Si NPN | 0,650 | 1 25 200 160 | T092 BC 338-5 BC 338-18
2 SC 1852 Si NPN | 0,650 | 1 50 200 160 | T092 BC 485 A5 BC 485 A18
2 SC 1855 Si NPN 0,250 | 0,020 20 550 20 T092 2 N 4255 2 N 4997
2 SC 1856 Si NPN 0,250 | 0,020 20 550 20 T092 2 N 4255 2 N 4997
2 SC 1863 Si NPN 40 7 100 BF 15 F12 TH1132 40871
2 SC 1864 Si NPN 40 7 250 BF 15 F12 TIP 55 A 18512 Aous
2 SC 1865 Si NPN | 40 7 400 BF 10 F12 TIP 58 A 2 N 6079
2 SC 1866 Si NPN | 80 7 100 BF 15 TO3 181 T2 A BD 543 C
2 SC 1867 Si NPN | 80 T 250 BF 15 T03 2 N 6511 2 N 5388
2 SC 1868 Si NPN | 80 7 400 BF 10 T03 FT 443 TIP 152
2 SC 1869 Si NPN | 100 10 100 BF 15 T03 2 N 5632 2 N 5288
2 SC 1870 Si NPN 100 10 250 BF 15 T03 BUX 17 A BUX 178
2 SC 187 Si NPN | 100 10 400 BF 10 103 BUY 69 A SDT 1058
2 SC 1876 Hld] Si NPN | 0,800 |0,500 100 1000 T039 sans sans
S 2 12 1038 | 2sC 2165 H




=Pc — Puissance collecteur max.

=lc — Courant collecteur max.

=\Vce max — Tension collecteur émetteur max.
oFmax — Fréquence max.

«Ae — Germanium
» 81 = Silicium

TRANSISTOR

Vee . Gain Type Equivalences
TYPE 2 max. manx. de
(W) (A1 La plus

v [MHz) = mak: boitier s Approximative
2 5C 1881 K4) Si NPN 30 3 60 1000 B17 BD 262 BD 263
2S5C 1882 H4) Si NPN 8 5 120 1000 20000 R90 2 SC 2165 H
2 SC 1884 H4) Si NPN 50 8 120 1000 T066 BD 651 BD 335
2 SC 1885 Si NPN | 0,750 | 0,100 | 150 200 150 R182 2 SC 589
2 SC 1888 Si NPN ( 0,800] 3 60 15 500 T05 BSX 63-16 BSX 63-10
2 SC 1889 Si NPN | 0,800 | 3 80 15 500 T05 BSX 64-10
2 SC 1890 Si NPN | 0,300 | 0,050 | 90 200 160 T092 2 8C 1775 BC 449
2 SC 1890 Si NPN | 0,300 | 0,050 | 120 200 160 T092 2SC1775 A BC 285
2 SC 1891 Si NPN | 50 1,5 1200 3 8 20 T03 BDX 32
2 SC 1892 Si NPN 50 2,5 1500 3 8 30 T03 BU 105 IR 721 |
2 SC 1893 Si NPN | 50 3.5 500 3 8 30 T03 2 N 5157 IR 665 A‘
2 SC 1894 Si NPN 50 6 600 3 8 20 T03 BU 126
2 SC 1895 Si NPN 50 6 600 2 8 30 T03 BU 126 |
2 SC 1896 Si NPN 50 7 600 2 8 40 T03 BU 126
2 SC 1903 Si NPN 1 0,050 120 130 150 B5 2 8C 1719 2 N 5185
2 SC 1904 Si NPN 1 0,050 150 130 150 BS 2 8C 1720 2 N 3500
2 SC 1906 Si NPN | 0,300 ; 0,050 19 1GHz 40 T092 2 N 5201 2 N 6600
2 SC 1907 Si NPN | 0,300 | 0,050 19 1,1GH7 40 T092 2 N 5201 2 N 6600
2 SC 1909 Si NPN 10 3 75 160 20 150 T0220 2 SC 2092 2 N 6416
2 SC 1910 a) Si NPN 0,200 15(Veb] 6 GHz 30 w3s sans pquivalents
2 8C 1911 a) Si NPN 0,150 20 (veb] 5 GHz 40 W35 caues boitier
2SC1912a) Si NPN | 0,150 20 (veb] S5GHz | 40 W35 et fequence
2 SC 1913 Si NPN 15 1,5 150 120 65 330 B26 UPT 321 2 SC 680 A
2 SC 1919 Si NPN 0,200 | 0,030 50 150 250 T092 2 N 3694 BC 207
2 8C 1920a)| i NPN | 0,200 15(veb] 6GHz | 30 W35 voir ci-qessus & W35
2 SC 1921 Si NPN 0,600 | 0,050 200 130 30 R195 BF 179 B 2 N 6220
2 SC 1922 Si NPN 50 25 800 T03 IR 709 IR 710
2 SC 1923 Si NPN | 0,100 |0,020 30 550 140 T092 BF 251 BF261
2 SC 1928 Si NPN | 0,315 |0,050 50 10 200 X153 2 N 5232 2 N 5311
2 SC 1929 Si NPN 25 1 300 80 35 330 B17 ‘MJE 48 TIP 48
2 SC 1931 Si NPN | 0,150 |0,030 8 7 GHz 80 wa4 2 8C 1713
2 3C 1932 Si NPN 0,200 |0,030 8 7 GHz 80 W85 28C 1714
2 SC 1933 Si NPN | 0,200 |0,040 10 5 GHz 80 w84 FT 5720 R




=Pc = Pulssance gollecteur max.

=08 — Germanium

Fonoms ot sewte i i TRANSISTOR
eFmax =— Fréguence max.
‘? Vee F Gain Type Equivalences
% 2 Pe Ic
TYPE : " max. max, de
¥ )] (wi [A) La plus
5 ‘_ vl [MHz) min. max. boitier b Approximative
| 2 SC 1934 Si NPN 0,500 0,080 | 10 5 GH 80 T131 FT 5735 R
2 SC 1936 Si NPN 0,200f 0,030 | 10 5 GH3Z 80 W84 FT 5720 R
2 SC 1938 Si NPN 0,200 0,030 | 10 5 GHz 80 was FT 5726 CR FT 5728 CR
2 SC 1939 Si NPN 0,200f 0,030 | 10 5 GHz 80 w85 FT 5726 CR FT 5728 CR
2 SC 1942 Si NPN 50 3 800 T03 | IR 708 IR 708
2 SC 1945 Si NPN 10 6 40 150 10 180 B26 2 N 3624
2 SC 1946 Si NPN| 50 7 17 400 10 180 sans|: cause boitier
2 8C 1947 Si NPN 1 1 17 500 10 180 T039 2 N 4427 BSY 81
2 §C 1954 Si NPN 0,450 0,150 | 20 1,5 GHz 100 R195 MS 12 H MST 75 H
2 SC 1957 Si NPN 0,750 40 250 90 B16 2N 2218 A 2 N 2224
2 SC 1962 Si NPN| 0,950/ 0,500 | 200 45 70 B2 BF292B | BF292C
750 1964 Si NPN 12 3,8 40 150 10 180 B26 2 SC 1239 2 N 5786
2 SC 1965 Si NPN 1,5 il 17 500 10 180 F19 BFS 22 BFR 98
2 SC 1966 Si NPN 10 1 17 1 GHz 10 180 2 SC 1808 BLY 68
2 SC 1967 Si NPN 20 2 17 1GHz 10 180 BLW 18
2 S.B 1968 Si NPN 40 ] 17 600 10 180 CD 1803
2 SC 1968 A Si NPN 40 5 17 800 10 CD 1803
2 SC 1969 Si NPN 20 6 30 150 10 180 B26 KS 6116
2 SC 1973 Si NPN 0,750 | 0,500 |50 (Vch) 300 20 R182 2 N 3724 2 N 5145
2 SC 1975 Si NPN | 15 2 90 150 50 | 200 [ B26 2 N 2782 2 N 2783
2 SC 1983 Si NPN 30 3 60 15 500 3000 B26 BD 177 TIP 31 A
2 SC 1984 Si NPN 30 3 80 15 500 3000 B26 BD 179 TIP 31 B
2 SC 1985 Si NPN 40 6 60 10 a0 400 B26 BDW 63 A 2 N 6130
2 SC 1986 Si NPN 40 6 80 10 40 400 B26 BDW 63 B 2 N 6131
2 SC 1987 Si NPN 50 6 90 T066 TIP 41 B BD 243 B
2 SC 1988 Si NPN 0,350 | 0,070 |12 4,5 GHz 70 T072 MRF 914 BFS 55 A
2 SC 2017 Si NPN 100 10 400 8 T03 2 N 6251 BUY 69 A
2 SC 2018 Si NPN 100 15 300 7 T03 BDY 46 2SD376 A
2 SC 2019 Si NPN 100 15 200 10 T03 BUX 41 2 SD 376
2 SC 2025 Si NPN 0,350 | 0,050 |18 2,2 GHz 100 T072 MS 175 H MS 12 H
\ 2 SC 2026 Si NPN 0,250 | 0,050 |14 2 GHz 80 1092 2 SC 2037 2 N 5762
2 SC 2027 Si NPN 50 5 800 T03 BU 126 STI 801
2 SC 2034 Si | NPN | 12 2 190 150 | 50 [ 200 T039 2 N 5152 2 N 6409




= Pc — Puissance gollecteur max.

«fie — Germanium

e O e TRANSISTOR
o« Fmax — Fréquence max.
P %
% l: & : Vee F Gain Ty Equivalences
TYPE h f max. max. de
g i [W] [A) La plus
P ; wi [MHz) min. max. boitier pe——— Approximative
2 SD 73 Si NPN | 60 75 |60 25 | 80 | T03 TIP 41 A 2N 1616 A
28D 74 Si NPN [ 60 75 |90 25 | 80 | 703 TIP 41 2N 1618 A
28D 75 Ge NPN [ 0,150 0,100 |25 4 a0 | 101 2 N 1605 2 N 2426
25D 75A Ge | NPN| 0,150] 0,100 |45 4 0 | T01 | 2N1473 2 N 1605-A
2SD75AH|  Ge NPN | 0,150 0,100 |30 3 a | 101 SK 3010-RT 2 N 1102/5
2SD75H Ge NPN | 0,150 0,100 |30 3 40 | T01 | SK3010-RT 2 N 1102/5
28D 77 Ge NPN | 0,150 0,100 |25 3.5 55 | T01 2 N 1605 2 N 2426
2SD77A Ge NPN | 0,150 | 0,100 |45 3,5 55 | TO1 2N 1473 2 N 1605-A
2SD77AH| Ge NPN | 0,150 | 0,100 |30 3.5 55 | T01 SK 3010-RT 2 N 1102/5
2SD77H Ge NPN | 0,150 [ 0,100 |30 3,5 55 | TO1 SK 3010-RT 2 N 110275
2SD 78 Si NPN | 1 2 60 80 T05 BD 373 B 2 N 5414
2SD78A Si NPN | 15 2 80 40 | 160 |T05 | 2N 2874 2 N 2781
25D 79 Si NPN | 15 2 60 40 | 160 | F19 BD 167 2 N 5598
28D 80 Si NPN | 50 6 20 1,5 40 60 T03 BD 195
2 5D 81 Si NPN | 50 6 40 1,5 40 | 60 TO3 | 2 NG6129 BD 539
2 SD 82 Si NPN | 50 6 60 1,5 a0 | 60 T03 2 N 5494 BD 243 A
2 SD 83 Si NPN | 50 6 75 1,5 a0 | 60 | T03 2 N 6131 BD 589 B
2 SD 84 Si NPN | 50 6 85 1.5 a0 |60 |T03 2 SD 202 $ 1350
2 SD 88 Si NPN | 83 5 300(veb| 10 | 34 | 517 [T03 | 183T2C TIP 150
2 SD 88 A Si NPN | 125 | 10 300 (Veb| 12 34 | 517 | T03 | 2N 6249 PTC 118
2 SD 88-1 Si NPN | 80 5 50 BF 34 | 230 |T03 | 180T2¢C 2 N 5977
2 SD 88-2 Si NPN | 80 5 58 BF 34 230 | TO3 181T2¢C - 2 N 5979
2 SD 88-3 Si NPN | 80 5 100 BF 34 | 230 |To3 | 181T2¢C BLX 20
25D 90 Si NPN | 20 3 20 20 | 40 F5 | MJE 520 2 N 3927
28D 91 Si NPN | 20 3 40 20 | 40 F5 BDY 12-6 TIP 29
28D 92 Si NPN | 20 3 55 20 | 40 F5 BDY 13-6 TIP 29 A
25D 93 Si NPN | 20 3 70 20 | 40 F5 BDY 13-6 TIP 29 B
25D 94 Si NPN | 20 | 3 80 20 |40 |F5 | BD179 TIP 29 B
2 SC 96 Ge NPN | 0,300 | 0,250 |18 4 90 | TO1 | 40396/N AC 187
2 SD 100 Ge NPN | 0,250 | 0,400 |32 1,5 75 R10 | 2N 1473 2 N 2430
2SD100A| Ge NPN | 0,250 | 0,400 |45 1,5 75 R10 2 N 2430 2 N 1473
2 SD 101 Ge NPN | 0,250 | 0,600 |80 70 R93 n"gﬁ 21 MPSH 04 0u 5
2 SD 102 Si NPN | 25 3 80 1,5 30 | 300 | T066 | 285D 877 TIP 29 B




e Pc = Puissance gollecteur max. = B2 — Germanium

s — Bonhet Slotr <ix «Si = Silicium r R A N s ’ s 'r o R s

= Vce max — Tension collecteur émetteur max.
o Fmax — Fréguence max.

: ; Vee ¢ Gain T Equivalences
TYPE : f a ’ max. man. de
2 i wl (A) La plus
s ; w (MHz) min. max. boitier P Approximative
25D 103 Si NPN [ 25 3 50 1 30 | 300 |T066 | BDY 12-16 BDY 12-10

2 SD 104 Ge NPN | 0,150 | 0,400 .[20(veb)| 2,800 | 60 TO1 2 N 1306 ASY 29
2 SD 105 Ge NPN | 0,150 | 0,400 |20(veb)| 2,800 | 35 T01 2 N 1304 ASY 28
2 SD 107 Si NPN [ 50 5 60 30 1.000| 10 000/ T03 TIP 620 TIP 625
2 SD 108 Si NPN | 50 5 40 1.000| 10 000/ TO3 2 N 6034 2 N 6037
28D 110 Si NPN | 100 | 10 110 2 20 |40 T03 2 N 5628 TIP 602
2 SD 111 Si NPN | 100 | 10 80 2 20 |40 T03 | 2N 5624 2 N 5626
25D 113 Si NPN | 200 | 30 |80 0,500 | 10 |60 [T03 | 2N 6327 MJ 802
25D 114 Si NPN | 200 | 30 |50 0500 | 10 |60 |T08 | 2N6326 M 3771
28D 116 Si NPN | 75 7 100 (Veb| BF 80 | 120 [T03 | TI1133 40369
2 SD 117 Si NPN | 75 7 150 (Veb| BF 80 |120 |T03 T1 1135 28D 218
2SC 118 Si NPN | 100 | 7 110 2 30 |200 |T03 BD 550 RCA1 BO6
2sD118 Bl  Si NPN | 100 | 7 110 2 80 |200 |T03 BD 550 RCA1 BO6
2 SD 118 R Si NPN | 100 [ 7 110 2 30 |70 T03 BD 550 RCA1 BO6
2SD118Y| Si NPN | 100 | 7 110 2 50 [120 |T03 BD 550 RCA1 BO6
2 SD 119 Si NPN | 100 | 7 80 2 30 |[200 |T03 2 N 5874
2SD 119 B  Si NPN | 100 | 7 80 2 80 |200 |[T03 2 N 5874
2SD119R| Si NPN | 100 | 7 80 2 3 |70 T03 | 2N5874
2sD119Y| s NPN | 100 | 7 80 2 50 |120 [T03 2 N 5874
2SD 120 Si NPN | 1 1,5 |40 15 |100 [T05 2 N 6376 MC 160
2SD 120 H5¢c Si NPN T.recouv. 0,7ns | 0,800 60 T038 | 2N 5559 ACY 40
2 8D 121 Si NPN | 1 1,5 |55 15 [100 |[T05 2N 3785 40367
2SD 121 H5¢c Si NPN T.recouv. 0,7 ns | 0,800 60 T039 2 N 5559 ACY 40
2 SD 122 Si NPN | 15 3 60(veb)| 0,600 |20 |60 T08 BD 131 BD 617
2 SD 123 Si NPN | 15 3 100 (Veb] 0,600 |20 |60  |T08 BD 133 BD 619
2 SD 124 Si NPN | 60 6 60 (Veb) | 0,500 | 30 T03 TIP 41 A BD 197
2SD124A| S NPN | 60 7 75 (Veb) | 1 30 T03 | 2N 5492 2 N 5346
2SD124 AH  Si NPN | 60 7 50 1 20 |80 F6 2 N 5490 2 N 5491
2 SD 125 Si NPN | 60 6 100 (Veb| 0,500 | 30 T03 TIP 41 C BD 601
2SD125A| S NPN | 60 7 100 (Veb] 1 30 T03 2 N 5497 2 N 5479
2 $125 AH Si NPN | 60 7 75 1 20 |80 F6 2 N 5496 2 N 5477
2 SD 126 Si NPN | 60 7 150 (Veb] 0,500 | 10 T03 | 2SC 2199 BD 543 D
2SD126 H| i NPN | 60 7 100 1 20 |40 F6 181 T2A 181 128

e e ————————




. Pc = Puissance gollecteur max.

»Ge — Germanium

::fu_mc:m:’n;n::’ll::!::lrl::t:tr émetteur max. @S S TR A N s ' s To R
® Fmax = Fréquence max.
P
:' ll' B . Vee F Bain TV Equivalences
TYPE : : max, | max. de
r i Wl (1Y) La plus
s : w [MHz) min. max. boitier e Approximative
2 8D 127 Ge NPN 0,250 | 0,500 |20 82 T01 AC 185 2 N 576 A
258D 127 A Ge NPN 0,250 | 0,500 |20 46 TO1 AC 185 2N576 A
28D 128 Ge NPN 0,250 | 0,500 |30 82 T01 2 N 1473 2N576 A
2SD128 A Ge NPN 0,250 | 0,500 (30 46 T01 2 N 1473 2N 576 A
2 SD 129 Si NPN 25 3 80 1 30 200 T066 TIP31B 2 N 2308
2 SD 130 Si NPN 25 3 50 1 30 200 T066 BDY 12-10 BDY 12-16
2 8D 131 Si NPN 50 5 100 (Veb) 40 80 T03 28D 175 BD 539 A
28D 132 Si NPN 150 20 65 20 60 T03 40444 BDY 76
2 SD 134 Ge NPN 0,030 | 0,005 (60 (Vch) 40 2 N 1311 2 N 1510
25D 136 Si NPN 4 0,100 |200 30 250 F6 BF 257 2 N 4926
2 SD 137 Si NPN 4 0,100 |300 30 250 F6 BF 259 HEPS 5024
25D 138 Si NPN 30 1 200 50 100 S0T9 SK 3104 2 N 3583
2 SD 139 Si NPN 30 1 300 50 100 So0T9 2 SD 766 TIP 48
28D 141 Si NPN 15 3 12 30 240 F6 MRF 475
2 SD 142 Si NPN 15 3 20 30 240 F6 BD 361 BD 361 A
2 5D 143 Si NPN 15 2 40 30 240 F6 BD 613 UPT 221
"2 SD 144 Si NPN 15 2 50 30 240 F6 BD 615 BD 131
2 SD 146 Si NPN 20 1 35 1,400 30 150 F6 2 N 2948 BD 165
2 SD 147 Si NPN 20 1 50 1,400 20 150 F6 2 N 3766 3005
2 SD 148 Si NPN 20 2 70 1,200 35 F12 2 N 5598 2 N 5600
2 SD 149 Si NPN 0,800 | 1 70 1,200 40 T039 2N1252 A 2 N 4897
2 SD 150 Si NPN 15 1 40 0,010 30 240 F6 SK 3048 TIP 29
2 5D 151 Si NPN 120 15 70 1 30 T03 2 N 3055 BDX 10
28D 152 Si NPN 15 1 70 30 70 F6 TIS 140 NSD 104
| 2 SD 153 Si NPN 120 5 200 10 30 160 T063 STA 8309 MJ 410
2 SD 154 Si NPN 20 3 60 40 145 F6 2 SD 255 2 N 4232
| 2 8D 155 Si NPN 20 3 IEO 4 145 T066 2 SD 255 2 N 4232
| 2 SD 156 Si NPN 4 0,100 (200 20 250 TO66 BF 257 2 N 4926
| 2 8D 157 Si NPN 4 0,100 (300 20 250 T066 BF 259 HEPS 5024
2 SD 158 Si NPN 30 1 200 16 20 250 TO66 SK 3104 2 N 3583
_2 SD 159 Si NPN 30 1 300 16 20 250 T066 2 SD 766 TIP 48
2 SD 160 Si NPN 25 1,5 55 50 T08 2 N 2947 2 N 3297
_2 §D 161 Si NPN 100 10 70 1 30 T03 2 N 5624 2 N 5006




» Pc = Puissance gollecteur max.

e Ge — Germanium

e e e Nt S TRANSISTORS
+ Fmax = Fréquence max. :
p
N 0 Vee p Gain S Equivalences
: ; Pc Ie
TYPE . : max. max. de

; i wl [A) ) La plus g

5 : wl (MHz) min. max. boitier o Approximative
2 SD 162 Ge NPN 0,065 | 0,030 |15 3 60 R18 2 N 164 2 N 440
2 8D 163 Si NPN | 100 10 40 0,800 | 15 |30 103 BD 205 BD 605
2 SD 164 Si NPN | 100 10 55 0,800 | 15 |30 103 2 N 5622 2 N 5049
2 SD 165 Si NPN | 100 10 70 0,800 | 15 |30 103 2 N 5624 2 N 5622
2 SD 166 Si NPN | 100 10 85 0,800 | 15 |30 T03 2 N 5624 2 N 5626
2 SD 167 Ge NPN 0,200 | 0,500 |20 (Vch) 120 R16 2 N 576 2 N 1102/5
2 SD 168 4) Si NPN 50 10 70 2500 T03 gj%lﬁ A Rn%gs B
2 SD 170 Ge NPN | 0,600 | 0,500 |18 70 300 T01 AC 187 K 40396/N
2SD170A| Ge NPN | 0,600 | 0,500 |25 70 1300 [7o01 250 72 AC 176
2SD 171 Si NPN | 125 35 [150 30 100 1703 SOT 1626
2SD171-1|  Si NPN | 125 | 3,5 |150 30 |200 [703 SDT 1626
28D 171-2|  Si NPN | 125 | 3.5 |200 0 |200 [T03 SDT 410 STI 410
28D 172 Si NPN | 100 | 10 (40 1,20 | 10 |60 |T03 BD 205 BD 605
28D 173 Si NPN | 100 | 10 |60 1,200 | 10 |60 [T03 2 N 5622 BD 607
25D 174 Si NPN | 50 9 40 1,200 | 6 60 |T03 2 N 4395 BD 947
28D 175 SI NPN | 50 5 60 1,200 [ 10 |60 |T03 2 SD 131 BD 539 A
2SD175 M| Si NPN | 50 3 60 0500 | 15 [a5 |[T03 2 SD 131 BD 539 A
238D 176 Si NPN | 100 | 10 |50 1,200 | 10 |50 |T03 2 N 5049 BD 205
28D 177 Si NPN | 100 | 10 |70 1,200 | 10 |50 |T03 2 N 2624 2 N 5622
28D 177 Mf i NPN | 100 | 10 |70 0,500 | 15 |45 |T03 2 N 2624 2 N 5622
2SD 178 Ge NPN | 0,225 | 0,300 [20(Veb)| 4 50 90 |Ras > N 576 TR
2SD178A| Ge NPN | 0,225 [ 0,300 [40(Veb)| 4 5qp 90 |ras 2 N 576 A 2N 1605 A
25D 179 Si NPN | 580 | 40 (300 10 |[100 |mT99 | SDT 55460 SDT 55560
2 §D 180 Si NPN | 60 6 70 10 30 |120 |T03 BD 293 BD 295
2 SD 181 Si NPN | 100 | 15 100 10 30 (180 |T03 BD 451 2 N 3055-3
28D 181A| S NPN | 100 | 10 200 10 30 |180 |T03 2 N 6249 BUY 69 C
2 SD 182 Si NPN | 10 1 30 15 l120 |08 SK 3049
2 SD 183 Si NPN | 10 1 55 15 |120 |[T08 TIS 139 BD 228
2 SD 184 Si NPN | 25 1.5 |40 1,500 | 20 |100 |To08 BD 239 BD 165
2§D 185 Si NPN [ 25 15 |56 1,500 | 20 |[100 |T0B 2 N 2947 2 N 3297
2 SD 186 Ge NPN | 0,200 | 0,150 |20 (Vcb) 150|701 2 N 576 2 N 1102/5
2 SD 187 Ge NPN | 0,200 | 0,150 |25 (Vcb) 150|109 2 N 1102/5 2 N 218 A
2 SD 188 Si NPN | 60 7 80 |40 |3 l120 lto3 | 2sp217 | 2ns5498




	2N5770 - 2N5999
	2N6000 - 2N6650

	BDX62C, NE, RCS

	2SA73 - 2SA956

	2SB16 - 2SB639

	2SC11 - 2SC96

	2SD73 - 2SD188




